
(19)中華民國智慧財產局

Jf (12)發明說明書公開本
Intellectual

(11)公開編號：TW 201228842 A1
(43)公開日：中華民國101 (2012)年07月16日

(21)申請案號：100136438 (22)申請日：中華民國100 (2011)年10月07日

(51)Int. C1. ： B32B7/02 (2006.01) B32B9/00 (2006.01)
H01L51/50 (2006.01)

(30)優先權：2010/10/08 日本 2010-228321
(71) 申請人：住友化學股份有限公司(日本)SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED

(JP)
日本

(72) 發明人：小野善伸 ONO, YOSHINOBU (JP)
(74)代理人：洪武雄；陳昭誠

申請實體審查：無 申請專利範圍項數：9項 圖式數：13 共220頁

(54)名稱
有機電激發光(E L)裝置及其製造方法
ORGANIC ELECTRO LUMINESCENCE (EL) DEVICE AND MANUFACTURING METHOD 
THEREOF 
(57)摘要

本發明係關於具備第1薄膜以及設置於第1薄膜上之有機EL元件之有機EL裝置。有機EL元 

件具有一對電極、配置於電極間之發光層及配置於電極間之電子注入層。電子注入層包含離子性聚 
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六、發明說明：

【發明所屬之技術領域】

本發明係關於一種有機電激發光（EL）裝置及其製造方 

法。

【先前技術】

有機電激發光（EL）元件具有複數薄膜積層之構成。藉 

由適當設定各薄膜的厚度、材料等，可賦予元件本身可撓 

性。如此的有機EL元件設置於撓性薄膜上之情況，裝載有 

• 機EL元件之裝置全體，可成為撓性裝置。

有機EL元件會因暴露於外氣而劣化。特別是構成有機 

EL元件的一部分之電子注入層，因大多是包含容易與氧氣 

及水反應之Li、Na之情況 > 更容易因暴露於外氣而劣化。 

所以，有機EL元件通常設置於氧氣、水等不易透過之氣體 

阻隔性高之薄膜上。作為氣體阻隔性高之薄膜，提案有氧 

化矽、氮化矽、氧氮化矽及氧化鋁等無機氧化物所構成的 

. 薄膜成膜於塑膠基材上所形成的薄膜。

作為無機氧化物所構成的薄膜成膜於塑膠基材上之方 

法，已知有真空蒸鍍法、濺鍍法、離子鍍法等物理氣相沈 

積法（PVD）、減壓化學氣相沈積法、電漿化學氣相沈積法等 

化學氣相沈積法（CVD）。作為使用如此的成膜方法之氣體阻 

隔性高之薄膜，例如日本專利特開平4-89236號公報（專利 

文獻1），揭露具有積層2層以上之矽氧化物蒸鍍膜所形成 

的積層蒸鍍膜層之薄膜。

另一方面，具有交替積層之陶瓷系無機阻隔膜及聚合 
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物膜之薄膜，揭露於日本專利特表2002-532850號（專利文 

獻2）。

先前技術文獻

專利文獻

專利文獻1：日本特開平4-89236號公報

專利文獻2：日本特表2002-532850號公報

【發明內容】

（發明所欲解決之課題）
• 但是，專利文獻1記載的薄膜，氣體阻隔性不足，有

被彎曲造成氣體阻隔性降低之問題。

根據專利文獻2記載的薄膜，期待提高氣體阻隔性的 

同時，抑制因彎曲之氣體阻隔性的降低。但是，專利文獻 

2記載的薄膜之製造步驟，有需要複雜且長的製造時間之 

問題。

本發明的目的，在於提供具備有機EL元件本身特別是 

. 構成其一部分之電子注入層不易劣化之有機EL元件，以及 

具備高氣體阻隔性同時薄膜彎曲時氣體阻隔性不易降低且 

可用簡單的步驟在短時間形成之薄膜的有機EL裝置。 

（解決課題之手段）

本發明係關於具備第1薄膜以及設置於第1薄膜上之 

有機EL元件之有機EL裝置。有機EL元件具有一對電極、 

配置於前述電極間之發光層及配置於前述電極間之電子注 

入層。電子注入層包含離子性聚合物。第1薄膜具有含矽 

（矽原子）、氧（氧原子）及碳（碳原子）之氣體阻隔層，對矽
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原子、氧原子及碳原子的合計量而言之矽原子的量（數）之 

比例（矽原子比）、氧原子的量（數）之比例（氧原子比）及碳 

原子的量（數）之比例（碳原子比），與離前述氣體阻隔層的 

厚度方向（膜厚方向）之前述氣體阻隔層的一側表面之距離 

的關係所分別表示之矽分佈曲線、氧分佈曲線及碳分佈曲 

線，滿足下述條件：

（i） 於前述氣體阻隔層的厚度方向（膜厚方向）的90%或以上 

的區域，矽原子數的比例、氧原子數的比例及碳原子數的

■ 比例中，矽原子數的比例為第2大的值；

（ii） 前述碳分佈曲線具有至少1個極值；以及

（iii） 前述碳分佈曲線之碳原子數的比例比的最大值與最 

小值的差（絕對值）為5原子％（at%）或以上。

而且，本發明係關於有機EL裝置的製造方法，該方法 

包含形成具有一對電極、配置於前述電極間之發光層及配 

置於前述電極間且包含離子性化合物之電子注入層之有機 

. EL元件的步驟；形成具有含矽原子、氧原子及碳原子之氣 

體阻隔層的第1薄膜的步驟；使前述第1薄膜與第2薄膜 

間以配置前述有機EL元件的方式，貼合前述第1薄膜與前 

述第2薄膜之步驟。氣體阻隔層，對矽原子、氧原子及碳 

原子的合計量而言之矽原子數之比例、氧原子數之比例及 

碳原子數之比例與離前述氣體阻隔層的厚度方向之前述氣 

體阻隔層的一側表面之距離的關係所分別表示之矽分佈曲 

線、氧分佈曲線及碳分佈曲線，滿足下述條件：

（i）於前述氣體阻隔層的厚度方向（膜厚方向）的90%或以上
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的區域»矽原子數的比例、氧原子數的比例及碳原子數的 

比例中，矽原子數的比例為第2大的值；

(ii) 前述碳分佈曲線具有至少1個極值；以及

(iii) 前述碳分佈曲線之碳原子數的比例比的最大值與最 

小值的差(絕對值)為5原子％(at%)或以上。

(發明的效果)

根據本發明，藉由設置含有離子性聚合物的電子注入 

層，可實現具備因外氣的劣化被抑制之有機EL元件以及具 

備高氣體阻隔性，同時薄膜彎曲時氣體阻隔性不易降低且 

可用簡單的步驟在短時間形成之薄膜的有機EL裝置。

【實施方式】

以下，詳細說明本發明的較佳實施態樣。但是，本發 

明不限定於以下的實施態樣。

關於本實施態樣之有機EL裝置，具備第1薄膜以及設 

置於第1薄膜上之有機EL元件。有機EL元件，具有一對 

電極、配置於前述電極間之發光層及配置於前述電極間之 

電子注入層。電子注入層包含離子性聚合物。第1薄膜具 

有含矽原子、氧原子及碳原子之氣體阻隔層。

有機EL裝置5通常具備支持基板以及設置於支持基板 

上之有機EL元件。有機EL裝置，更具備與支持基板貼合 

之密封構件，使有機EL元件存在於密封構件與支持基板之 

間。關於本實施態樣之有機EL裝置的第1薄膜，可使用作 

為設有有機EL元件的支持基板，亦可使用作為與支持基板 

貼合之密封構件。以下，說明更具備第2薄膜作為支持基 
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板，第1薄膜設置作為密封構件的形態之有機EL裝置。

裝載於有機EL裝置之有機EL元件，大致上分為以下

3型的元件。亦即，有機EL元件大致上分為（I）朝裝載該 

有機EL元件的支持基材射出光，亦即底發光型元件，（II） 

朝與支持基材相反側射出光，亦即頂發光型元件，（III） 

朝支持基材射出光，同時朝與支持基材相反側射出光之兩 

面發光型元件。關於本實施態樣之裝載於有機EL裝置之有 

機EL元件，可為任一型的元件。以下，作為一例，參照第
• 1圖，說明設有頂發光型元件之有機EL裝置，然後參照第

2圖，說明設有底發光型元件之有機EL裝置。

第1圖為表示關於一實施態樣的有機EL裝置之典型剖 

面圖。第1圖所示的有機EL裝置13,於第2薄膜1上， 

裝載有機EL元件2。第1薄膜11，隔著有機EL元件2， 

配置於第2薄膜1上，與第2薄膜1 一起密封有機EL元件

2。第1薄膜11與第2薄膜1，隔著接著層4而貼合。而 

. 且，有機EL元件2，依據需要，可藉由保護層3覆蓋。藉

由設置該保護層3,可隔開接著層4而保護有機EL元件2。 

第1圖所示的有機EL元件2為頂發光型元件，朝第1

薄膜11射岀光。因此，第1薄膜必須由透過光的構件所形 

成。另一方面，於本實施態樣，相當於支持基材的第2薄 

膜1，可由不透過光的不透明構件所形成。

作為第2薄膜1，可使用塑膠薄膜或金屬薄膜，較理 

想為金屬薄膜。金屬薄膜，與塑膠薄膜比較時因具有高氣 

體阻隔性，可提高有機EL裝置的氣體阻隔性。作為金屬薄 
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膜，例如可使用Al、Cu及Fe的薄板，以及不鑰鋼等合金 

薄板。

第1薄膜11，具有含矽原子、氧原子及碳原子之氣體 

阻隔層5。於本實施態樣，第1薄膜11係由基材6以及設 

置於基材6的有機EL元件2側的主面上之氣體阻隔層5所 

構成。氣體阻隔層5，藉由滿足後述的條件（i）、（ii）及 

（iii），具備高氣體阻隔性，進而可抑制彎曲時氣體阻隔性 

的降低。

藉由如此的第1薄膜11與第2薄膜1密封有機EL元 

件2，可實現撓性的兼具充分耐久性及氣體阻隔性之有機 

EL裝置。特別是使用金屬薄膜作為第2薄膜1的情況，因 

第1薄膜11與第2薄膜1兩者皆顯示高氣體阻隔性，可實 

現兼具更高耐久性及氣體阻隔性之有機EL裝置。

關於本實施態樣的有機EL元件，具備包含離子性聚合 

物之電子注入層。如後述，關於本實施態樣的電子注入層， 

因包含離子性聚合物5與包含Li、Na的傳統電子注入層比 

較，不易因外氣而劣化。關於本實施態樣的有機EL元件， 

藉由上述氣體阻隔性高之第1薄膜11與第2薄膜1密封， 

可實現更難因外氣而劣化之有機EL裝置13。

具備包含離子性聚合物之電子注入層之有機EL元 

件5因在大氣中亦安定»在大氣中的劣化極緩慢地進行。 

因此，傳統的有機EL元件，不一定需要形成保護膜，可減 

少有機EL元件的製造步驟數目。

關於本實施態樣的有機EL元件，因直至密封步驟結束 
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為止的步驟（運送步驟及密封步驟）即使在大氣中進行，也 

不易劣化，雖然傳統在真空中或惰性氣體環境中進行密封 

步驟，密封步驟可在大氣中進行。所以，無需傳統為了達 

到真空中或惰性氣體環境之大型複雜的製造裝置。特別是 

利用滾輪對滾輪的方法貼合第1薄膜與第2薄膜的情況， 

傳統需要大型複雜的製造設備，用以將連續貼合裝置等的 

大型裝置放置於真空環境下或惰性氣體環境下。另一方 

面，關於本實施態樣的有機EL裝置，無需如此的製造設 

備，可用極單純的製造設備，製造有機EL裝置。

第2圖為表示關於其他實施態樣的有機EL裝置13之 

典型剖面圖。第2圖所示的有機EL裝置13,與第1圖所 

示的實施態樣之有機EL元件2以及第2薄膜1不同。本實 

施態樣的有機EL元件2為底發光型元件，朝相當於支持基 

材的第2薄膜1射出光。因此，第2薄膜1必須為顯示光 

透過性的薄膜。

本實施態樣的第2薄膜1只要是顯示光透過性的薄 

膜，無特別限制，從氣體阻隔性的觀點，與第1薄膜11同 

樣地，具有含矽原子、氧原子及碳原子之第2氣體阻隔層 

8較理想。於本實施態樣，第2薄膜1係由基材7以及設 

置於基材7的有機EL元件2側的主面上之第2氣體阻隔層 

8所構成。該第2氣體阻隔層8,與第1薄膜11的氣體阻 

隔層5同樣地，藉由滿足後述的條件（i）、（ii）及（iii）， 

具備高氣體阻隔性，進而可抑制彎曲時氣體阻隔性的降低。

藉由如此的第1薄膜11與第2薄膜1密封有機EL元 
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件2，可實現撓性的兼具充分耐久性及氣體阻隔性之有機 

EL裝置。

包含離子性聚合物之有機EL元件，因在大氣中亦安 

定，與前述實施態樣同樣地，可用極單純的製造設備，製 

造有機EL元件。

於第2圖所示的有機EL裝置，亦可設置兩面發光型有 

機EL元件，取代底發光型有機EL元件。

使用第2薄膜作為密封構件，使用具有氣體阻隔層之 
• 第1薄膜作為支持基材，可藉由該第1薄膜與第2薄膜密 

封有機EL元件。

例如，於第1圖及第2圖所示的實施態樣，對第2薄 

膜及/或第1薄膜，可再貼合附加的薄膜。作為附加的薄 

膜，例如保護有機EL裝置的表面之保護膜、防止射入有機 

EL裝置的外光反射的抗反射膜、具有提高光取出效率的作 

用之光取出膜、調整光的相位及偏光用的光學功能性薄 

. 膜，以及具有選自該些之複數薄膜積層所構成的光學膜 

等。附加的薄膜可貼合於第2薄膜及/或第1薄膜的單面或 

兩面。

第13圖表示關於其他實施態樣的有機EL裝置之剖面 

圖。第13圖所示的有機EL裝置，以第1薄膜作為支持基 

材，於第1薄膜上設置有機EL元件2。本實施態樣，為有 

機EL裝置不具備第2薄膜的態樣。

（接著層）

接著層4係將第1薄膜與第2薄膜，在其間配置有機
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EL元件的狀態下接合的層。接著層4所使用的接著劑，具 

有高氣體阻隔性較理想。如第1圖所示，從有機EL元件2 

射出的光通過接著層4朝外界射出之有機EL裝置，接著層 

4的光透過率高較理想。於該情況，從光取出效率的觀點， 

與接著層4相接的層，其與接著層4的折射率之差的絕對 

值小較理想。

作為可利用於接著層之接著劑，適合為熱硬化性接著 

劑及光硬化性接著劑等硬化性接著劑。

作為熱硬化性接著劑，可列舉環氧系接著劑及丙烯酸 

酯系接著劑等。

作為環氧系接著劑，例如可列舉包含選自雙酚A型環 

氧樹脂、雙酚F型環氧樹脂及苯氧樹脂之環氧化合物之接 

著劑。

作為丙烯酸酯系接著劑，例如可列舉包含選自丙烯 

酸、甲基丙烯酸、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯、丙烯酸2-己 

酯、丙烯醯胺、丙烯睛及痙基丙烯酸酯等為主成分的單體 

以及可與該主成分共聚合之單體的接著劑。

作為光硬化性接著劑，可列舉自由基系接著劑及陽離 

子系接著劑等。

作為自由基系接著劑，可列舉包含環氧丙烯酸酯、酯 

丙烯酸酯及酯丙烯酸酯等接著劑。

作為陽離子系接著劑，可列舉包含環氧系樹脂、乙烯

瞇系樹脂等接著劑。

（保護層）
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保護層係設置成為覆蓋有機EL元件之方式。藉由設置 

該保護層，可保護有機EL元件不接觸接著層。

構成有機EL元件的電子注入層及陰極，因通常包含在 

大氣中不安定的材料作為主成分，有機EL元件形成後，貼 

合第1薄膜，到密封該有機EL元件為止之間，電子注入層 

及陰極恐會因環境中的水分及氧氣等而劣化。因此，保護 

層，藉由第1薄膜，直到該有機EL元件密封為止之間，遮 

斷環境中的水分及氧氣等，具有保護有機EL元件的功能較 

理想。

作為保護層所使用的材料，例如在大氣中安定的金屬 

材料、阻隔性佳之無機絕緣性材料及有機絕緣性材料等 。 

金屬材料例如可從A1、Cu、Ag、Au、Pt、T i、Cr、Co及 

Ni選擇。無機絕緣性材料例如可從Si02、SiN、SiOxNy及 

SiOxCy選擇。作為有機絕緣性材料，可使用聚對二甲苯 

（parylene）等。

由金屬材料形成的保護層，例如可藉由真空蒸鍍法、 

濺鍍法或電鍍法形成。由無機絕緣性材料形成的保護層， 

例如可藉由濺鍍法、CVD法（化學氣相沈積法）或雷射剝蝕 

法（laser ablation）形成。由有機絕緣性材料形成的保護 

層，例如可藉由包含單體氣體的真空蒸鍍以及包含單體的 

蒸鍍膜（被包覆表面）的聚合之製膜法形成。

（有機EL裝置的製造方法）

以下，參照第3圖，說明有機EL裝置的製造方法。

於本實施態樣的有機EL裝置的製造方法，準備主面上 
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形成有有機EL元件之第2薄膜1。第2薄膜1，係在有機 

EL元件形成於主面上後，與有機EL元件一起捲成捲筒狀， 

在捲取的狀態下保管。捲取的第2薄膜1以及有機EL元 

件，例如在真空中、惰性氣體環境中或大氣環境中保管。

其中，在惰性氣體環境中或大氣環境中保管較理想，在大 

氣環境中保管更理想。關於本實施態樣的有機EL元件，因 

如前述之因大氣之劣化緩慢進行，捲取的第2薄膜1以及 

有機EL元件可在大氣環境中保管。於捲取的第2薄膜1以 
• 及有機EL元件在大氣環境中保管之情況，製作有機EL裝 

置用的裝置不複雜，可用簡單的步驟製造有機EL裝置。

於本實施態樣，說明在第2薄膜1的主面上預先形成 

有機EL元件之薄膜，與第1薄膜貼合之形態。於其他實施 

態樣，亦可在第1薄膜的主面上預先形成有機EL元件之薄 

膜，與第2薄膜貼合。

第3圖為表示製造有機EL裝置的裝置之一實施態樣的 

. 概略示意圖。於第3圖所示的裝置，第2薄膜1與第1薄

膜11貼合，再將附加的薄膜820貼合於第1薄膜11。於 

第2薄膜1上，預先形成有機EL元件。

捲出滾輪500係送出有機EL元件預先形成於其上之第 

2薄膜1。捲出滾輪510係送出第1薄膜11。從捲出滾輪 

500送出的第2薄膜1上，藉由第1接著層用的塗佈裝置 

610，塗佈接著劑，形成第1接著層。然後，第1薄膜11 

與前述第2薄膜1，在其間配置有機EL元件的狀態下，藉 

由將其通過2個滾輪（第1貼合滾輪511、512）之間，經過 

14 323545



201228842

運送滾輪513,供給的第1薄膜11以及第2薄膜1隔著第 

1接著層貼合，再藉由第1接著層用的硬化裝置611，使第 

1接著層硬化（固化）。

於第1薄膜11上，藉由設置於硬化裝置611的下游之 

第2接著層用塗佈裝置610，塗佈接著劑，再形成第2接 

著層。接著，藉由第2貼合滾輪521、522，第1薄膜11 

與從捲出滾輪520捲出經由運送滾輪523供給的附加的薄 

膜820,隔著第2接著層貼合，再藉由第2接著層用硬化 
• 裝置621，使第2接著層硬化（固化）。然後，所形成的有 

機EL裝置，藉由捲取滾輪530捲取。

上述貼合步驟，例如可在真空中、惰性氣體環境中或 

大氣環境中進行。其中，惰性氣體環境中或大氣環境中較 

理想，大氣環境中更理想。關於本實施態樣之有機EL元 

件，如前述之因大氣之劣化緩慢產生，可在大氣環境中進 

行貼合步驟。於大氣環境中進行貼合步驟的情況，製作有 

. 機EL裝置用的裝置不複雜，可用簡單的步驟製造有機EL 

裝置。

第1薄膜11與第2薄膜1貼合所形成之有機EL裝置， 

藉由捲取滾輪530捲取。捲取的有機EL裝置，例如可在真 

空中、惰性氣體環境中或大氣環境中保管。其中，在惰性 

氣體環境中或大氣環境中保管較理想，在大氣環境中保管 

更理想。關於本實施態樣之有機EL元件，如前述之因大氣 

之劣化緩慢產生，且藉由氣體阻隔性高的第1薄膜11與第 

2薄膜1密封，捲取的有機EL裝置可在大氣中保管。於捲 
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取的有機EL裝置在大氣中保管的情況，製作有機EL裝置 

用的裝置不複雜，可用簡單的步驟製造有機EL裝置。

於本實施態樣，主面上形成有有機EL元件之第2薄 

膜，一旦被捲取保管，不限於如此的形態，於第2薄膜的 

主面上形成有機EL元件後，可不捲取第2薄膜，而與第1 

薄膜貼合。

作為附加的薄膜，可使用例如前述的薄膜。於本實施 

態樣，雖然貼合1片附加的薄膜，可依序貼合2片以上的 

附加的薄膜。於貼合3片以上的附加的薄膜之情況，貼合 

的順序可依據有機EL裝置的積層順序而適當改變。

（第1薄膜）

接著，說明第1薄膜11。本實施態樣的有機EL裝置 

之一特徵，為第1薄膜，特別是其氣體阻隔層5。以下， 

首先說明第1薄膜的氣體阻隔層5 °

第1薄膜具有含矽原子、氧原子及碳原子之氣體阻隔 

層。藉由一邊改變離氣體阻隔層的厚度方向（膜厚方向）之 

前述氣體阻隔層的一側的表面之距離，測定對矽原子、氧 

原子及碳原子的合計量而言之矽原子數之比例（矽原子 

比）、氧原子數之比例（氧原子比）及碳原子數之比例（碳原 

子比），可得到分別表示各原子比與離氣體阻隔層表面之距 

離的關係之矽分佈曲線、氧分佈曲線及碳分佈曲線。從關 

於本實施態樣之氣體阻隔層所得的該些曲線，滿足下述條 

件（i） 、 （ii）及（iii）。

（i）於前述氣體阻隔層的厚度方向的90%或以上的區域'矽 
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原子比、氧原子比及碳原子比中，矽原子比為第2大的值。

（ii） 前述碳分佈曲線具有至少1個極值。

（iii） 前述碳分佈曲線之碳原子比的最大值與最小值的差 

（絕對值）為5at%或以上。

（i）的條件，換言之，係指於氣體阻隔層的厚度方向的 

90%以上的區域，滿足下述式（1）或下述式（2）。

（氧原子比）〉（矽原子比）〉（碳原子比）-（1）

（碳原子比）〉（矽原子比）〉（氧原子比）-（2）

＜第1薄膜的基材〉

上述氣體阻隔層，通常形成於基材上。亦即，第1薄 

膜包含基材以及形成於該基材上之氣體阻隔層。作為第1 

薄膜的基材5可列舉無色透明的樹脂薄膜或樹脂薄片。如 

此的基材所使用的樹脂，例如選自聚對苯二甲酸乙二酯 

（PET）、聚蔡二甲酸乙二酯（PEN）等聚酯系樹脂；聚乙烯 

（PE）、聚丙烯（PP）及環狀聚烯煙等聚烯煙系樹脂；聚醯胺 

系樹脂；聚碳酸酯系樹脂；聚苯乙烯系樹脂；聚乙烯醇系 

樹脂；乙烯-乙酸乙烯酯共聚物的皂化物；聚丙烯睛系樹 

脂；縮醛系樹脂；以及聚醯亞胺系樹脂。該些樹脂中，從 

耐熱性高、線膨脹率小、製造成本低之觀點，較理想為聚 

酯系樹脂及聚烯煙系樹脂，PET及PEN更理想。該些樹脂 

可1種單獨使用，亦可組合2種以上使用。

第1薄膜的基材之厚度，考慮製造第1薄膜時的安定 

性，可適當設定。作為第1薄膜的基材之厚度，從真空中 

亦可運送薄膜之觀點'較理想為5至50/zm的範圍。於藉 
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由電漿CVD法形成氣體阻隔層之情況，由於通過第1薄膜 

的基材放電的同時，形成氣體阻隔層，第1薄膜的基材之 

厚度為50至200 “m更理想，50至100 “in更加理想。

對第1薄膜的基材，從後述與氣體阻隔層的密著性之 

觀點，實施為了洗淨表面之表面活性處理較理想。作為如 

此的表面活性處理，例如電暈處理、電漿處理及火焰處理。

〈氣體阻隔層〉

關於本實施態樣的氣體阻隔層，形成於上述基材的至 

少單面上。關於本實施態樣的第1薄膜，具備至少一層之 

含有矽原子、氧原子及碳原子、且完全滿足上述條件（i）、

（ii）及（iii）之氣體阻隔層即可。例如第1薄膜亦可具有不 

滿足上述條件（i）、（ii）及（iii）的至少一者的其他層。氣 

體阻隔層或其他層，可更含有氮原子及鋁原子等。

於矽原子比、氧原子比及碳原子比不滿足條件（i）的情 

況，氣體阻隔層的氣體阻隔性降低。滿足上述式（1）或（2） 

之區域，佔氣體阻隔層的厚度之90%或以上較理想。該比 

例更理想為95%或以上，更加理想為100%。

於關於本實施態樣的氣體阻隔層，作為上述條件 

（ii），必須碳分佈曲線具有至少1個極值。於如此的氣體 

阻隔層，碳分佈曲線具有2個極值更理想，具有3個以上 

的極值更加理想。於碳分佈曲線不具有極值的情況，彎曲 

第1薄膜時，氣體阻隔層的氣體阻隔性降低。於碳分佈曲 

線至少具有3個極值之情況，碳分佈曲線的鄰接的極值間 

的厚度方向之距離為200nm以下較理想，100nm以下更理
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想。

於本說明書，所謂極值，係指元素的原子比對離氣體 

阻隔層的厚度方向之氣體阻隔層的表面之距離作圖所得的 

上述分佈曲線之極大值或極小值。所謂極大值，係指上述 

分佈曲線中，伴隨從氣體阻隔層的表面之距離變化，元素 

的原子比的值從增加變為減少的點，且與該點之元素的原 

子比之值比較，由該點從氣體阻隔層的厚度方向之氣體阻 

隔層的表面之距離再變化20nm之位置的元素的原子比之 

值減少3at%以上的點之元素的原子比。所謂極小值，係指 

伴隨從氣體阻隔層的表面之距離變化，元素的原子比的值 

從減少變為增加的點，且與該點之元素的原子比之值比 

較，由該點從氣體阻隔層的厚度方向之氣體阻隔層的表面 

之距離再變化20nm之位置的元素的原子比之值增加3at% 

以上的點之元素的原子比。

關於本實施態樣的氣體阻隔層，作為上述條件（iii）， 

必須碳分佈曲線之碳原子比的最大值與最小值的差（絕對 

值）為5at%或以上。於如此的氣體阻隔層，碳原子比的最 

大值與最小值的差為6at%或以上較理想，7at%或以上更理 

想。於該差未達5at%，彎曲第1薄膜時，氣體阻隔層的氣 

體阻隔性降低。該差的上限，無特別限制，通常為30at% 

左右。

（氧分佈曲線、極值）

氣體阻隔層的氧分佈曲線，具有至少1個極值較理 

想，具有至少2個極值更理想，具有至少3個極值更加理 
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想。於氧分佈曲線具有極值的情況，彎曲第ί薄膜時，氣 

體阻隔層產生氣體阻隔性之降低有困難的傾向。於氣體阻 

隔層的氧分佈曲線具有至少3個極值的情況，氧分佈曲線 

所具有之一極值與鄰接該極值之間，分別離氣體阻隔層的 

厚度方向之氣體阻隔層的表面之距離之差，任一者皆為 

200nm以下較理想，lOOnm以下更理想。

（氧分佈曲線、最大值與最小值的差）

氣體阻隔層的氧分佈曲線之氧原子比的最大值與最小 

值的差為5at%或以上較理想，6at%或以上更理想，7at%或 

以上更加理想。該差為上述的下限以上時，彎曲第1薄膜 

時，氣體阻隔層產生氣體阻隔性之降低有困難的傾向。該 

差的上限，無特別限制，通常為30at%左右。

氣體阻隔層的矽分佈曲線之矽原子比的最大值與最小 

值的差為未達5at%較理想，未達4at%更理想，未達3at% 

更加理想。該差未達上述的上限時，氣體阻隔層的氣體阻 

隔性有特別變高的傾向。

（氧碳分佈曲線、最大值與最小值的差）

於表示離氣體阻隔層的厚度方向之該層表面之距離與 

對矽原子、氧原子及碳原子的合計量而言之氧原子及碳原 

子的合計量之比例（氧及碳的原子比）的關係之氧碳分佈曲 

線，氧及碳的原子比之合計的最大值與最小值的差未達 

5at%較理想，未達4at%更理想，未達3at%更加理想。該差 

未達上述的上限時，氣體阻隔層的氣體阻隔性有特別變高 

的傾向。
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矽分佈曲線、氧分佈曲線、碳分佈曲線及氧碳分佈曲 

線，藉由併用X射線光電子分光法（XPS : Xray 

Photoelectron Spectroscopy）的測定與氫氣等稀有 氣體 

離子濺鍍，使樣品內部露出，同時依序進行表面組成分析， 

藉由所謂XPS縱深分佈（depth profiling）測定製作。藉由 

如此的XPS縱深分佈測定所得的分佈曲線，例如以縱軸為 

各元素的原子比（單位：at%），橫軸為蝕刻時間（濺鍍時間） 

製作。蝕刻時間大致上與從氣體阻隔層的厚度方向之氣體 

阻隔層的表面之距離相關。所以，作為「離氣體阻隔層的 

厚度方向之氣體阻隔層的一側表面之距離」，可採用從XPS 

縱深分佈測定時採用之蝕刻速度與蝕刻時間的關係算出之 

從氣體阻隔層的表面之距離。於如此的XPS縱深分佈測定 

時採用之濺鍍法，採用使用氫（Ar+）作為蝕刻離子種之稀有 

氣體離子濺鍍法5其蝕刻速度（etching rate）為 

0. 05nm/sec（Si02熱氧化膜換算值）較理想。

從形成膜面全部均勻且具有良好的氣體阻隔性之氣體 

阻隔層之觀點，氣體阻隔層在膜面方向（與氣體阻隔層的主 

面（表面）平行之方向）實質上一樣較理想。於本說明書，所 

謂「氣體阻隔層在膜面方向實質上一樣」，係指藉由XPS縱 

深分佈測定，對氣體阻隔層的膜面之任意2處的測定處， 

製作氧分佈曲線、碳分佈曲線及氧碳分佈曲線之情況，該 

任意2處的測定處所得的碳分佈曲線所具有之極值的數目 

互為相同»分別的碳分佈曲線之碳原子比之最大值與最小 

值的差互為相同'或者該些差在5at%以內。
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碳分佈曲線實質上為連續較理想。於本說明書，所謂 

「碳分佈曲線實質上為連續」，係指碳分佈曲線之碳原子比 

不包含不連續變化的部分。具體地，此係蝕刻速度與蝕刻 

時間算出的氣體阻隔層的厚度方向之從該層的表面之距離 

（X '單位：nm）與碳原子比（c、單位：at%）之關係，滿足下 

述數學式（F1）:

-1. 0 S （dc/dx） E 1. 0 -（Fl）

所示的條件。

關於本實施態樣之第1薄膜，具備至少1層之完全滿 

足上述條件（i）、（ii）及（iii）之氣體阻隔層即可，第1薄 

膜亦可具備2層以上之完全滿足上述條件（i）、（ii）及（iii） 

之氣體阻隔層。於第1薄膜具備2層以上如此的氣體阻隔 

層之情況，該些複數個氣體阻隔層的材質可為相同，亦可 

為相異。於第1薄膜具備2層以上如此的氣體阻隔層之情 

況，該些氣體阻隔層可形成於基材的一側的表面上，亦可 

分別形成於基材兩側的表面上。第1薄膜亦可包含不具有 

氣體阻隔性之薄膜層。

於矽分佈曲線、氧分佈曲線及碳分佈曲線，矽原子比、 

氧原子比及碳原子比滿足式（1）所示的條件之情況，對氣體 

阻隔層中矽原子、氧原子及碳原子的合計量而言之矽原子 

的含量的原子比例為25至45at%較理想，30至40at%更理 

想。對氣體阻隔層中矽原子、氧原子及碳原子的合計量而 

言之氧原子的含量的原子比例為33至67at%較理想，45至 

67at%更理想。對氣體阻隔層中矽原子、氧原子及碳原子的 
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合計量而言之碳原子的含量的原子比例為3至33at%較理 

想，3至25at%更理想。

於矽分佈曲線、氧分佈曲線及碳分佈曲線，矽原子比、 

氧原子比及碳原子比滿足式(2)所示的條件之情況，對氣體 

阻隔層中矽原子、氧原子及碳原子的合計量而言之矽原子 

的含量的原子比例為25至45at%較理想，30至40at%更理 

想。對氣體阻隔層中矽原子、氧原子及碳原子的合計量而 

言之氧原子的含量的原子比例為1至33at%較理想、10至 

27at%更理想。對氣體阻隔層中矽原子、氧原子及碳原子的 

合計量而言之碳原子的含量的原子比例為33至66at%較理 

想，40至57at%更理想。

氣體阻隔層的厚度為5至3000nm較理想，10至2000nm 

更理想，100至lOOOnm更加理想。氣體阻隔層的厚度為上 

述數值範圍內時，可得到更好的氧氣阻隔性、水蒸氣阻隔 

性等氣體阻隔性，同時有更有效地抑制因彎曲之氣體阻隔 

性之降低的傾向。

於第1薄膜具備複數個氣體阻隔層的情況，該些氣體 

阻隔層的厚度之合計值，通常為10至ΙΟΟΟΟηπιΊΟ至5000nm 

較理想，100至3000nm更理想，200至2000nm更加理想。 

氣體阻隔層的厚度之合計值為上述數值範圍內時，可得到 

更好的氧氣阻隔性、水蒸氣阻隔性等氣體阻隔性，同時有 

更有效地抑制因彎曲之氣體阻隔性之降低的傾向。

第1薄膜，除第1薄膜的基材及氣體阻隔層外，依據 

需要可更具備底塗(primer coat)層、熱封(heat seal)性 
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樹脂層、接著劑層等。如此的底塗層可使用可能提高基材 

與氣體阻隔層的接著性之底塗劑而形成。熱封性樹脂層， 

可使用適當的習知的熱封性樹脂層而形成。接著劑層，可 

使用適當的習知的接著劑層而形成，藉由如此的接著劑 

層，可接著複數的第1薄膜彼此。

第1薄膜的氣體阻隔層，為藉由電漿化學氣相沈積法 

形成的層較理想。藉由電漿化學氣相沈積法形成的氣體阻 

隔層，為將第1薄膜的基材配置於一對成膜滾輪上，藉由 
• 於一對成膜滾輪之間放電而產生電漿之電漿化學氣相沈積 

法所形成的層更理想。於一對成膜滾輪之間放電時，一對 

成膜滾輪的極性交替反轉較理想。如此的電漿化學氣相沈 

積法所使用的成膜氣體，包含有機矽化合物及氧較理想。 

成膜氣體中的氧含量，為成膜氣體中有機矽化合物的全量 

完全氧化所必須的理論氧量以下較理想。第1薄膜的氣體 

阻隔層，為藉由連續成膜製程所形成的層較理想。利用如 

■ 此的電漿化學氣相沈積法，形成氣體阻隔層的方法之詳 

細，於後述的第1薄膜的製造方法說明。

〈第1薄膜的製造方法〉

然後，說明第1薄膜的製造方法。第1薄膜，可藉由 

在第1薄膜的基材表面上形成氣體阻隔層而製造。作為於 

第1薄膜的基材表面上形成氣體阻隔層之方法，從氣體阻 

隔性的觀點，電漿化學氣相沈積法(電漿CVD)較理想。電 

漿化學氣相沈積法亦可為潘寧(Penning)放電電漿方式的 

電漿化學氣相沈積法。
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於電漿化學氣相沈積法，產生電漿時，在複數成膜滾 

輪之間的空間產生電漿放電較理想，使用一對成膜滾輪， 

於該一對成膜滾輪分別配置基材，在一對成膜滾輪間放電 

產生電漿更理想。藉由使用如此的一對成膜滾輪，成膜時， 

存在於一側的成膜滾輪上之基材上，使氣體阻隔層成膜， 

且存在於另一側的成膜滾輪上之基材上，也可同時使氣體 

阻隔層成膜。藉此，不僅可有效率地製造薄膜（氣體阻隔 

層），可用2倍成膜速率，同時使相同構造的氣體阻隔層成 

膜。結果5碳分佈曲線之極值至少倍增，可有效率地形成 

完全滿足上述條件（i）、（ii）及（iii）之氣體阻隔層。從生 

產性的觀點，以滾輪對滾輪（rol Ι-to-rol 1）方式5在第1 

薄膜的基材表面上，形成氣體阻隔層較理想。藉由如此的 

電漿化學氣相沈積法製造第1薄膜時可使用的裝置，無特 

別限制，具備至少一對成膜滾輪以及電漿電源，於前述一 

對成膜滾輪之間可進行放電之裝置較理想。例如，藉由使 

用第4圖所示的製造裝置，一邊利用電漿化學氣相沈積 

法，以滾輪對滾輪（roll-to-roll）方式可製造第1薄膜。

以下，一邊參照第4圖，更詳細地說明第1薄膜的製 

造方法。第4圖為表示為了製造關於本實施態樣的第1薄 

膜可適合利用之製造裝置之一例的典型示意圖。以下的說 

明以及圖式中，相同或相當的構件賦予相同的符號，適當 

地省略重複的說明。

第4圖所示的製造裝置，具備送出滾輪701，運送滾 

輪21、22、23、24，對向配置之一對成膜滾輪31、32，氣 
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體供應管41，電漿產生用電源51，設置於成膜滾輪31及

32的內部之磁場產生裝置61、62以及捲取滾輪702。於該

製造裝置，至少成膜滾輪31、32，氣體供應管41，電漿產

生用電源51，磁場產生裝置61、62配置於圖式省略的真

空腔體內。該真空腔體連接圖式省略的真空泵（vacuum 

pump），藉由如此的真空泵，可適當調整真空腔體內的壓力。

於第4圖所示的製造裝置，一對成膜滾輪（成膜滾輪

31及32）可作為一對對向電極之功能，各成膜滾輪分別連 
• 接電漿產生用電源51。藉由從電漿產生用電源51供應電

力，於成膜滾輪31與成膜滾輪32之間的空間放電，藉此

於成膜滾輪31與成膜滾輪32之間的空間產生電漿。於成

膜滾輪31與成膜滾輪32利用作為電極之情況，適當改變 

其材質及設計，以便可利用作為電極。一對成膜滾輪（成膜

滾輪31及32），配置成其中心軸在相同平面上略為平行較

理想。配置如此的一對成膜滾輪（成膜滾輪31及32），藉 

. 由分別在成膜滾輪上使氣體阻隔層成膜，與在一個成膜滾

輪上成膜的情況比較，可加倍成膜速率。另外，因相同構

造的膜可重疊成膜5碳分佈曲線之極值的數目可能至少倍 

增。根據如此的製造裝置，藉由CVD法可於基材6的表面 

上形成氣體阻隔層，於成膜滾輪31上時於基材6的表面上 

堆積膜的成分，且再於成膜滾輪32上時於基材6的表面上 

亦可堆積膜的成分。所以，基材6的表面上可有效率地形 

成氣體阻隔層。

於成膜滾輪31與成膜滾輪32的內部，設置磁場產生 
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裝置61及62。該磁場產生裝置61及62，例如使成膜滾輪 

旋轉5其本體不旋轉地固定。

作為成膜滾輪31與成膜滾輪32，可使用通常適合的 

滾輪。成膜滾輪31及32的直徑，從所謂更有效率地使薄 

膜形成之觀點，實質上相同較理想。成膜滾輪31及32的 

直徑，從放電條件、腔體的空間等觀點，5至100cm較理 

想。

於第4圖所示的製造裝置，於一對成膜滾輪（成膜滾輪 

31及32）上，配置基材6，使基材6的表面互相對向。藉 

由配置如此的基材6，於成膜滾輪31與成膜滾輪32之間 

進行放電產生電漿時，存在於一對成膜滾輪間之基材6的 

各別表面可能同時成膜。亦即，根據如此的製造裝置，藉 

由CVD法，在成膜滾輪31上時於基材6的表面上使膜成分 

堆積，再在成膜滾輪32上時可使膜成分堆積。所以，於基 

材6的表面上，可有效率地形成氣體阻隔層。

作為送出滾輪701及運送滾輪21、22、23、24，可使 

用通常的滾輪。捲取滾輪702，只要是可捲取形成有氣體 

阻隔層之基材6者即可，無特別限制，可從通常使用的滾 

輪適當選擇。

氣體供應管41，只要是可以既定的速度供應或排出原 

料氣體等即可。電漿產生用電源51，可使用適當通常的電 

漿產生裝置的電源。電漿產生用電源51，供應電力予與其 

連接之成膜滾輪31與成膜滾輪32，可利用該些作為放電 

用的對向電極。電漿產生用電源51，由於可有效率地實施 
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電漿CVD，利用可使一對成膜滾輪的極性交替反轉之電源 

（交流電源等）較理想。電漿產生用電源51，為了可有效率 

地實施電漿CVD，可設定施加電力100W至10kW，交流頻率 

為50Hz至500kHz更理想。磁場產生裝置61及62，可使 

用適當通常的磁場產生裝置。作為基材6，除第1薄膜的 

基材外，可使用具有預先形成有氣體阻隔層之薄膜。如此， 

藉由使用具有預先形成有氣體阻隔層之薄膜作為基材6, 

可使氣體阻隔層的厚度變厚。
• 使用第4圖所示的製造裝置，例如藉由適當調整原料

氣體的種類、電漿產生裝置的電極鼓的電力、真空腔體內 

的壓力、成膜滾輪的直徑以及薄膜的運送速度，可製造第 

1薄膜。

使用第4圖所示的製造裝置，供應成膜氣體（原料氣體 

等）至真空腔體內，同時藉由在一對成膜滾輪（成膜滾輪31 

及32）間產生放電，藉由電漿而分解成膜氣體（原料氣體 

. 等），於成膜滾輪31上的基材6的表面上以及於成膜滾輪 

32上的基材6的表面上，藉由電漿CVD法形成氣體阻隔層。 

如此的成膜時，基材6藉由送出滾輪701及成膜滾輪31 

等，分別運送，藉由滾輪對滾輪方式之連續成膜的製程 ， 

在基材6的表面上形成氣體阻隔層。

氣體阻隔層的形成所使用的成膜氣體中的原料氣體， 

依據所形成的氣體阻隔層之材質適當選擇。作為原料氣 

體，例如可使用含有矽之有機矽化合物。原料氣體，除有 

機矽化合物外，亦可含有作為矽來源之單矽烷。
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原料氣體，例如包含選自由六甲基二矽氧烷、1, 1, 3, 3- 

四甲基二矽氧烷、乙烯基三甲基矽烷、甲基三甲基矽烷、 

六甲基二矽烷、甲基矽烷、二甲基矽烷、三甲基矽烷、二 

乙基矽烷、丙基矽烷、苯基矽烷、乙烯基乙氧基矽烷、乙 

烯基三甲氧基矽烷、四甲氧基矽烷、四乙氧基矽烷、苯基 

三甲氧基矽烷、甲基三乙氧基矽烷及八甲基環四矽氧烷所 

成群中至少1種有機矽化合物。該些有機矽化合物中，從 

化合物的使用性及所得的氣體阻隔層的氣體阻隔性等特性 

之觀點，較理想為六甲基二矽氧烷及1, 1, 3, 3-四甲基二矽 

氧烷。該些有機矽化合物，可單獨1種或組合2種以上使 

用。

成膜氣體可包含除原料氣體以外的反應氣體。作為該 

反應氣體，可使用適當選擇與原料氣體反應形成氧化物、 

氮化物等無機化合物之氣體。作為為了形成氧化物的反應 

氣體，例如可使用氧氣或臭氧。作為為了形成氮化物的反 

應氣體，例如可使用氮氣或氨。該些反應氣體，可單獨1 

種或組合2種以上使用。例如，於形成氧氮化物的情況» 

可組合為了形成氧化物的反應氣體與為了形成氮化物的反 

應氣體。

作為成膜氣體，為了供應原料氣體至真空腔體內，依 

據需要，可使用載送氣體(carrier gas)。作為成膜氣體» 

為了產生放電，依據需要，可使用放電用氣體。作為如此 

的載送氣體以及放電用氣體，可使用適當習知者。例如可 

使用氮氣、氫氣、氛氣及氤氣等稀有氣體或氫氣作為載送
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氣體或放電用氣體°

於成膜氣體含有原料氣體以及反應氣體的情況，原料 

氣體與反應氣體的比例，比為了原料氣體以及反應氣體完 

全反應理論上所需的反應氣體的量之比例，反應氣體的比 

例不過份過剩較理想。藉由適當地控制反應氣體的比例， 

可特別有效率地形成完全滿足上述條件（i）、（ii）及（iii） 

之氣體阻隔層。於成膜氣體含有有機矽化合物以及氧氣的 

情況，成膜氣體的氧氣量，為成膜氣體中的有機矽化合物 

• 的全量完全氧化理論上所需要的氧氣量以下較理想。

以下，作為成膜氣體，使用含有作為原料氣體之六甲 

基二矽氧烷（有機矽化合物：HMDS0 : （CH3）6Si20 :）以及作 

為反應氣體之氧氣（02）之氣體，可列舉製造矽-氧系氣體阻 

隔層的情況為例，詳細說明成膜氣體中的原料氣體與反應 

氣體的適合比例等。

於含有作為原料氣體之六甲基二矽氧烷（HMDS0、 

. （CH3）6Si2O）以及作為反應氣體之氧氣（O2）之成膜氣體，藉由

電漿CVD使其反應，製作矽-氧系氣體阻隔層的情況，在該 

成膜氣體中，引起下述反應戎（3）:

（CH3）6Si20+1202^6C02+9H20+2Si02 （3）

所示的反應，形成二氧化矽。於該反應，1莫耳的六甲基 

二矽氧烷完全氧化理論上所需要的氧氣量為12莫耳。所 

以，成膜氣體中，對1莫耳的六甲基二矽氧烷而言含有12 

莫耳以上的氧氣完全反應的情況，可形成均勻的二氧化 

矽。於該情況，無法形成完全滿足上述條件（i）至（iii）之
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氣體阻隔層的可能性高。所以，形成關於本實施態樣之氣 

體阻隔層時，不使上述（3）式的反應完全進行，對1莫耳的 

六甲基二矽氧烷而言之氧氣量為少於化學計量比的12莫 

耳較理想。實際的電漿CVD腔體內的反應，被認為原料的 

六甲基二矽氧烷與反應氣體的氧氣，因從氣體供應部朝成 

膜區域供應而成膜，即使反應氣體的氧氣之莫耳量（流量） 

為原料的六甲基二矽氧烷之莫耳量（流量）的12倍之莫耳 

量（流量），現實上反應無法完全進行，氧氣比化學計量比 

• 過份過剩供應，開始就完成反應的情況多。例如，為了藉

由CVD法完全氧化得到氧化矽，亦有氧氣的莫耳量（流量） 

為原料的六甲基二矽氧烷之莫耳量（流量）的20倍以上的 

程度之情況。所以，對原料的六甲基二矽氧烷之莫耳量（流 

量）而言之氧氣的莫耳量（流量）為化學計量比的12倍量以 

下（更理想為10倍以下）的量較理想。藉由於成膜氣體含有 

如此的比之六甲基二矽氧烷以及氧氣，沒有完全氧化之六 

. 甲基二矽氧烷中碳原子與氫原子取入氣體阻隔層中。結

果，可形成完全滿足上述條件（i）至（iii）之氣體阻隔層。

藉此，可能可發揮所得的第1薄膜之良好的氣體阻隔性及 

耐彎曲性。成膜氣體中對六甲基二矽氧烷之莫耳量（流量） 

而言之氧氣的莫耳量（流量）太少時，沒有氧化之碳原子及 

氫原子過剩地取入氣體阻隔層中。於該情況，因氣體阻隔 

層的透明性降低，難以利用氣體阻隔層作為如有機EL裝置 

及有機薄膜太陽電池等需要透明性之裝置用的撓性基板。 

從如此的觀點，成膜氣體中對六甲基二矽氧烷之莫耳量（流 
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量）而言之氧氣的莫耳量（流量）為比六甲基二矽氧烷之莫 

耳量（流量）多0. 1倍之量較理想5多0.5倍之量更理想。

真空腔體內的壓力（真空度），可依據原料氣體的種類 

等適當調整，較理想為0. IPa至50Pa的範圍。

於如此的電漿CVD法，為了在成膜滾輪31及32間放 

電，施加於連接電漿產生用電源51之電極鼓（於本實施態 

樣設置於成膜滾輪31及32）之電力，依據原料氣體的種類 

及真空腔體內的壓力等適當調整，較理想為0. 1至10kW ° 

施加電力未達上述下限時，有容易產生粒子之傾向，施加 

電力超過上述上限時，成膜時產生的熱量變多，成膜時基 

材表面的溫度上升。溫度上升時，基材因熱而受損，有成 

膜時產生皺紋的可能性。因狀況而異，因熱使薄膜熔解， 

露出成膜滾輪，成膜滾輪間產生大電流的放電，成膜滾輪 

本體可能損傷。

基材6的運送速度（線速度），可依據原料氣體的種類 

及真空腔體內的壓力等適當調整1至100 in/分較理想， 

0. 5至20 m/分更理想。線速度未達前述下限時，有起因於 

熱之薄膜產生皺紋之傾向，線速度超過前述上限時，所形 

成的氣體阻隔層之厚度有變薄的傾向。.

（第2薄膜）

如前述之第2薄膜，於從有機EL元件射出的光通過第 

2薄膜射出至外界的情況，必須為藉由顯示光透過性的構 

件所形成。於該情況，與第1薄膜同樣地，具有第2氣體 

阻隔層較理想。關於一實施態樣的第2薄膜，含有矽原子、 
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氧原子及碳原子，該第2氣體阻隔層之矽分佈曲線、氧分 

佈曲線及碳分佈曲線滿足上述條件（i）至（iii）。該第2氣 

體阻隔層，可藉由與第1薄膜之氣體阻隔層相同的方法形 

成。第2氣體阻隔層，可具有與第1薄膜之氣體阻隔層完 

全相同之構成，只要氧分佈曲線及碳分佈曲線滿足條件（i） 

至（iii），可具有不同於第1薄膜之氣體阻隔層之構成。

（有機EL元件）

然後，說明有機EL元件之構成。關於本實施態樣之有 

• 機EL元件，在第1薄膜與第2薄膜貼合之步驟前，形成於 

第2薄膜或第1薄膜上。

關於本實施態樣之有機EL元件，具有陽極與陰極所構 

成的一對電極、設置於該電極間之發光層、設置於該電極 

間之電子注入層。於一對電極間，除發光層及電子注入層 

外，依據需要可設置既定的層。發光層不限於1層，可設 

置複數層。關於本實施態樣之有機EL元件，於發光層與陰 

. 極間，具備電子注入層。

作為設置於陰極與發光層間之層，例如電子注入層、 

電子傳輸層及電洞阻隔層等。於陰極與發光層間設置電子 

注入層及電子傳輸層兩者之情況，連接陰極的層稱為電子 

注入層，除該電子注入層之層，稱為電子傳輸層。

電子注入層，具有改善從陰極的電子注入效率之功 

能。電子傳輸層具有從連接陰極側表面的層之電子注入之 

功能。電洞阻隔層，具有阻止電洞的傳輸之功能。電子注 

入層及/或電子傳輸層具有阻止電洞的傳輸之功能的情 
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況，該些層可兼作為電洞阻隔層。

電洞阻隔層具有阻止電洞的傳輸之功能，例如可製作 

只流過電洞電流之元件，基於該電流值的減少而確認。

作為設置於陽極與發光層間之層，例如電洞注入層、 

電洞傳輸層及電子阻隔層等。於陽極與發光層間設置電洞 

注入層及電洞傳輸層兩者之情況，連接陽極的層稱為電洞 

注入層，除該電洞注入層之層，稱為電洞傳輸層。

電洞注入層，具有改善從陽極的電洞注入效率之功 

• 能。電洞傳輸層具有從連接陽極側表面的層之電洞注入之 

功能。電子阻隔層，具有阻止電子的傳輸之功能。電洞注 

入層及/或電洞傳輸層具有阻止電子的傳輸之功能的情 

況，該些層可兼作為電子阻隔層。

電子阻隔層具有阻止電子的傳輸之功能，例如可製作 

只流過電子電流之元件，基於該電流值的減少而確認。

電子注入層及電洞注入層總稱為電荷注入層，電子傳 

. 輸層及電洞傳輸層總稱為電荷傳輸層。

本實施態樣的有機EL元件可具有的層構成之一例，表 

示如下。

a） 陽極/電洞注入層/發光層/電子注入層/陰極

b） 陽極/電洞注入層/發光層/電子傳輸層/電子注入層/陰 

極

c） 陽極/電洞注入層/電洞傳輸層/發光層/電子注入層/陰 

極

d） 陽極/電洞注入層/電洞傳輸層/發光層/電子傳輸層/電
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子注入層/陰極

e） 陽極/發光層/電子注入層/陰極

f） 陽極/發光層/電子傳輸層/電子注入層/陰極

（此處，記號「/」表示挾夾記號「/」間記載的2層為鄰接 

積層。以下相同。）

本實施態樣的有機EL元件可具有2層以上的發光層。 

上述a）至f）的層構成中任一者，挾夾陽極與陰極之積層體 

為「構成單元A」，作為具有2層發光層的有機EL元件之 

• 構成5例如下述g）所示的層構成。2個（構成單元A）的層 

構成可為相同，亦可為相異。

g） 陽極/（構成單元A）/電荷產生層/（構成單元A）/陰極

「（構成單元A）/電荷產生層」為「構成單元B」時， 

作為具有3層以上的發光層的有機EL元件之構成，例如下 

述h）所示的層構成。

h） 陽極/（構成單元B）x/（構成單元A）/陰極

. 記號「X」表示2以上的整數，（構成單元B）x表示由X

段積層之構成單元B所構成的積層體。複數的（構成單元 

B）的層構成，可為相同，亦可為相異。

所謂電荷產生層，係指藉由施加電場產生電洞與電子 

之層。作為電荷產生層5例如包含氧化飢、錮錫氧化物 

（Indium Tin Oxide :簡稱為ΙΊΌ）及氧化鋁等的薄膜。

積層的層之順序、數目及各層的厚度，考慮發光效率 

及元件壽命，可適當設定。

然後，更具體地說明構成有機EL元件之各層的材料及
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形成方法。

〈陽極〉

於具有從發光層發出的光通過陽極射出至外部之構成 

的有機EL元件的情況，使用顯示光透過性的電極作為陽 

極。作為顯示光透過性的電極»可使用金屬氧化物、金屬 

硫化物及金屬等的薄膜，適合使用導電度及光透過率高之 

電極。具體地5使用包含氧化錮、氧化鋅、氧化錫、ΙΤ0、 

錮鋅氧化物(Indium Zinc oxide :簡稱為ΙΖ0)、金、金白、 

• 銀及銅等的薄膜。該些之中適合使用ITO、IZ0或氧化錫所 

成的薄膜。作為陽極的製作方法，例如真空蒸鍍法、濺鍍 

法、離子鍍法及電鍍法等。而且，作為該陽極，亦可使用 

聚苯胺或其衍生物、聚囈吩或其衍生物等的有機透明導電 

膜。

陽極的膜厚，可考慮要求的特性及步驟的簡易度而適 

當地設定，例如為lOnm至ΙΟ/zm，較理想為20nm至1 // m » 

. 更理想為50nm至500nm °

〈電洞注入層〉

作為構成電洞注入層之電洞注入材料，例如氧化飢、 

氧化鉗、氧化釘及氧化鋁等的氧化物、苯基胺系化合物、 

星暴型胺化合物、駄青(phthalocyanine)系、非晶質碳、 

聚苯胺及聚囈吩衍生物等。

作為電洞注入層的成膜方法，例如可從含有電洞注入 

材料的溶液成膜。例如藉由既定的塗佈法，塗佈含有電洞 

注入材料的溶液而成膜'藉由固化所成膜的溶液'可形成
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電洞注入層。

作為從溶液成膜所使用之溶劑，只要是可溶解電洞注 

入材料者，無特別限制，可列舉三氯甲烷、二氯甲烷及二 

氯乙烷等氯系溶劑，四氫咲喃等瞇系溶劑，甲苯及二甲苯 

等芳香族婕系溶劑，丙酮及甲基乙基酮等酮系溶劑，乙酸 

乙酯、乙酸丁酯及乙酸乙賽路蘇（ethyl cellosolve 

acetate）等酯系溶劑及水。

作為塗佈法，可列舉旋轉塗佈法、鑄膜法、微凹版塗 

• 佈法、凹版塗佈法、棒塗法、滾輪塗佈法、線棒塗佈法、 

浸塗法、噴塗法、網版印刷法、膠版印刷法、平版印刷法 

及噴墨印刷法等。

電洞注入層的膜厚，可考慮要求的特性及步驟的簡易 

度等而適當地設定，例如為lnm至較理想為2nm至 

500nm，更理想為5nm至200nm。

〈電洞傳輸層〉

作為構成電洞傳輸層之電洞傳輸材料5例如聚乙烯基 

咔哇或其衍生物、聚矽烷或其衍生物、側鏈或主鏈具有芳 

香族胺之聚矽氧烷衍生物、毗哇n^Syrazol ine）衍生物、 

芳香基胺衍生物、二苯乙烯衍生物、三苯基二胺衍生物、 

聚苯胺或其衍生物、聚囈吩或其衍生物、聚芳香基胺或其 

衍生物、聚毗咯或其衍生物、聚（對-伸苯基伸乙烯基）或其 

衍生物及聚（2, 5-伸口塞吩基伸乙烯基）（poly（2, 5- 

thieny 1 eneviny 1 ene））或其衍生物等。

該些之中，作為電洞傳輸材料，例如聚乙烯基咔口坐或
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其衍生物、聚矽烷或其衍生物、側鏈或主鏈具有芳香族胺 

之聚矽氧烷衍生物、聚苯胺或其衍生物、聚嚏吩或其衍生 

物、聚芳香基胺或其衍生物、聚(對-伸苯基伸乙烯基) 

(polyphenylenevinylene)或其衍生物及聚(2, 5-伸嗟吩基 

伸乙烯基)(poly(2, 5-thienyleneviny lene))或其衍生物 

等的高分子電洞傳輸材料較理想。更理想的電洞傳輸材料 

為聚乙烯基咔哇或其衍生物、聚矽烷或其衍生物及側鏈或 

主鏈具有芳香族胺之聚矽氧烷衍生物。於低分子的電洞傳 

• 輸材料之情況，較理想為分散於高分子黏結劑使用。

作為電洞傳輸層的成膜方法，無特別限制，於低分子 

電洞傳輸材料，例如從含有高分子黏結劑及電洞傳輸材料 

之混合液成膜，於高分子電洞傳輸材料，例如從含有電洞 

傳輸材料的溶液成膜。

作為從溶液成膜所使用的溶劑，只要是可溶解電洞傳 

輸材料者，無特別限制，可列舉三氯甲烷、二氯甲烷及二 

. 氯乙烷等氯系溶劑，四氫咲喃等瞇系溶劑，甲苯及二甲苯 

等芳香族煙系溶劑，丙酮及甲基乙基酮等酮系溶劑，乙酸 

乙酯、乙酸丁酯及乙酸乙賽路蘇(ethyl, cel losolve 

acetate)等酯系溶劑等。

作為從溶液成膜之方法，例如與前述電洞注入層的成 

膜法相同的塗佈法。

與電洞傳輸材料組合之高分子黏結劑，以極度不阻礙 

電荷傳輸者較理想，而且適合使用對可見光吸收弱者。該 

高分子黏結劑，例如可選自聚碳酸酯、聚丙烯酸酯、聚丙 
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烯酸甲酯、聚甲基丙烯酸甲酯、聚苯乙烯、聚氯乙烯及聚 

矽氧烷。

電洞傳輸層的厚度5隨所使用的材料而有不同的最佳 

值 > 適當設定使驅動電壓及發光效率成為適當的值。電洞 

傳輸層，必須具有至少不產生孔洞之厚度。太厚時，元件 

的驅動電壓變高，所以，該電洞傳輸層的厚度，例如為lnm 

至Ι/zm，較理想為2nm至500nm，更理想為5nm至200nm。

〈發光層〉

發光層通常主要由發出螢光及/或磷光的有機物(發光 

材料)或該有機物與輔助其之摻雜物所形成。摻雜物例如為 

了提高發光效率或改變發光波長而添加。包含於發光層的 

有機物可為低分子化合物，亦可為高分子化合物。因一般 

比低分子對溶劑的溶解性高之高分子化合物，適合用於塗 

佈法5發光層包含高分子化合物較理想。發光層為包含聚 

苯乙烯換算的數平均分子量為1(Γ至ΙΟ*之高分子化合物較 

理想。作為構成發光層之發光材料，例如可列舉以下的色 

素系材料、金屬錯合物系材料、高分子系材料及摻雜物材 

料。

(色素系材料)

作為色素系材料，例如可列舉環噴達明 

(cyclopendamine)衍生物、四苯基丁二烯衍生物化合物、 

三苯基胺衍生物、噁二睦(oxadiazole)衍生物、毗口坐唆麻 

(pyrazoloquinoline)衍生物、二苯乙烯基苯衍生物、二苯 

乙烯基伸芳基衍生物、毗咯衍生物、口塞吩環化合物、毗除 
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環化合物、紫環酮(perinone)衍生物、(perylene)衍生 

物、寡聚口塞吩衍生物、噁二哇二聚物、毗口坐'#(pyrazoline) 

二聚物、哇口丫口定酮(quinacridone)衍生物及香豆素 

(coumarin)衍生物等°

(金屬錯合物系材料)

作為金屬錯合物系材料，例如可列舉具有從Tb'Eu及 

Dy等稀土族金屬以及Al ' Zn ' Be ' Ir及Pt等中選擇之中 

心金屬，以及從噁二哇、嗟二哇、苯基毗唳、苯基苯并咪 

口坐及隆嘛構造等選擇之配位子的金屬錯合物。例如，選自 

錶錯合物及鎚錯合物等具有從三重態激發狀態發光之金屬 

錯合物、鋁磴麻錯合物、苯并磴啡皴錯合物、苯并噁哇 

(benzoxazoly 1)鋅錯合物、苯并口塞哩鋅錯合物、重氮甲基 

鋅錯合物、聚口卜啡(polyporphyrin)鋅錯合物及啡麻 

(phenanthroline)M錯合物。

(高分子系材料)

作為高分子系材料，可列舉聚對伸苯基伸乙烯基衍生 

物(po 1 yparapheny 1 eneviny 1 ene)、聚嚏吩衍生物、聚對伸 

苯基(polyparaphenylene)衍生物、聚矽烷衍生物、聚乙烘 

衍生物、聚M (polyfluorene)衍生物、聚乙烯基咔口坐衍生 

物、上述色素系材料或金屬錯合物系發光材料經高分子化 

的材料等。

上述發光性材料中，作為藍色發光之材料5可列舉二 

苯乙烯基伸芳基衍生物、噁二哇(oxadiazo 1 e)衍生物及該 

些的聚合物、聚乙烯基咔哇衍生物、聚對伸苯基
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(polyparaphenylene)衍生物及聚 M (polyfluorene)衍 生 

物等。其中，高分子材料之聚乙烯基咔哇衍生物、聚對伸 

苯基衍生物及聚第衍生物等較理想。

作為綠色發光之材料，可列舉磴口丫唳酮(quinacridone) 

衍生物、香豆素(coumarin)衍生物及該些的聚合物、聚對 

伸 苯基伸 乙烯基(ρο 1 yparapheny 1 eneviny 1 ene)衍 生物及 

聚M (polyfluorene)衍生物等。其中，以高分子材料之聚 

對伸苯基伸乙烯基衍生物及聚第衍生物等較理想。

作為紅色發光之材料，可列舉香豆素(coumarin)衍生 

物、囈吩環化合物及該些的聚合物、聚對伸苯基伸乙烯基 

衍生物、聚囈吩衍生物及聚第衍生物等。其中，以高分子 

材料之聚對伸苯基伸乙烯基衍生物、聚嚏吩衍生物及聚弗 

衍生物等較理想。

作為白色發光之材料，可使用上述藍色、綠色、紅色 

的各色發光材料混合者、以成為各色發光的材料之成分為 

單體，將其聚合之聚合物作為其材料。而且，分別使用各 

色發光的材料所形成的發光層積層，亦可實現整體發出白 

色光之元件。

(摻雜物材料)

作為摻雜物材料5例如可列舉花(pery lene)衍生物、 

香豆素(coumarin)衍生物、紅螢烯(rubrene)衍生物、瘦口丫 

口定酮衍生物、方酸(squaryl ium)衍生物、聚口卜嘛 

(polyporphyrin)衍生物、苯 乙烯系 色素、並四苯 

(tetracene)衍生物、毗哇咻酮(pyrazolone)衍生物、十環
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烯(decacyclene)衍生物及吩噁嗪酮(phenoxazone)等。發

光層的厚度'通常約為2nm至200nm °

〈發光層的成膜方法〉

作為發光層的成膜方法，可使用塗佈包含發光材料之 

溶液的方法、真空蒸鍍法及轉印法等。作為從溶液成膜所 

使用的溶劑，可列舉與從溶液使電洞注入層成膜時所使用 

的前述的溶劑為相同的溶劑。

作為塗佈包含發光材料之溶液的方法，可列舉旋轉塗 
• 佈法、鑄膜法、微凹版塗佈法、凹版塗佈法、棒塗法、滾

輪塗佈法、線棒塗佈法、浸塗法、狹縫塗佈法、毛細管塗 

佈法、噴塗法及噴嘴塗佈法等塗佈法、以及凹版印刷法、 

網版印刷法、膠版印刷法、平版印刷法、反轉印刷法及噴 

墨印刷法等印刷法。以容易形成圖形及多色分別塗佈之 

點，較理想為凹版印刷法、網版印刷法、膠版印刷法、平 

版印刷法、反轉印刷法及噴墨印刷法等印刷法。於顯示昇 

. 華性的低分子化合物之情況5可使用真空蒸鍍法。可使用

藉由雷射之轉印或熱轉印，只在所期望的部分形成發光層 

之方法。

〈電子傳輸層〉

作為構成電子傳輸層之電子傳輸材料，可使用通常所 

使用的材料，可列舉噁二口坐(oxadiazole)衍生物、葱醒二 

甲烷或其衍生物、苯醍或其衍生物、荼酉昆或其衍生物、蔥 

醍或其衍生物、四氯蔥醍二甲烷或其衍生物、第(fluorene) 

衍生物、二苯基二氯基乙烯或其衍生物、二苯醍衍生物或
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8-幾基唆啡或其衍生物的金屬錯合物、聚磴啡或其衍生 

物、聚磴疇啡(polyquinoxaline)或其衍生物及聚·第 

(polyfluorene)或其衍生物等。

該些之中，作為電子傳輸材料，以噁二哇(oxadiazole) 

衍生物、苯醍或其衍生物、蔥醍或其衍生物、或8-務.基唾 

啡或其衍生物的金屬錯合物、聚嗤或其衍生物、聚唾疇 

麻(polyquinoxaline)或其 衍生物 及聚蒂(polyfluorene) 

或其衍生物較理想，以2-(4-聯苯基)-5-(4-第3 丁基苯基) 

-1, 3, 4-噁二哇、苯醍、蔥醍、三(8-磴啡基)鋁及聚哇嘛更 

理想。

作為電子傳輸層的成膜法，無特別限制。於低分子的 

電子傳輸材料之情況，可列舉從粉末的真空蒸鍍法或從溶 

液或熔触狀態的成膜，於高分子的電子傳輸材料之情況， 

可列舉從溶液或熔融狀態的成膜。於從溶液或熔融狀態的 

成膜之情況，可併用高分子黏結劑。作為從溶液使電子傳 

輸層成膜的方法，可列舉與前述從溶液使電洞注入層成膜 

之方法相同的成膜法。

電子傳輸層的厚度，隨所使用的材料而有不同的最佳 

值，適當設定使驅動電壓及發光效率成為適當的值。電子 

傳輸層，必須具有至少不產生孔洞之厚度，太厚時，元件 

的驅動電壓變高。所以，該電子傳輸層的厚度，例如為lmn 

至1 “ m，較理想為2nm至500nm，更理想為5nm至200nm。

〈電子注入層〉

電子注入層包含離子性聚合物。作為構成電子注入層 
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之離子性聚合物，例如可列舉包含具有選自下述式(1)所示 

的基與下述式(2)所示的基所成群的1種以上的基之構造 

單元的聚合物。作為離子性聚合物之一實施態樣，可列舉 

具有選自式(1)所示之基以及式(2)所示之基所成群的1種 

以上的基之構造單元，在全部構造單元中包含15莫耳％至 

100莫耳％之聚合物。

一 (Q1) m-Y1 (MO a, (ΖΌ b1 (1)

(式(1)中'Qi表示2價有機基；Y】表示-C(K、-SO3-、-S(K

▼ 或-POa2- ； Μ1表示金屬陽離子或具有或無取代基之銭陽離 

子；Ζ】表示广、、Br_、Γ、ΟΙΓ、RaS03'、RaCOO_ ' CIO-、 

C102_、C1(K、ClOf ' SCN-、CN'、NOs-、SO产、HSOJ、PO产、 

HPO产、IhPOJ、BF4「或PFe' : n 1表示0以上的整數，al表示 

1以上的整數，bl表示0以上的整數。但，以使式(1)所示 

的基之電荷為0的方式選擇al及bl°Ra表示具有或無取代 

基之碳原子數1至30的烷基或具有或無取代基之碳原子數

. 6至50的芳香基。Qi、M】及Z】分別為複數個的情況，可為

相同5亦可為相異。)

一 (Q2) * 一丫 2(M2) a2 (Z2) b2 (2)

(式(2)中，

Q2表示2價有機基；

Y'表示碳陽離子、銭陽離子、麟醯(phosphonyl)陽離 

子、磺醯(sulfonyl)陽離子或碘it(iodonium)陽離子； 

表示 F「、C「、BL、Γ、ΟΙΓ、RbS03_、RbCOO「、CIO'、CIO2-、 

CIOs- ' Cl Of、SCN- ' CN「、N(y、SO 产、HSOJ、Ρ0Λ、HPO?'、
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H2PO4·' BF4该PF6·； Z?表示金屬陽離子或具有或無取代基之 

銭陽離子；n2表示0以上的整數；a2表示1以上的整數， 

b2表示0以上的整數。但，以使式（2）所示的基之電荷為0 

的方式選擇a2及b2。胪表示具有或無取代基之碳原子數1 

至30的烷基或具有或無取代基之碳原子數6至50的芳香 

基。Q'、及Z2分別為複數個的情況，可為相同，亦可為 

相異。）

上述離子性聚合物，可更具有下述式（3）所示的基。式

• （3）所示的基可包含於離子性聚合物的構造單元中。於該情

況，具有式（3）所示的基之構造單元，可為包含與選自式（1） 

所示之基以及式（2）所示之基所成群的1種以上的基之構 

造單元為相同的構造單元，亦可為其他的構造單元。作為 

離子性聚合物之一實施態樣，可列舉具有選自式（1）所示之 

基、式（2）所示之基以及式（3）所示之基所成群的至少1種 

之構造單元，在全部構造單元中包含15莫耳％至100莫耳％

. 之聚合物。

一 （Q3） „3-Y3 （3）

（式⑶中，

Q3表示2價有機基；丫3表示-CN或式（4）、（5）、（6）、 

（7）、（8）、（9）、（10）、（11）或（12）所示的基；η3 表示 0 

以上的整數。

—Ο —（R' Ο） a3— R' ' （4 ）
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-NHC ( = 0) 一(R‘ NHC (=0) ) a4-R* ' ( 1 2)

-S-(R' S) a4—R' ' (6)

-C ( = Ο) -(R' -C (=0)) a4_R'' (7)

-C (=S) -(R* -C (=S)) a4-R'' (8)

-Ν { (R* )a4R' ' } 2 (9)

-C ( = 0) 0 _ ( R，_ C (=0) 0) a4— R' ' (1 0)

-C ( = 0) 0-(R' 0) a4-R' ' (1 1)

（式（4）、（5）、（6）、（7）、（8）、（9）、（10）、（11）及（12） 

中，R'表示具有或無取代基之2價煙基，R''表示氫原子、
• 具有或無取代基之1價婕基、-C00H、-SOaH、-OH、-SH、

-NR%、-CN或-C（=O）NRc2，R'''表示具有或無取代基之3價 

婕基，a3表示1以上的整數，a4表示0以上的整數，Rc 

表示具有或無取代基之碳原子數1至30的烷基或具有或無 

取代基之碳原子數6至50的芳香基。R'、R''及R'''分別 

為複數個的情況，可為相同，亦可為相異。）

離子性聚合物，以選自式（13）所示的構造單元、式（15） 

. 所示的構造單元、式（17）所示的構造單元以及式（20）所示

的構造單元所成群的1種以上的構造單元，在全部構造單 

元中包含15莫耳％至100莫耳％較理想。

（式（13）中，“表示具有式（14）所示的基之1價基，AF表 

示具有或無"以外的取代基之（2+η4）價芳香族基，η4表示 

1以上的整數。"為複數個的情況，可為相同，亦可為相異。）
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R2-{(Q1)n1-Y1(M1)a1(Z1)b1}m1

{(Q3)n3-Y3}m2

（式（14）中，F表示（l+ml+m2）價有機基。Q】、Q?、Y】、Μ】、 

Ζ1 ' Υ3 ' nl ' al、bl及η3係如前述。ml及m2分別獨立表 

示1以上的整數。Qi、Q?、Y】、Μ】、Z】、Y?、nl、al、bl及

n3分別為複數個的情況，可為相同，亦可為相異。）

/ \ （⑸

（式（15）中，/表示具有式（16）所示的基之1價基，AH表 

示具有或無T以外的取代基之（2+η5）價芳香族基，η5表示

1以上的整數。〃為複數個的情況，可為相同，亦可為相異。）

—R4-{(Q2)n2-Y2(M2)a2(Z2)b2}m3

{(Q3)n3-Y3)m4
(16)

（式（16）中，R° 表示（l+m3+m4）價有機基。Q?、Q?、Y?、M?、

Z?、Y?、n2、a2、b2及n3係如前述。m3及m4分別獨立表 

• 示 1 以上的整數。Q'、Q?、Y?、M?、Z?、Y?、n2、a2、b2 及

n3分別為複數個的情況，可為相同，亦可為相異。）

（R%
4~*円~ （17）

（R6）n7

（式（17）中，F表示具有式（18）所示的基之1價基，疋表示 

具有式（19）所示的基之1價基，Ar3表示具有或無T及R6 

以外的取代基之（2+n6+n7）價芳香族基，n6及n7分別獨立 
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表示1以上的整數。E及E分別為複數個的情況，可為相 

同5亦可為相異。）

-R7- { （Q1） n1-Y^ （MJ al （Z1） bJ m5 （1 8）

（式（18）中，R7表示直接鍵結或（l+m5）價有機基。Qi、Y】、 

Μ1' Ζ1' nl ' al及bl係如前述。m5表示1以上的整數。Q】、

Y1 > Μ1 ' Z1 'ill ' al及bl分別為複數個的情況，可為相同， 

亦可為相異。）

一 R8 — { （Q3）n3-Y3} m6 （19）

• （式（19）中，R*表示單鍵或（l+m6）價有機基。Y?及η3係如 

前述。皿6表示1以上的整數。但R*為單鍵時m6表示「QB、 

Y?及η3分別為複數個的情況，可為相同，亦可為相異。）

（『）η8

—（—fr4 — （20）

（R10） §n9

. （式（20）中，疋表示具有式（21）所示的基之1價基，科表示 

具有式（22）所示的基之1價基，Ar3表示具有或無疋及R10 

以外的取代基之（2+η8+η9）價芳香族基，η8及n9分別獨立 

表示1以上的整數。疋及 2分別為複數個的情況，可為相 

同5亦可為相異。）

-R11- { （GH）.2 一丫 2 （M2）a2 （Z2）b2} m 7 （2 1 ）

（式（21）中，R11表示單鍵或（l+m7）價有機基。Q2、丫2、、

Ζ2 ' n2 ' a2及b2係如前述。m7表示1以上的整數。但R" 

為單鍵時m7表示1。Q'、Y?、M?、Z?、n2、a2及b2分別為
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複數個的情況，可為相同，亦可為相異。）

-R12- ｛（Q3） „3-Υ3）m8 （2 2）

（式（22）中，/2表示單鍵或（l+m8）價有機基。Y?及n3係如 

前述。m8表示1以上的整數。但"2為單鍵時m8表示1。

Q3'Y3及n3分別為複數個的情況，可為相同，亦可為相異。）

包含於離子性聚合物的構造單元，可具有2種類以上 

之式（1）所示的基，亦可具有2種類以上之式（2）所示的 

基，亦可具有2種類以上之式（3）所示的基。

-式（1）所示的基-

式（1）中，作為@所示的2價有機基，例如亞甲基、伸 

乙基、1,2-伸丙基、1,3-伸丙基、1,2-伸丁基、1,3-伸丁 

基、1,4-伸丁基、1,5-伸戊基、1,6-伸己基、1,9-伸壬基、 

1, 12-伸十二烷基及該些基中至少1個氫原子被取代基取 

代之基等的具有或無取代基之碳原子數1至50之2價飽和 

煙基；伸乙烯基（ethenylene）、伸丙烯基、3-伸丁烯基、 

. 2-伸丁烯基、2-伸戊烯基、2-伸己烯基、2-伸壬烯基、2-

伸十二烯基及該些基中至少1個氫原子被取代基取代之基 

等的具有或無取代基之碳原子數2至50之伸烯基以及包含 

伸乙烘基且具有或無取代基之碳原子數2至50之2價不飽 

和煙基；伸環丙基、伸環丁基、伸環戊基、伸環己基、伸 

環壬基、伸環十二烷基、伸降冰片基（norbornylene）、伸 

金剛烷基（adamantylene）及該些基中至少1個氫原子被取 

代基取代之基等的具有或無取代基之碳原子數3至50之2 

價環狀飽和悭基；1, 3-伸苯基、1, 4-伸苯基、1,4-伸蔡基、
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1,5-伸棊基、2, 6-伸荼基、聯苯-4, 4'-二基及該些基中至 

少1個氫原子被取代基取代之基等的具有或無取代基之碳 

原子數6至50之伸芳基；伸甲氧基、伸乙氧基、伸丙氧基、 

伸丁氧基、伸戊氧基、伸己氧基及該些基中至少1個氫原 

子被取代基取代之基等的具有或無取代基之碳原子數1至 

50之伸烷氧基；包含碳原子之具有取代基的亞胺基；以及 

包含碳原子之具有取代基的亞矽基。從成為離子性聚合物 

的原料之單體（以下稱為「原料單體」）之合成容易度的觀 

• 點，以2價飽和煙基、伸芳基及伸烷氧基較理想。

作為前述取代基5例如烷基、烷氧基、烷硫基、芳香

基、芳香氧基、芳香硫基、芳香基烷基、芳香基烷氧基、

芳香基烷硫基、芳香基烯基、芳香基烘基、胺基、取代胺 

基、矽基、取代矽基、鹵原子、醯基、醯氧基、亞胺殘基、 

醯胺基、醯亞胺基、1價雜環基、痙基、竣基、取代幾基、 

氯基及硝基等，前述取代基存在複數個的情況，該些可為 

. 相同，亦可為相異。上述取代基中，胺基、矽基、鹵原子、

懇基及硝基以外的取代基，包含碳原子。

以下，說明取代基。而且，所謂「Cm至Cn」（m, η為滿 

足m<n之正整數）之用語，表示與該用語同時記載之有機 

基的碳原子數為m至η。例如G至Cn烷基表示烷基的碳原 

子數為m至η，若是Cm至Cn烷基芳香基，表示烷基的碳原 

子數為m至η，若是芳香基至Cn烷基，表示烷基的碳原 

子數為皿至η。

烷基，可為直鏈狀亦可為分支狀，亦可為環烷基。烷
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基的碳原子數，通常為1至20，較理想為1至10。作為烷 

基，例如可列舉甲基、乙基、丙基、異丙基、丁基、異丁 

基、第2 丁基、第3 丁基、戊基、己基、環己基、庚基、 

辛基、壬基、癸基及月桂基等。烷基的氫原子可被氟原子 

取代。作為氟原子取代之烷基，例如可列舉三氟甲基、五 

氟乙基、全氟丁基、全氟己基及全氟辛基等。作為C1至C12 

烷基，例如可列舉甲基、乙基、丙基、異丙基、丁基、異 

丁基、第2 丁基、第3 丁基、戊基、異戊基、己基、環己 
• 基、庚基、辛基、壬基、癸基及月桂基。

烷氧基，可為直鏈狀亦可為分支狀，亦可為環烷氧基， 

可更具有取代基。烷氧基的碳原子數，通常為1至20，較 

理想為1至10。作為烷氧基，例如甲氧基、乙氧基、丙氧 

基、異丙氧基、丁氧基、異丁氧基、第2 丁氧基、第3 T 

氧基、戊氧基、己氧基、環己氧基、庚氧基、辛氧基、壬 

氧基、癸氧基及月桂氧基。烷氧基的氫原子可被氟原子取 

. 代。作為氟原子取代之烷氧基，例如三氟甲氧基、五氟乙 

氧基、全氟丁氧基、全氟己氧基及全氟辛氧基。於烷氧基， 

亦可包含甲氧基甲基氧基及2-甲氧基乙基氧基。作為Ci 

至C12烷氧基，例如甲氧基、乙氧基、丙氧基、異丙氧基、 

丁氧基、異丁氧基、第2 丁氧基、第3 丁氧基、戊氧基、 

己氧基、環己氧基、庚氧基、辛氧基、2-乙基己氧基、壬 

氧基、癸氧基、3, 7-二甲基辛氧基及月桂氧基。

烷硫基，可為直鏈狀亦可為分支狀，亦可為環烷硫基， 

可更具有取代基。烷硫基的碳原子數，通常為1至20，較 
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理想為1至10。作為烷硫基，例如甲硫基、乙硫基、丙硫 

基、異丙硫基、丁硫基、異丁硫基、第2 丁硫基、第3 丁 

硫基、戊硫基、己硫基、環己硫基、庚硫基、辛硫基、壬 

硫基、癸硫基及月桂硫基。烷硫基的氫原子可被氟原子取 

代。作為氟原子取代之烷硫基，例如三氟甲硫基。

芳香基，係從芳香族煙除去1個鍵結於構成芳香環的 

碳原子之氫原子所殘留的原子團。於芳香基，亦包含具有 

苯環的基、具有縮合環的基及苯環或縮合環2個以上單鍵 

• 或隔著2價有機基(例如伸乙烯基(vinylene)等伸烯基)結 

合的基。芳香基，其碳原子數通常為6至60，較理想為7 

至48。作為芳香基，例如可列舉苯基、Ci至 S烷氧基苯基、 

Ci至C12烷基苯基、1-蔡基、2-蔡基、1-,蔥基、2-蔥基及9- 

蔥基等。芳香基的氫原子亦可被氟原子取代。作為氟原子 

取代之芳香基，例如可列舉五氟苯基。作為芳香基，以C1 

至C12烷氧基苯基及C1至C12烷基苯基較理想。

. 作為C1至C12烷氧基苯基，例如甲氧基苯基、乙氧基苯

基、丙氧基苯基、異丙氧基苯基、丁氧基苯基、異丁氧基 

苯基、第2 丁氧基苯基、第3 丁氧基苯基、戊氧基苯基、 

己氧基苯基、環己氧基苯基、庚氧基苯基、辛氧基苯基、 

2-乙基己氧基苯基、壬氧基苯基、癸氧基苯基、3,7-二甲 

基辛氧基苯基及月桂氧基苯基。

作為C1至C12烷基苯基，例如可列舉甲基苯基、乙基苯 

基、二甲基苯基、丙基苯基、均三甲苯基(mesityl)、甲基 

乙基苯基、異丙基苯基、丁基苯基、異丁基苯基、第3 丁 
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基苯基、戊基苯基、異戊基苯基、己基苯基、庚基苯基、 

辛基苯基、壬基苯基、癸基苯基及十二烷基苯基。

芳香氧基，其碳原子數通常為6至60，較理想為7至

48。作為芳香氧基，例如可列舉苯氧基、Ci至 S烷氧基苯 

氧基、C1至C12烷基苯氧基、1-蔡氧基、2-蔡氧基及五氟苯 

氧基。作為芳香氧基5以C1至C12烷氧基苯氧基及C1至C12 

烷基苯氧基較理想。

作為C1至C12烷氧基苯氧基，例如甲氧基苯氧基、乙氧
• 基苯氧基、丙氧基苯氧基、異丙氧基苯氧基、丁氧基苯氧 

基、異丁氧基苯氧基、第2 丁氧基苯氧基、第3 丁氧基苯 

氧基、戊氧基苯氧基、己氧基苯氧基、環己氧基苯氧基、 

庚氧基苯氧基、辛氧基苯氧基、2-乙基己氧基苯氧基、壬 

氧基苯氧基、癸氧基苯氧基、3,7-二甲基辛氧基苯氧基及 

月桂氧基苯氧基。

作為C1至C12烷基苯氧基，例如甲基苯氧基、乙基苯氧

■ 基、二甲基苯氧基、丙基苯氧基、1,3,5-三甲基苯氧基、 

甲基乙基苯氧基、異丙基苯氧基、丁基苯氧基、異丁基苯 

氧基、第2 丁基苯氧基、第3 丁基苯氧基、戊基苯氧基、 

異戊基苯氧基、己基苯氧基、庚基苯氧基、辛基苯氧基、 

壬基苯氧基、癸基苯氧基及十二烷基苯氧基。

芳香硫基，例如硫元素鍵結於前述芳香基之基。芳香 

硫基，亦可於前述芳香基的芳香環上具有取代基。芳香硫 

基，其碳原子數通常為6至60，較理想為6至30。作為芳 

香硫基，例如苯硫基、C1至C12烷氧基苯硫基、C1至C12烷
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基苯硫基、1 -蔡硫基、2-蔡硫基及五氟苯硫基。

芳香基烷基，例如前述烷基鍵結於前述芳香基之基。

芳香基烷基，可具有取代基。芳香基烷基，其碳原子數通 

常為7至60，較理想為7至30。作為芳香基烷基，例如可 

列舉苯基-C1至C12烷基、C1至C12烷氧基苯基-C1至C12烷基、 

C1至C12烷基苯基-C1至C12烷基、1-荼基-C1至C12烷基及2- 

蔡基-C1至C12烷基。

芳香基烷氧基，例如前述烷氧基鍵結於前述芳香基之 
• 基。芳香基烷氧基，可更具有取代基。芳香基烷氧基，其 

碳原子數通常為7至60，較理想為7至30。作為芳香基烷 

氧基，例如可列舉苯基-C1至C12烷氧基、C1至C12烷氧基苯 

基-C1至C12烷氧基、C1至C12烷基苯基-C1至C12烷氧基、1 - 

蔡基-C1至C12烷氧基及2-蔡基-C1至C12烷氧基。

芳香基烷硫基，例如前述烷硫基鍵結於前述芳香基之 

基。芳香基烷硫基，可更具有取代基。芳香基烷硫基，其 

. 碳原子數通常為7至60，較理想為7至30。作為芳香基烷 

硫基，例如可列舉苯基-C1至C12烷硫基、C1至Cl2烷氧基苯 

基-C1至C12烷硫基、C1至C12烷基苯基-C1至C12烷硫基、1 - 

荼基-C1至C12烷硫基及2-蔡基-C1至C12烷硫基。

芳香基烯基，例如前述烯基鍵結於前述芳香基之基。 

芳香基烯基，其碳原子數通常為8至60,較理想為8至30。 

作為芳香基烯基，例如可列舉苯基-C2至C12烯基、C1至C12 

烷氧基苯基乂2至C12烯基、C1至C12烷基苯基-C2至C12烯基、 

1-荼基-C2至C12烯基及2-棊基-C2至C12烯基。其中，較理 
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想為Cl至C12烷氧基苯基-C2至C12烯基及C2至C12烷基苯基 

-C2至C12烯基。作為C2至C12烯基，例如可列舉乙烯基、1- 

丙烯基、2-丙烯基、1- 丁烯基、2-丁烯基、1-戊烯基、2— 

戊烯基、1-己烯基、2-己烯基及1-辛烯基。

芳香基烘基，例如前述烘基鍵結於前述芳香基之基。 

芳香基烘基，其碳原子數通常為8至60,較理想為8至30。 

作為芳香基烘基，例如可列舉苯基-C2至C12烘基、C1至C12 

烷氧基苯基-C2至C12烘基、C1至C12烷基苯基-。2至C12烘基、 

• 1-荼基-C2至C12烘基及2-荼基-C2至C12块基。其中，較理

想為Cl至C12烷氧基苯基-C2至C12烘基及C1至C12烷基苯基 

-C2至C12烘基。作為C2至C12烘基，例如可列舉乙烘基、1- 

丙烘基、2-丙烘基、1-丁烘基、2-丁烘基、1-戊烘基、2- 

戊烘基、1-己烘基、2-己烘基及1-辛烘基。

取代胺基，以胺基的至少1個氫原子被選自烷基、芳 

香基、芳香基烷基及1價雜環基所成群的1或2個基取代 

. 之胺基較理想。該烷基、芳香基、芳香基烷基或1價雜環 

基，可具有取代基。取代胺基的碳原子數，在不包含該烷 

基、芳香基、芳香基烷基或1價雜環基可具有的取代基之 

碳原子數下，通常為1至60，較理想為2至48。作為取代 

胺基，例如可列舉甲基胺基、二甲基胺基、乙基胺基、二 

乙基胺基、丙基胺基、二丙基胺基、異丙基胺基、二異丙 

基胺基、丁基胺基、異丁基胺基、第2 丁基胺基、第3 丁 

基胺基、戊基胺基、己基胺基、環己基胺基、庚基胺基、 

辛基胺基、2-乙基己基胺基、壬基胺基、癸基胺基* 3, 7- 
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二甲基辛基胺基、月桂基胺基、環戊基胺基、二環戊基胺 

基、環己基胺基、二環己基胺基、二（三氟甲基）胺基、苯 

基胺基、二苯基胺基、（C1至C12烷氧基苯基）胺基、二（Cl 

至C12烷氧基苯基）胺基、二（C1至C12烷基苯基）胺基、1-蔡 

基胺基、2-蔡基胺基、五氟苯基胺基、毗口定基胺基、。達嗪 

基（pyridazinyl）胺基、囉口定基（pyrimidyl）胺基、毗嗪基 

（pyrazinyl）胺基、三嗪基（triazinyl）胺基、（苯基-Ci至 

C12烷基）胺基、（C1至C12烷氧基苯基-C1至C12烷基）胺基、 

（C1至C12烷基苯基-C1至C12烷基）胺基、二（C1至C12烷氧基 

苯基-C1至C12烷基）胺基、二（C1至C12烷基苯基-C1至C12烷 

基）胺基、1 -蔡基-C1至C12烷基胺基及2-蔡基-C1至C12烷基 

胺基。

取代矽基，以矽基的至少1個氫原子被選自烷基、芳 

香基、芳香基烷基及1價雜環基所成群的1至3個基取代 

之矽基較理想。該烷基、芳香基、芳香基烷基或1價雜環 

. 基，可具有取代基。取代矽基的碳原子數，在不含該烷基、 

芳香基、芳香基烷基或1價雜環基可具有的取代基之碳原 

子數下，通常為1至60,較理想為3至48。作為取代矽基， 

例如可列舉三甲基矽基、三乙基矽基、三丙基矽基、三異 

丙基矽基、異丙基二甲基矽基、異丙基二乙基矽基、第3 

丁基二甲基矽基、戊基二甲基矽基、己基二甲基矽基、庚 

基二甲基矽基、辛基二甲基矽基、2 -乙基己基二甲基矽基、 

壬基二甲基矽基、癸基二甲基矽基、3, 7-二甲基辛基二甲 

基矽基、月桂基二甲基矽基、（苯基-C1至C12烷基）矽基、
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（Cl至C12烷氧基苯基-Cl至C12烷基）矽基、（C1至C12烷基苯 

基-C1至C12烷基）矽基、（1-蔡基-C1至C12烷基）矽基、（2- 

蔡基-C1至C12烷基）矽基、（苯基-C1至C12烷基）二甲基矽基、 

三苯基矽基、三（對-二甲苯基）矽基、三节基矽基、二苯基 

甲基矽基、第3 丁基二苯基矽基及二甲基苯基矽基。

作為鹵原子，可列舉氟原子、氯原子、澳原子及碘原 

子。

醯基，其碳原子數通常為2至20，較理想為2至18。

• 作為醯基，例如可列舉乙醯基、丙醯基、丁醯基、異丁醯 

基、三甲基乙醯基（pivaloyl） '苯甲醯基、三氟乙醯基及 

五氟苯甲醯基。

醯氧基，其碳原子數通常為2至20,較理想為2至18。 

作為醯氧基，例如可列舉乙醯氧基、丙醯氧基、丁醯氧基、 

異丁醯氧基、三甲基乙醯氧基（pivaloyloxy） '苯甲醯氧 

基、三氟乙醯氧基及五氟苯甲醯氧基。

. 亞胺殘基，係由具有式：H-N=C ＜及式：-N=CH-的至少

一者所示的構造之亞胺化合物，除去該構造中1個氫原子 

之殘基。作為亞胺化合物，例如可列舉醛亞胺（aldimine） ' 

酮亞胺（ketimine）以及醛亞胺中鍵結於氮原子之氫原子被 

烷基、芳香基、芳香基烷基、芳香基烯基或芳香基烘基等 

取代之化合物。亞胺殘基的碳原子數通常為2至20，較理 

想為2至18。作為亞胺殘基，例如一般式：-CR4N-R7或 

一般式：-N=C（IT）2（式中，R"表示氫原子、烷基、芳香基、 

芳香基烷基、芳香基烯基或芳香基烘基，ΙΓ獨立表示烷基、 
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芳香基、芳香基烷基、芳香基烯基或芳香基烘基，但存在 

2個FT的情況，2個 Μ互相結合為一體之2價基，例如伸 

乙基、三亞甲基、四亞甲基、五亞甲基及六亞甲基等碳原 

子數2至18的伸烷基，亦可形成環。）所示的基。作為亞 

胺殘基，可列舉以下的基。

Me

（式中，Me表示甲基，以下相同。）

醯胺基，其碳原子數通常為1至20,較理想為2至18。 

作為醯胺基，例如可列舉甲醯胺基、乙醯胺基、丙醯胺基、 

丁醯胺基、苯甲醯胺基、三氟乙醯胺基、五氟苯甲醯胺基、 

二甲醯胺基、二乙醯胺基、二丙醯胺基、二丁醯胺基、二
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苯甲醯胺基、二（三氟乙醯胺基）及（二五氟苯甲醯胺基）。

醯亞胺基，係從醯亞胺除去鍵結於該氮原子之氫原子 

所得的殘基。醯亞胺基，其碳原子數通常為4至20，較理 

想為4至18。作為醯亞胺基，可列舉以下的基。

所謂1價雜環基，係指從雜環化合物除去1個氫原子

所殘留的原子團。所謂雜環化合物，係指具有環狀構造的 

有機化合物中，作為構成環的元素，不僅包含碳原子，包 

含氧原子、硫原子、氮原子、磷原子、硼原子、矽原子、 

硒原子、确原子及碑原子等雜原子之有機化合物。1價雜 

環基，可具有取代基。1價雜環基，其碳原子數通常為3 

至60，較理想為3至20。於1價雜環基的碳原子數，不包 

含取代基的碳原子數。作為1價雜環基，例如嗟吩基 
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(thienyl) ' Ci至Ci2烷基口塞吩基、毗咯基、咲喃基、11比唳 

基、Ci至C12烷基口比碇基、嗟嗪基(pyridaziny 1) '喘口定基 

(pyrimidyl) ' 毗嗪基(pyrazinyl)、三嗪基(triazinyl)、 

毗咯啖:基(pyrrolidyl)、哌唳基(piperidyl)、磴基 

(quinolyl)及異嗖麻基(isoquinolyl)。其中，以嚏吩基、 

C1至C12烷基嚏吩基、毗陀基及C1至C12烷基毗碇基較理想。 

再者，作為1價雜環基，較理想為1價芳香族雜環基。

所謂取代竣基，係指幾基的氫原子被烷基、芳香基、 

• 芳香基烷基或1價雜環基取代之基，亦即

式：-C(=O)OR*

(式中，R*表示烷基、芳香基、芳香基烷基或1價雜環基) 

所示的基。取代幾基，其碳原子數通常為2至60，較理想 

為2至48。前述烷基、芳香基、芳香基烷基或1價雜環基， 

可具有取代基。於碳原子數，不包含前述烷基、芳香基、 

芳香基烷基或1價雜環基可具有的取代基之碳原子數。作 

. 為取代幾基，例如可列舉甲氧基機基、乙氧基疑基、丙氧

基譏基、異丙氧基機基、丁氧基炭基、異丁氧基炭基、第 

2 丁氧基炭基、第3 丁氧基譏基、戊氧基炭基、己氧基譏 

基、環己氧基炭基、庚氧基辣基、辛氧基炭基、2-乙基己 

氧基譏基、壬氧基疑基、癸氧基機基、3, 7-二甲基辛氧基 

譏基、十二烷氧基辣基、三氟甲氧基譏基、五氟乙氧基機 

基、全氟丁氧基機基、全氟己氧基機基、全氟辛氧基炭基、 

苯氧基辣基、蔡氧基炭基及毗除氧基譏基。

式(1)中，Υ】表示-C(K、-S(K、-S(K、-Ρ03·或-B(Ra)3_ 
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等1價基。作為w，從離子性聚合物的酸度之觀點，較理 

想為-C02「、-S02「及-Ρθ3「，更理想為-C02-。作為W，從離子 

性聚合物的安定性之觀點，較理想為-C02- ' -S03- ' -S（K及 

-P（y。

式（1）中，M】表示金屬陽離子或具有或無取代基之銭陽 

離子。作為金屬陽離子，較理想為1價、2價或3價的陽 

離子。作為金屬陽離子，可列舉Li、Na、K、Cs、Be、Mg、 

Ca、Ba、Ag、Al、Bi、Cu、Fe、Ga、Μη、Pb、Sn、Ti、V、 

• W、Y、Yb、Zn及Zr等的陽離子，較理想為Li+、Na+、K+、

Cs+、Ag+、Mg?*及Ca2+。作為銭離子可具有的取代基，例如 

可列舉甲基、乙基、丙基、異丙基、正-丁基、異丁基及第 

3 丁基等碳原子數1至10的烷基。

式（1）中，Z】表示 F-、C「、BL、Γ ΌΗ ' RaS03 ' RaC00_ ' 

CIO'、C102_、CIOs-、ClOf、SC2、CN「、N03_ > SO/-、HSO/、 

PO产、HPOT、HaPOf ' BF4「或 PFe- °

. 式（1）中，nl表示0以上的整數。從原料單體的合成

之觀點，nl較理想為0至8的整數，更理想為0至2的整 

數。

式（1）中，al表示1以上的整數。bl表示0以上的整 

數。

以使式（1）所示的基之電荷為0的方式選擇al Λ bl ° 

例如 丫］為-C02_' -SO3·' -S02-' -Ρ03·或-B（R5「，Μ】為 1 價金 

屬陽離子或具有或無取代基之銭陽離子，Ζ】表示厂、CL、

BL、厂、0ΙΓ、RaSO3~、RaCOO_、C10「、C1（K、C103_、ClOf、
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SCN「、CN「、N(K、HS04-、H2P0f、BF4「或 PF6-之情況，選擇滿 

足 al=bl + l。Y1 為-C02「、-S(K、-S02_、-P(K或-Β(ΙΤ)3「，Μ1 

為 2 價金屬陽離子、Ί)為 F「、CT、BL、Γ ' ΟΙΓ、RaS03_、 

RaCOO_' CIO*、C1(K、CIOs-' ClOf > SCN-、CN「、N(K、HSOf、 

H2POf'BFf 或 PF6「之情況，選擇滿足 bl = 2xal-l ° Y1 為-C(K、 

-S03-、-S(K、-P03-或-B(R5-，Μ】為3價金屬陽離子，Ζ】為 

F「、CT ' BL、厂、OF、RW03_、RaCOO_、CIO-、C10z_、C1(V、 

Cl Of、SCN-、CN「、N(K、HSOf、ILPOJ、BF4「或 PFe「之情況，

• 選擇滿足 bl=3xal-l。Y1 為-C(K、-S03_、-S02_、-PO3「或

-B(Ra)3_ » M1為1價金屬陽離子或具有或無取代基之銭陽離 

子，Ζ】為S0F或HPO产之情況，選擇滿足al=2xbl + l。表示 

al及bl的關係之上述任一數學式，al較理想為1至5的 

整數，更理想為1或2。

疋表示具有或無取代基之碳原子數1至30的烷基或具

有或無取代基之碳原子數6至50的芳香基。作為該些基可 

. 具有的取代基，可列舉關於前述Q1例示的取代基相同的

基。於存在複數個取代基之情況，該些可為相同，亦可為 

相異。作為IT，例如可列舉甲基、乙基、丙基、異丙基、 

丁基、異丁基、第2 丁基、第3 丁基、戊基、己基、環己 

基、庚基、辛基、壬基、癸基及月桂基等碳原子數1至20 

的烷基，以及苯基、卜蔡基、2-蔡基、1-蔥基、2-蔥基及 

9-蔥基等碳原子數6至30的芳香基。

作為式(1)所示的基，例如可列舉以下的基。
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—COOM* —CHj-COOM* —(CH2)2~COO-M* —(CH2)3-COOM* —(CH2)4-CCK>'M*

—(CH2)5 - COCTM+ —(CH2)6-COOM* —(CHah-COaM* —(CH2)8-COOM*

—O—CH2-COOM* —O-(CH2)2-COOM* —O—(CH2)3-COOM* —O —(CH2)4 -coom*

—0-(CH2)5-C0O1VI* —O-(CH2)e-COO-M+ —O-(CH2)7-COO-M+ —O-(CH2)e-COOM* 

COOM+ +ivrooc
Pcow -hQ 心

—SO3-M* —CH2-SO3'M* _(CH2)2_SOa1vr —(CHah-SOjM* —(CH2)4-SO31A*

—(CH2)5~SO3-M+ —(CHafe-SOa-M* —(CH2)7-SO3M+ —(CH2)a"SO3M+

—O_CH2~SO3_M* —O—(Cfh—SC^M* _O_(CH2)3—SCVM* _O_(CHz)4_SO3~M*

—O-(CH2)5-SO3-M* —O-(CH2)6-SO3lVI* —O-(CH2)r-SO3M+ —O-(CH2)8-SO3lVI*

so3m+
~O~S°3M* 4

M = Li. Na. K. Cs, N(CH3)4

—式(2)所示的基一

式(2)中，作為Q?所示的2價有機基，可列舉與前述 

Qi所示的2價有機基之例相同的基。作為Q2，從原料單體 

的合成容易度之觀點，以2價飽和煙基、伸芳基及伸烷氧 

基。

Q'所示的2價有機基，可具有取代基。作為該取代基， 

可列舉前述Qi所示的2價有機基可具有的取代基等。存在 

複數個取代基之情況，該些可為相同，亦可為相異。

式(2)中5 Υ?表示碳陽離子、銭陽離子、麟醯 

(phosphonyl)陽離子、磺醯(sulfonyl)陽離子或碘鑰 

(iodonium)陽離子。
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可列舉作為碳陽離子，例如

-c+r2
（式中，R表示烷基或芳香基。複數個R可為相同，或者可 

為相異。）所示的基。

作為銭陽離子，例如

-n+r3
（式中，R表示烷基或芳香基。複數個R可為相同，或者可 

為相異。）所示的基。

作為膵醯（phosphonyl）陽離子，例如

-P+R3

（式中，R表示烷基或芳香基。複數個R可為相同，或者可 

為相異。）所示的基。

作為磺醯（sulfonyl）陽離子，例如

- S+R2

（式中，R表示烷基或芳香基。複數個R可為相同，或者可 

為相異。）所示的基。

作為碘鑰（iodonium）陽離子，例如

-I+R2

（式中，R表示烷基或芳香基。複數個R可為相同，或者可 

為相異。）所示的基。

式（2）中，從原料單體的合成容易度以及原料單體與離 

子性聚合物對空氣、濕氣或熱的安定性之觀點，Y?為碳陽 

離子、銭陽離子、麟醯（phosphonyl）陽離子及磺醯 

（sulfonyl）陽離子較理想，更理想為鍰陽離子。
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式（2）中，Z?表示金屬陽離子或具有或無取代基之銭陽 

離子。作為金屬陽離子，較理想為1價、2價或3價的離 

子，例如 Li、Na、K、Cs、Be、Mg、Ca、Ba、Ag、Al、Bi、 

Cu、Fe、Ga、Mn、Pb、Sn、Ti、V、W、Y、Yb、Zn 及 Zr 等 

的陽離子。作為銭陽離子可具有之取代基，例如可列舉甲 

基、乙基、丙基、異丙基、正丁基、異丁基及第3 丁基等 

碳原子數1至10的烷基。

式（2）中，M?表示 F「、C1「、BL、Γ ΌΗ-> RW ' RbCOO_、 

• CIO'、C102_、C1（K、Cl Of、SCN' ' CN-、NOa-、SO?-、HSOf、

PO产、HPO产、H2POf、BF4「或 PFe- °

式（2）中，n2表示0以上的整數。n2較理想為0至6 

的整數，更理想為0至2的整數。

式（2）中，a2表示1以上的整數。匕2表示0以上的整 

數。

以使式（2）所示的基之電荷為0的方式選擇a2及b2。

. 例如 M?為 F-、C「、BL、Γ ΌΗ-' RW' RbCOO_ > CIO-' C102_、

CIOs' ' ClOf ' SCN- > CN-、NOS-、HSOf、IhPOJ、BF°「或 PFf 

的情況，Z?為1價金屬離子或具有或無取代基之銭離子時 

選擇滿足a2=b2+l * Z2為2價金屬離子時選擇滿足 

a2=2xb2+l，Z?為3價金屬離子時選擇滿足a2=3xb2+l。M2 

為S0产、HPO产的情況，Ί）爲1價金屬離子或具有或無取代 

基之鞍離子時選擇滿足b2=2xa2-l，Z?為3價金屬離子時 

選擇滿足2xa2= 3xb2+l的關係。表示a2及b2的關係之上 

述任一數學式，a2較理想為1至3的整數，更理想為1或
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Rb表示具有或無取代基之碳原子數1至30的烷基或具 

有或無取代基之碳原子數6至50的芳香基。作為該些基可 

具有的取代基，可列舉與前述CP例示的取代基相同的基。 

於存在複數個取代基之情況，該些可為相同，亦可為相異。 

作為 疋，例如可列舉甲基、乙基、丙基、異丙基、丁基、 

異丁基、第2 丁基、第3 丁基、戊基、己基、環己基、庚 

基、辛基、壬基、癸基及月桂基等碳原子數1至20的烷基， 

• 以及苯基、1-棊基、2-荼基、1-葱基、2-葱基、9-蔥基等 

碳原子數6至30的芳香基。

作為前述式（2 ）所示的基，例如可列舉以下的基°
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—Me2Et*X- —CH2-NMe2EfX- —(CH2)2-NMe2Et4X- — (CH2)3-NMe2Et*X- —(CH^-NMeaEfX'

—(CH2)5-NMe2EfX· —(CH2)e-NMe2EfX· —(CH2)7-NMe2Et+X- —(叫)8 — NMejEt*X-

—Ο—<?Η2-ΝΜβ2Ε^χ- —O-(CH2)2~NMe2Et*X- —O-(CHj)3~NM ejEt+X- —O—(CH2)4-NMe2Et*X-

—O-(CH2>5-NMe2EfX· 一OrCHjh-NMezEFX- —Ο-(0Η2)7-ΝΜβ2ΕΙ*Χ· —O -(CH 08 -N M e2Et*X -

NMe2Et*X- MtMejN
-xQ-NMesEfX-

—NHMe2+X* —ΟΗ2-ΝΗΜβ2+χ- —(CHjJj-NHMe/X- —(CHjJj-NHMe^X- — (CH2)4-NHMe2*X·

—(CH2)6-NHMe2*X-

—O—CH2-NHMe2*X-

—(CHjJe-NHMej^X· —(CH^-NHMe?* —(CH^0-NHMe2*X·

—O-(CH2)2-NHMe2*X- —Ο-ίΟΗ^-Ν HMe2+X' —O—(CH2)4-NHMe2+X-

—o-(ch2)5-ne^*x- —O-(CH2)e-NEt3^· —O-(CH2)7-NHMe2+X- —OrCH^-NHMej^X-

—^~^-NHMe24X-
NHMe2^* -X*Me2HN

〈 4

—NEtfX* —CH2-NEVX· —(CH2)2-NEts*X- —(CH2)3-NEtj+X- —(CH2)4-NEt3+X

—(CHah-NEtj^- —(CHaJe-NEVX* — (CH^-NEVX· 一(叫8一贬忱

—O-CH2-NEt3*X- —。一向加 一 ΝΕ&·Χ- —O-(CH2)3-NEb*X' —O—(CHz>4-NE13*X-

—O-(CH2)5~N Et3*X- -O-tCH^e-NE^ —O-(CH 加一 NEts*X- —OrCH^-NEtjX

NEt3*X- XttjN
-θ-ΝΕ 堺 X· ~Ό ~Ό

Me-CH3 EtsCHjCHs X = F, Cl, Br, I, BPh4(CH3COO, CF3SO3
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—NHEt2+X- —CH2-NHEt2+X-—心出七一NHEt2*X- —(CH2h-NHEt2*X- CH2)4-NHEt2仪-

—(CH2)5 — —(CH2)e-NHEt2+X- —{CH2)7-NHEt2*X- —(CHzJg-NHEVX-

—O—CHa-NHEtj^X' —Ο—(CH2)2-NHEt2*X· —Ο -(CH2h-NHEt2*X· —Ο —(CH2)4 -NHEt2*X·

—O-(CH2)5-NHEt2+X' —O-(CH2)e-NHEt2+X· ~O-(CH2)7-NHEt2+X· — O-(CH2)8 一 NHEt2*X-

HEt2*X*

tfr»Et2*X· -X*Ety4N

4 4
—NEtPh2*X- — H2-NEtPh2+X- —(CH2)2-NEtPh2*X- —(CH2)3-NEtPh2*X- —(CH2)4-NEtPti2*X·

—CH2)5-NEtPh2*X· —(CH2)6~NEtPh2*X· —(CH2)7-NEtPh2*X· —(CH2)8-N EtPh 2*χ-

τ—O—CH2-NEtPh 2+X- —O—(CH2)2-NEtPh2+X- —O -(CH2h-N EtPh/X" —O—(CH2)4-NEtPh2+X-

—O-(CH2)5~NEtPh2枚--(CH2)6-NEtPh2*Xr —O-(CH^7-NEtPh2+X- —O-(CH2)8-NEtPh

EtPh2+X'

NEtPh2*X-

—NHPh2*X- —CH2-NHPh2+X· ―CH2)2-NHPh2*X· ―CH2)3-NHPh2*X· —(CHzh-NHPh?欣

—(CH2)5-NHPh2+X· —(CH2)e-NHPh2+X- —(CH2yz-NHPh2*X* —(CHj^-NHPhj^X-

—O—CH2~NHPh2+X· —O—(CH2)2-NHPh2*X· —O—(CH2)3-NHPh2+X· —O —(CH2)4-N H Ph2+X-

-O-(CH2)5-NHPh2*X------O-(CH2)e-NHPh2+X- —O-(CH2)7—NHPh2*X---------(CH2)8-NHPh2+X-

—^^-NHPh2*X-
NHPh2*X·

Υ

Et = CH2CH3 Ph = C6H5 X = F,Cl, Br, I, BPh4, CH3COO, CF3SO3,

—式（3）所示的基一

式（3）中，作為Q?所示的2價有機基，可列舉與前述

Q］所示的2價有機基之例示的基。作為T，從原料單體的 

合成容易度之觀點，以2價飽和婕基、伸芳基及伸烷氧基
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較理想。

Q3所示的2價有機基，可具有取代基。作為該取代基， 

可列舉『所示的2價有機基可具有的取代基等。存在複數 

個取代基之情況，該些可為相同，亦可為相異。

Q'所示的2價有機基，較理想為-（CH2）-所示的基。

n3表示0以上的整數。n3較理想為0至20的整數， 

更理想為0至8的整數。

式（3）中，Y?表示-CN 或式（4）、（5）、（6）、（7）、（8）、 

• （9）、（10）、（11）或（12）所示的基。

式（4） 、 （5） 、 （6） 、 （7） 、 （8） 、 （9） 、 （10） 、 （11）及（12） 

中，作為R'所示的2價煙基，例如可列舉亞甲基、伸乙基、 

1,2-伸丙基、1,3-伸丙基、1,2-伸丁基、1,3-伸丁基、1,4- 

伸丁基、1,5-伸戊基、1,6-伸己基、1,9-伸壬基、1, 12- 

伸十二烷基及該些基的至少1個氫原子被取代基取代之基 

等的具有或無取代基之碳原子數1至50之2價飽和煙基； 

. 伸乙烯基（ethenylene）、伸丙烯基、3-伸丁烯基、2-伸丁 

烯基、2-伸戊烯基、2-伸己烯基、2-伸壬烯基、2-伸十二 

烯基及該些基的至少1個氫原子被取代基取代之基等的具 

有或無取代基之碳原子數2至50之伸烯基以及包含伸乙烘 

基且具有或無取代基之碳原子數2至50之2價不飽和煙 

基；伸環丙基、伸環丁基、伸環戊基、伸環己基、伸環壬 

基、伸環十二烷基、伸降冰片基（norbornylene）、伸金剛 

烷基（adamantylene）及該些基的至少1個氫原子被取代基 

取代之基等的具有或無取代基之碳原子數3至50之2價環
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狀飽和婕基；1, 3-伸苯基、1,4-伸苯基、1, 4-伸荼基、1, 5- 

伸蔡基、2, 6-伸蔡基、聯苯-4,4'-二基及該些基的至少1 

個氫原子被取代基取代之基等的具有或無取代基之碳原子 

數6至50之伸芳基；以及伸甲氧基、伸乙氧基、伸丙氧基、 

伸丁氧基、伸戊氧基、伸己氧基及該些基的至少1個氫原 

子被取代基取代之基等的具有或無取代基之碳原子數1至 

50之伸烷氧基。

作為前述取代基，可列舉例如關於前述Qi的說明中舉 

• 例之取代基等。存在複數個取代基之情況，該些可為相同，

可為相異。

式（4）、（5）、（6）、（7）、（8）、（9）、（10）、（11）及（12） 

中，作為R''所示的1價煙基，例如可列舉甲基、乙基、 

丙基、異丙基、丁基、異丁基、第2 丁基、第3 丁基、戊 

基、己基、環己基、庚基、辛基、壬基、癸基、月桂基及 

該些基的至少1個氫原子被取代基取代之基等的具有或無 

■ 取代基之碳原子數1至20的烷基；以及苯基、1-荼基、2- 

棊基、1-·蔥基、2-蔥基、9-蔥基及該些基的至少1個氫原 

子被取代基取代之基等的具有或無取代基之碳原子數6至 

30的芳香基等。作為R''所示的1價煙基，從離子性聚合 

物的溶解性的觀點，以甲基、乙基、苯基、1-蔡基及2-蔡 

基較理想。作為前述取代基，可列舉關於前述@的說明中 

舉例之取代基等。存在複數個取代基之情況，該些可為相 

同5亦可為相異。

式（5）中，作為R'''所示的3價煙基，例如甲烷三基
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（me thane t r i y 1）、乙烷三基、1,2,3-丙烷三基、1,2,4-丁 

烷三基、1, 2, 5-戊烷三基、1, 3, 5_戊烷三基、1,2,6 -己烷 

三基、1, 3, 6-己烷三基及該些基的至少1個氫原子被取代 

基取代之基等的具有或無取代基之碳原子數1至20的烷三 

基；以及1, 2, 3-苯三基、1,2,4-苯三基、1, 3, 5-苯三基及 

該些基的至少1個氫原子被取代基取代之基等的具有或無 

取代基之碳原子數6至30的芳香基等。作為R'''所示的3 

價煙基，從離子性聚合物的溶解性之觀點，較理想為甲烷 

• 三基、乙烷三基、1, 2, 4-苯三基及1, 3, 5-苯三基。作為前 

述取代基，可列舉關於前述Qi的說明中舉例之取代基等。 

存在複數個取代基之情況，該些可為相同，亦可為相異。

式（4）、（5）、（6）、（7）、（8）、（9）、（10）、（11）及（12） 

中，作為Rc 5從離子性聚合物的溶解性之觀點，較理想為 

甲基、乙基、苯基、1 -蔡基及2-蔡基。

式（4）及（5）中，a3表示1以上的整數，較理想為3至 

. 10 的整數。式（6）、（7）、（8）、（9）、（10）、（11）及（12）中，

a4表示0以上的整數。於式（6），a4為0至30的整數較理 

想，3至20的整數更理想。於式（7）、（8）、（9）及（10）， 

a4為。至10的整數較理想，0至5的整數更理想。於式 

（11），a4為0至20的整數較理想，3至20的整數更理想。 

於式（12），a4為0至20的整數較理想，0至10的整數更 

理想。

作為Y?，從原料單體的合成容易度之觀點，較理想為

-CN、式（4）所示的基、式（6）所示的基、式（10）所示的基、
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式（11）所示的基，更理想為式（4）所示的基、式（6）所示的

基及式（11）所示的基，特別理想為以下的基。

—O-CCHzCHPhMe —-tCH2CH2P)3Me — -(CH2CH Q )4M e

— -<CH2CHp)5Me —~(CH 2CH Q)6 M e —..O~(CH 2CH 2P »M e

— -(CH2CHP)2H —rCH2CHQ)3H ---- OqCHzCHQhH

— -(CH2CHp)5H — -<CH2CH/))6H ——OiCHaCHzO^H

οO

——O-<CH2CH^O feMe 

• ?

—C-<CH2CHp)5Me 一 一CHCXHPejMe

Ο

---- C — -(CH2CH Q e

O
—£-OqCHqCH Q )yMe

O
i —Ο·-(ΟΗ 2CH JjH

O

— —O-iCH2CHp)5H

J^ch2ch2o)3h

ο
—-O-(CH2CH2O)^

—O VCHqCH 2Ο »Η

—C― -(CHhCHQHH

一離子性聚合物中的構造單元一

關於本實施態樣的離子性聚合物 '較理想為包含選自

式（13）所示的構造單元、式（15）所示的構造單元、式（17）

所示的構造單元及式（20）所示的構造單元所成群中至少1

種構造單元較理想，該些構造單元在全部構造單元中包含

15至100莫耳％更理想。

・式（13）所示的構造單元

式（13）中，Η表示具有式（14）所示的基之1價基，Ar1

表示具有或無”以外的取代基之（2+n4）價芳香族基，n4表

示1以上的整數。

式（14）所示的基'可直接鍵結於Ar1 »或隔著選自亞甲
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基、伸乙基、伸丙基、伸丁基、伸戊基、伸已基、伸壬基、 

伸十二烷基、伸環丙基、伸環丁基、伸環戊基、伸環己基、 

伸環壬基、伸環十二烷基、伸降冰片基（norbornylene） ' 

伸金剛烷基（adamantylene）及該些基的至少1個氫原子被 

取代基取代之基等之具有或無取代基之碳原子數1至50之 

伸烷基；選自氧伸甲基、氧伸乙基、氧伸丙基、氧伸丁基、 

氧伸戊基、氧伸己基、氧伸壬基、氧伸十二烷基、伸環丙 

氧基、伸環丁氧基、伸環戊氧基、伸環己氧基、伸環壬氧 

• 基、伸環十二烷氧基、伸降冰片氧基、伸金剛烷氧基及該

些基的至少1個氫原子被取代基取代之基等的具有或無取 

代基之碳原子數1至50之氧伸烷基；具有或無取代基之亞 

胺基；具有或無取代基之伸矽基；具有或無取代基之伸乙 

烯基（ethenylene）；伸乙烘基；具有或無取代基之甲烷三 

基；以及氧原子、氮原子、硫原子等雜原子，與AF結合。

A*可具有“以外的取代基。作為該取代基，可列舉關 

. 於前述Q1的說明中舉例之取代基。取代基存在複數個之情

況，該些可為相同，亦可為相異。

作為A*具有之W以外的取代基，從原料單體的合成 

容易度之觀點，較理想為烷基、烷氧基、芳香基、芳香氧 

基、竣基及取代幾基。

式（13）中，η4表示1以上的整數。n4較理想為1至4 

的整數，更理想為1至3的整數。

式（13）中A*所示的（2+n4）價芳香族基，可列舉（2+η4） 

價芳香族煙基及（2+η4）價芳香族雜環基，以只有碳原子所 
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構成的（2+n4）價芳香族基以及碳原子與選自氫原子、氮原 

子及氧原子所成群的1個以上的原子所構成之（2+n4）價芳 

香族基較理想。作為該（2+n4）價芳香族基，例如可列舉從 

苯環、毗唳環、1, 2-二嗪（diazine）環、1, 3-二嗪環、1, 4- 

二嗪環、1, 3, 5-三嗪環、咲喃環、毗咯環、毗哇環 

（pyrazole）、咪口坐環、噁口坐（oxazole）環及噁二口坐 

（oxadiazole）環等單環式芳香環，除去（2+n4）個氫原子之 

（2+n4）價基；從選自該單環式芳香環所成群中2個以上的
• 環縮合之縮合多環式芳香環，除去（2+n4）個氫原子之（2+n4）

價基；從選自該單環式芳香環及該縮合多環式芳香環所成 

群中2個以上的芳香環，以單鍵、伸乙烯基或伸乙烘基 

（ethynylene）連結所成的芳香環集合，除去（2+n4）個氫原 

子之（2+η4）價基；以及，從該縮合多環式芳香環或該芳香 

環集合相鄰的2個芳香環以亞甲基、伸乙基及滾基等2價 

基架橋的有橋多環式芳香環，除去（2+η4）個氫原子之（2+η4）

價基等。

作為單環式芳香環，例如可列舉以下的環。

作為縮合多環式芳香環，例如可列舉以下的環。
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CO COO 0 
u 过 11

CQ 03 co cco cco

3ft 2Z

作為芳香環集合，例如可列舉以下的環。

Ο~Ο θ^Ο

Ά
o-om>o-o

Ν Η
12 31 Μ

22

ο—D α—η

32 3ϋ

作為有橋多環式芳香環，例如可列舉以下的環。
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cP? cP?

41 Ά

作為（2+n4）價的芳香族基，從原料單體的合成容易度 

之觀點，較理想為從式1至14、26至29、37至39或41 

所示的環，除去（2+n4）個氫原子之基，更理想為從式1至 

6、8、13、26、27、37或41所示的環，除去（2+n4）個氫 

原子之基，更加理想為從式1、37或41所示的環，除去（2+n4） 

個氫原子之基。

式（14）中，作為/所示的（l+ml+ni2）價有機基，例如可 

列舉從選自甲基、乙基、丙基、異丙基、丁基、異丁基、 

第2 丁基、第3 丁基、戊基、己基、環己基、庚基、辛基、 

壬基、癸基、月桂基及該些基的至少1個氫原子被取代基 

取代之基等的具有或無取代基之碳原子數1至20之烷基， 

除去（ml+m2）個氫原子之基；從選自苯基、1-荼基、2-棊基、 

1-恿基、2-蔥基、9-蔥基及該些基的至少1個氫原子被取 

代基取代之基等的具有或無取代基之碳原子數6至30之芳 

香基，除去（ml+m2）個氫原子之基；從選自甲氧基、乙氧基、 

丙氧基、丁氧基、戊氧基、己氧基、壬氧基、十二烷氧基、
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環丙氧基、環丁氧基、環戊氧基、環己氧基、環壬氧基、 

環十二烷氧基、降冰片氧基、金剛烷氧基及該些基的至少 

1個氫原子被取代基取代之基等的具有或無取代基之碳原 

子數1至50之烷氧基，除去（ml+m2）個氫原子之基；從具 

有包含碳原子之取代基的胺基，除去（皿1+皿2）個氫原子之 

基；以及，從具有包含碳原子之取代基的矽基，除去（ml+m2） 

個氫原子之基。作為0所示的（1 +ml+m2）價有機基，從原料 

單體的合成容易度之觀點，較理想為從烷基除去（ml+ni2） 
• 個氫原子之基、從芳香基除去（ml+m2）個氫原子之基及從烷

氧基除去（ID1+1D2）個氫原子之基。

作為前述取代基，可列舉關於前述『的說明中舉例之 

取代基等。取代基存在複數個之情況，該些可為相同，亦 

可為相異。

•式（15）所示的構造單元

式（15）中，T表示具有式（16）所示的基之1價基，Ar2 

. 表示具有或無/以外的取代基之（2+n5）價芳香族基，n5表

示1以上的整數。

式（16）所示的基，可直接鍵結於A*，或隔著選自伸甲 

基、伸乙基、伸丙基、伸丁基、伸戊基、伸己基、伸壬基、 

伸十二烷基、伸環丙基、伸環丁基、伸環戊基、伸環己基、 

伸環壬基、伸環十二烷基、伸降冰片基（norbornylene）、 

伸金剛烷基（adamantylene）及該些基的至少1個氫原子被 

取代基取代之基等的具有或無取代基之碳原子數1至50之 

伸烷基；選自氧伸甲基、氧伸乙基、氧伸丙基、氧伸丁基、 
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氧伸戊基、氧伸己基、氧伸壬基、氧伸十二烷基、伸環丙 

氧基、伸環丁氧基、伸環戊氧基、伸環己氧基、伸環壬氧 

基、伸環十二烷氧基、伸降冰片氧基、伸金剛烷氧基及該 

些基的至少1個氫原子被取代基取代之基等的具有或無取 

代基之碳原子數1至50之氧伸烷基；具有或無取代基之亞 

胺基；具有或無取代基之伸矽基；具有或無取代基之伸乙 

烯基（ethenylene）；伸乙烘基；具有或無取代基之甲烷三 

基；以及，氧原子、氮原子、硫原子等雜原子，與A*結合。

Ar?可具有T以外的取代基。作為該取代基，可列舉關 

於前述$的說明中舉例之取代基。取代基存在複數個之情 

況，該些可為相同，亦可為相異。

作為A#具有之/以外的取代基，從原料單體的合成 

容易度之觀點，較理想為烷基、烷氧基、芳香基、芳香氧 

基、幾基及取代幾基。

式（15）中5 n5表示1以上的整數。n5較理想為1至4 

的整數，更理想為1至3的整數。

式（15）中AT所示的（2+n5）價芳香族基，可列舉（2+n5） 

價芳香族煙基及（2+n5）價芳香族雜環基，以只有碳原子所 

構成的（2+n5）價芳香族基及碳原子與選自氫原子、氮原子 

及氧原子所成群的1個以上的原子所構成之（2+n5）價芳香 

族基較理想。作為該（2+n5）價芳香族基，例如可列舉從苯 

環、毗唳環、1,2-二嗪（diazine）環、1,3-二嗪環、1, 4- 

二嗪環、1,3, 5-三嗪環、咲喃環、毗咯環、毗哇環 

（pyrazole）、咪哇環、噁口坐（oxazole）環及噁 二口坐

78 323545



201228842

（oxadiazole）環等單環式芳香環，除去（2+n5）個氫原子之 

（2+η5）價基；從選自該單環式芳香環所成群中2個以上的 

環縮合之縮合多環式芳香環，除去（2+η5）個氫原子之（2+η5） 

價基；從選自該單環式芳香環及該縮合多環式芳香環所成 

群中2個以上的芳香環，以單鍵、伸乙烯基（ethenylene） 

或伸乙烘基（ethynylene）連結所成的芳香環集合，除去 

（2+η5）個氫原子之（2+n5）價基；以及，從該縮合多環式芳 

香環或該芳香環集合相鄰的2個芳香環以伸甲基、伸乙基 

• 及掇基等2價基橋接的有橋多環式芳香環，除去（2+η5）個 

氫原子之（2+η5）價基。

作為單環式芳香環，例如可列舉關於式（13）所示的構 

造單元之說明中舉例的式1至12所示的環。

作為縮合多環式芳香環，例如可列舉關於式（13）所示 

的構造單元之說明中舉例的式13至27所示的環。

作為芳香環集合，例如可列舉關於式（13）所示的構造 

. 單元之說明中舉例的式28至36所示的環。

作為有橋多環式芳香環，例如可列舉關於式（13）所示 

的構造單元之說明中舉例的式37至44所示的環。

作為（2+η5）價的芳香族基，從原料單體的合成容易度 

之觀點，較理想為從式1至14、26至29、37至39或41 

所示的環，除去（2+n5）個氫原子之基，更理想為從式1至 

6 ' 8 ' 13 ' 26 ' 27、37或41所示的環»除去（2+n5）個氫 

原子之基，更加理想為從式1、37或41所示的環，除去（2+η5） 

個氫原子之基。
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式（16）中，m3及Π14表示分別獨立的1以上的整數。

式（16）中，作為R°所示之（1 +m3+m4）價有機基，例如可 

列舉從選自甲基、乙基、丙基、異丙基、丁基、異丁基、 

第2 丁基、第3 丁基、戊基、己基、環己基、庚基、辛基、 

壬基、癸基、月桂基及該些基的至少1個氫原子被取代基 

取代之基等的具有或無取代基之碳原子數1至20之烷基， 

除去（m3+m4）個氫原子之基；從選自苯基、1-棊基、2-秦基、 

1-葱基、2-蕙基、9-蔥基及該些基的至少1個氫原子被取 

• 代基取代之基等的具有或無取代基之碳原子數6至30的芳

香基，除去（m3+m4）個氫原子之基；從選自甲氧基、乙氧基、 

丙氧基、丁氧基、戊氧基、己氧基、壬氧基、十二烷氧基、 

環丙氧基、環丁氧基、環戊氧基、環己氧基、環壬氧基、 

環十二烷氧基、降冰片氧基、金剛烷氧基及該些基的至少 

1個氫原子被取代基取代之基等的具有或無取代基之碳原 

子數1至50之烷氧基，除去53+Π14）個氫原子之基；從包 

含碳原子之具有取代基的胺基，除去（m3+m4）個氫原子之 

基；以及，從包含碳原子之具有取代基的矽基，除去（m3+in4） 

個氫原子之基。作為R"所示之（l+m3+m4）價有機基，從原料 

單體的合成容易度之觀點，較理想為從烷基除去53+m4） 

個氫原子之基、從芳香基除去（m3+m4）個氫原子之基及從烷 

氧基除去（Π13+Π14）個氫原子之基。

作為前述取代基，可列舉關於前述J的說明中舉例之 

取代基等。取代基存在複數個之情況，該些可為相同，亦 

可為相異。
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・式（17）所示的構造單元

式（17）中，0表示具有式（18）所示的基之1價基，R6 

表示具有式（19）所示的基之1價基，AF表示具有或無R5 

及E以外的取代基之（2+n6+n7）價芳香族基，n6及n7表示 

分別獨立之1以上的整數。

式（18）所示的基以及式（19）所示的基，可直接結合於

Ar3 ＞或隔著選自伸甲基、伸乙基、伸丙基、伸丁基、伸戊 

基、伸己基、伸壬基、伸十二烷基、伸環丙基、伸環丁基、 
• 伸環戊基、伸環己基、伸環壬基、伸環十二烷基、伸降冰 

片基（norbornylene） '伸金剛烷基（adamantylene）及該些 

基的至少1個氫原子被取代基取代之基等的具有或無取代 

基之碳原子數1至50之伸烷基；選自氧伸甲基、氧伸乙基、 

氧伸丙基、氧伸丁基、氧伸戊基、氧伸己基、氧伸壬基、 

氧伸十二烷基、伸環丙氧基、伸環丁氧基、伸環戊氧基、 

伸環己氧基、伸環壬氧基、伸環十二烷氧基、伸降冰片氧 

. 基、伸金剛烷氧基及該些基的至少1個氫原子被取代基取

代之基等的具有或無取代基之碳原子數1至50之氧伸烷 

基；具有或無取代基之亞胺基；具有或無取代基之伸矽基； 

具有或無取代基之伸乙烯基（ethenylene）；伸乙烘基；具 

有或無取代基之甲烷三基；以及，氧原子、氮原子、硫原 

子等雜原子，與AF結合。

AF可具有F及R6以外的取代基。作為該取代基，可 

列舉關於前述Q】的說明中舉例之取代基。取代基存在複數 

個之情況，該些可為相同，亦可為相異。
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作為Ar?具有之R5及R°以外的取代基，從原料單體的 

合成容易度之觀點，較理想為烷基、烷氧基、芳香基、芳 

香氧基、幾基及取代竣.基。

式（17）中，116表示1以上的整數。116較理想為1至4 

的整數，更理想為1至3的整數。

式（17）中，n7表示1以上的整數。η7較理想為1至4 

的整數，更理想為1至3的整數。

式（17）中，作為AF所示的（2+n6+n7）價芳香族基，可 

列舉（2+n6+n7）價的芳香族悭基及（2+n6+n7）價的芳香族雜 

環基，以只有碳原子所構成的（2+n6+n7）價芳香族基或碳原 

子與選自氫原子、氮原子及氧原子所成群的1個以上的原 

子所構成之（2+n6+n7）價芳香族基較理想。作為該（2+n6+n7） 

價芳香族基，例如可列舉從苯環、毗碇環、1, 2-二嗪 

（diazine）環、1, 3-二嗪環、1, 4-二嗪環、咲喃環、毗咯環、 

毗吐環（pyrazole）、咪哇環及噁口坐（oxazole）環等單環式芳 

香環，除去（2+n6+n7）個氫原子之（2+n6+n7）價基；從選自 

該單環式芳香環所成群中2個以上的環縮合之縮合多環式 

芳香環，除去（2+n6+n7）個氫原子之（2+n6+n7）價基；從選 

自該單環式芳香環及該縮合多環式芳香環所成群中2個以 

上的芳香環，以單鍵、伸乙烯基或伸乙烘基連結所成的芳 

香環集合，除去（2+n6+n7）個氫原子之（2+n6+n7）價基；以 

及，從該縮合多環式芳香環或該芳香環集合相鄰的2個芳 

香環以伸甲基、伸乙基及淡基等2價基橋接之有橋多環式 

芳香環'除去（2+n6+n7）個氫原子之（2+n6+n7）價基。
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作為單環式芳香環，例如可列舉關於式（13）所示的構 

造單元之說明中舉例的式1至5、式7至10所示的環。

作為縮合多環式芳香環，例如可列舉關於式（13）所示 

的構造單元之說明中舉例的式13至27所示的環。

作為芳香環集合，例如可列舉關於式（13）所示的構造 

單元之說明中舉例的式28至36所示的環。

作為有橋多環式芳香環，例如可列舉關於式（13）所示 

的構造單元之說明中舉例的式37至44所示的環。

作為（2+n6+n7）價的芳香族基，從原料單體的合成容易 

度之觀點，較理想為從式1至5、7至10、13、14、26至 

29 ' 37至39或41所示的環，除去（2+n6+n7）個氫原子之 

基，更理想為從式1、37或41所示的環，除去（2+n6+n7） 

個氫原子之基，更加理想為從式1、38或42所示的環，除 

去（2+n6+n7）個氫原子之（2+n6+n7）價基。

式（18）中，R?表示單鍵或（l+m5）價有機基，較理想為 

（l+m5）價有機基。

式（18）中，作為R?所示之（1+Π15）價有機基，例如可列 

舉從選自甲基、乙基、丙基、異丙基、丁基、異丁基、第 

2 丁基、第3 丁基、戊基、己基、環己基、庚基、辛基、 

壬基、癸基、月桂基及該些基的至少1個氫原子被取代基 

取代之基等的具有或無取代基之碳原子數1至20之烷基， 

除去m5個氫原子之基；從選自苯基、1-蔡基、2-蔡基、1- 

蔥基、2-蔥基、9-葱基及該些基的至少1個氫原子被取代 

基取代之基等的具有或無取代基之碳原子數6至30的芳香 
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基，除去m5個氫原子之基；從選自甲氧基、乙氧基、丙氧 

基、丁氧基、戊氧基、己氧基、壬氧基、十二烷氧基、環 

丙氧基、環丁氧基、環戊氧基、環己氧基、環壬氧基、環 

十二烷氧基、降冰片氧基、金剛烷氧基及該些基的至少1 

個氫原子被取代基取代之基等的具有或無取代基之碳原子 

數1至50之烷氧基，除去m5個氫原子之基；從包含碳原 

子之具有取代基的胺基，除去m5個氫原子之基；以及，從 

包含碳原子之具有取代基的矽基，除去m5個氫原子之基。
• 作為R?所示之（1+皿5）價有機基，從原料單體的合成容易度 

之觀點，較理想為從烷基除去m5個氫原子之基、從芳香基 

除去m5個氫原子之基及從烷氧基除去m5個氫原子之基。

作為前述取代基，可列舉關於前述Q1的說明中舉例之 

取代基等。取代基存在複數個之情況，該些可為相同，亦 

可為相異。

式（18）中，m5表示1以上的整數。但R?為單鍵時m5 

表示1。

式（19）中，R8表示單鍵或（l+m6）價有機基，較理想為 

（l+m6）價有機基。

式（19）中，作為R*所示之（1+皿6）價有機基，例如可列 

舉從選自甲基、乙基、丙基、異丙基、丁基、異丁基、第 

2 丁基、第3 丁基、戊基、己基、環己基、庚基、辛基、 

壬基、癸基、月桂基及該些基的至少1個氫原子被取代基 

取代之基等的具有或無取代基之碳原子數1至20之烷基， 

除去m6個氫原子之基；從選自苯基、1-棊基、2-蔡基、1-
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蔥基、2-蔥基、9-蔥基及該些基的至少1個氫原子被取代 

基取代之基等的具有或無取代基之碳原子數6至30的芳香 

基，除去Π16個氫原子之基；從選自甲氧基、乙氧基、丙氧 

基、丁氧基、戊氧基、己氧基、壬氧基、十二烷氧基、環 

丙氧基、環丁氧基、環戊氧基、環己氧基、環壬氧基、環 

十二烷氧基、降冰片氧基、金剛烷氧基及該些基的至少1 

個氫原子被取代基取代之基等的具有或無取代基之碳原子 

數1至50之烷氧基，除去m6個氫原子之基；從包含碳原 

• 子之具有取代基的胺基，除去m6個氫原子之基；以及，從

包含碳原子之具有取代基的矽基，除去m6個氫原子之基。

作為F所示之（l+m6）價有機基，從原料單體的合成容易度 

之觀點，較理想為從烷基除去m6個氫原子之基、從芳香基 

除去m6個氫原子之基及從烷氧基除去m6個氫原子之基。

作為前述取代基，可列舉關於前述0的說明中舉例之 

取代基。取代基存在複數個之情況，該些可為相同，亦可 

c 為相異。

式（19）中，Π16表示1以上的整數。但R*為單鍵時m6 

表示1。

・式（20）所示的構造單元

式（20）中，T表示具有式（21）所示的基之1價基，R10 

表示具有式（22）所示的基之1價基，Ar°表示具有或無R9 

及R10以外的取代基之（2+n8+n9）價芳香族基，n8及n9表示 

分別獨立之1以上的整數。

式（21）所示的基以及式（22）所示的基，可直接結合於
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Ar4 ＞或隔著選自伸甲基、伸乙基、伸丙基、伸丁基、伸戊 

基、伸己基、伸壬基、伸十二烷基、伸環丙基、伸環丁基、 

伸環戊基、伸環己基、伸環壬基、伸環十二烷基、伸降冰 

片 基(norbornylene)、伸金剛烷基(adamantylene)及該些 

基的至少1個氫原子被取代基取代之基等的具有或無取代 

基之碳原子數1至50之伸烷基；選自氧伸甲基、氧伸乙基、 

氧伸丙基、氧伸丁基、氧伸戊基、氧伸己基、氧伸壬基、 

氧伸十二烷基、伸環丙氧基、伸環丁氧基、伸環戊氧基、 

伸環己氧基、伸環壬氧基、伸環十二烷氧基、伸降冰片氧 

基、伸金剛烷氧基及該些基的至少1個氫原子被取代基取 

代之基等的具有或無取代基之碳原子數1至50之氧伸烷 

基；具有或無取代基之亞胺基；具有或無取代基之伸矽基； 

具有或無取代基之伸乙烯基(ethenylene)；伸乙烘基；具 

有或無取代基之甲烷三基；以及，氧原子、氮原子、硫原 

子等雜原子，與Ar°結合。

Α”可具有 疋及“°以外的取代基。作為該取代基，可 

列舉關於前述Qi的說明中舉例之取代基。取代基存在複數 

個之情況，該些可為相同，亦可為相異。

作為AT具有之疋及科以外的取代基，從原料單體的 

合成容易度之觀點，較理想為烷基、烷氧基、芳香基、芳 

香氧基、幾基及取代镀基。

式(20)中，n8表示1以上的整數。n8較理想為1至4 

的整數，更理想為1至3的整數。

式(20)中，n9表示1以上的整數。n9較理想為1至4
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的整數，更理想為1至3的整數。

式（20）中，作為Ar"所示的（2+n8+n9）價芳香族基，例 

如（2+n8+n9）價的芳香族煙基及（2+n8+n9）價的芳香族雜環 

基，以只有碳原子所構成的（2+n8+n9）價芳香族基或碳原子 

與選自氫原子、氮原子及氧原子所成群的1個以上的原子 

所構成之（2+n8+n9）價芳香族基較理想。作為該（2+n8+n9） 

價芳香族基，例如從苯環、毗口定環、1,2-二嗪（diazine） 

環、1, 3-二嗪環、1, 4-二嗪環、咲喃環、毗咯環、毗口坐環 

• （pyrazole）及咪哇環等單環式芳香環，除去（2+n8+n9）個氫 

原子之（2+n8+n9）價基；從選自該單環式芳香環所成群中2 

個以上的環縮合之縮合多環式芳香環，除去（2+n8+n9）個氫 

原子之（2+η8+η9）價基；從選自該單環式芳香環及該縮合多 

環式芳香環所成群中2個以上的芳香環，以單鍵、伸乙烯 

基或伸乙烘基連結所成的芳香環集合，除去（2+η8+η9）個氫 

原子之（2+η8+η9）價基；從該縮合多環式芳香環或該芳香環 

. 集合相鄰的2個芳香環以伸甲基、伸乙基及炭基等2價基 

橋接之有橋多環式芳香環，除去（2+η8+η9）個氫原子之 

（2+n8+n9）價基。

作為單環式芳香環，可列舉關於式（13）所示的構造單 

元之說明中舉例的式1至5、式7至10所示的環。

作為縮合多環式芳香環，可列舉關於式（13）所示的構 

造單元之說明中舉例的式13至27所示的環。

作為芳香環集合，可列舉關於式（13）所示的構造單元 

之說明中舉例的式28至36所示的環。
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作為有橋多環式芳香環，可列舉關於式（13）所示的構 

造單元之說明中舉例的式37至44所示的環。

作為（2+n8+n9）價的芳香族基，從原料單體的合成容易 

度之觀點，較理想為從式1至5、7至10、13、14、26至 

29、37至39或41所示的環，除去（2+η8+η9）個氫原子之 

基，更理想為從式1至6、8、14、27、28、38或42所示 

的環，除去（2+η8+η9）個氫原子之基，更加理想為從式1、 

37或41所示的環，除去（2+η8+η9）個氫原子之基。

式（21）中，曾表示單鍵或（l+m7）價有機基，較理想為 

（1+Π17）價有機基。

式（21）中，作為RU所示之（l+m7）價有機基，例如可列 

舉從選自甲基、乙基、丙基、異丙基、丁基、異丁基、第 

2 丁基、第3 丁基、戊基、己基、環己基、庚基、辛基、 

壬基、癸基、月桂基及該些基的至少1個氫原子被取代基 

取代之基等的具有或無取代基之碳原子數1至20之烷基， 

除去m7個氫原子之基；從選自苯基、1-蔡基、2-蔡基、1- 

葱基、2-葱基、9-葱基及該些基中至少1個氫原子被取代 

基取代之基等的具有或無取代基之碳原子數6至30的芳香 

基，除去m7個氫原子之基；從選自甲氧基、乙氧基、丙氧 

基、丁氧基、戊氧基、己氧基、壬氧基、十二烷氧基、環 

丙氧基、環丁氧基、環戊氧基、環己氧基、環壬氧基、環 

十二烷氧基、降冰片氧基、金剛烷氧基及該些基的至少1 

個氫原子被取代基取代之基等的具有或無取代基之碳原子 

數1至50之烷氧基，除去m7個氫原子之基；從包含碳原 
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子之具有取代基的胺基，除去m7個氫原子之基；以及，從 

包含碳原子之具有取代基的矽基5除去Π17個氫原子之基。 

作為R"所示之(l+m7)價有機基，從原料單體的合成容易度 

之觀點，較理想為從烷基除去m7個氫原子之基、從芳香基 

除去m7個氫原子之基及從烷氧基除去m7個氫原子之基。

作為前述取代基，可列舉關於前述Q】的說明中舉例之 

取代基。取代基存在複數個之情況，該些可為相同，亦可 

為相異。

式(21)中，m7表示1以上的整數。但R"為單鍵時m7 

表示1。

式(22)中，Η?表示單鍵或(l+m8)價有機基，較理想為 

(1+Π18)價有機基。

式(22)中，作為严所示之(l+m8)價有機基，例如可列 

舉從選自甲基、乙基、丙基、異丙基、丁基、異丁基、第 

2 丁基、第3 丁基、戊基、己基、環己基、庚基、辛基、 

壬基、癸基、月桂基及該些基的至少1個氫原子被取代基 

取代之基等的具有或無取代基之碳原子數1至20之烷基， 

除去m8個氫原子之基；從選自苯基、1-荼基、2-蔡基、1- 

葱基、2-葱基、9-葱基及該些基的至少1個氫原子被取代 

基取代之基等的具有或無取代基之碳原子數6至30的芳香 

基5除去皿8個氫原子之基；從選自甲氧基、乙氧基、丙氧 

基、丁氧基、戊氧基、己氧基、壬氧基、十二烷氧基、環 

丙氧基、環丁氧基、環戊氧基、環己氧基、環壬氧基、環 

十二烷氧基、降冰片氧基、金剛烷氧基及該些基的至少1 
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個氫原子被取代基取代之基等的具有或無取代基之碳原子 

數1至50之烷氧基，除去m8個氫原子之基；從包含碳原 

子之具有取代基的胺基，除去m8個氫原子之基；以及，從 

包含碳原子之具有取代基的矽基，除去Π18個氫原子之基。 

作為呼所示之（l+m8）價有機基，從原料單體的合成容易度 

之觀點，較理想為從烷基除去m8個氫原子之基、從芳香基 

除去m8個氫原子之基及從烷氧基除去m8個氫原子之基。

作為前述取代基，可列舉關於前述Qi的說明中舉例之 

• 取代基。取代基存在複數個之情況，該些可為相同，亦可 

為相異。

式（22）中，m8表示1以上的整數。但严為單鍵時m8 

表示1。

・式（13）所示的構造單元之例

作為式（13）所示的構造單元，從所得的離子性聚合物

之電子傳輸性的觀點，較理想為式（23）所示的構造單元及

式（24）所示的構造單元，更理想為式（24）所示的構造單元。

So3)n3-Y3 }m10
(23)

（式（23）中，賞表示（l+m9+ml0）價有機基，叩表示1價有 

機基。Q】、Q3、Y】、Μ】、Ζ】、Y— nl、al、bl及n3係如前述。 

m9及mlO分別獨立表示1以上的整數。Q】、Q?、Y】、Μ】、Z】、 

Y3 'ill ' al ' bl及n3分別為複數個的情況，可為相同，亦
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可為相異。)

式(23)中，作為旷所示之(l+m9+ml0)價有機基，例如 

可列舉從選自甲基、乙基、丙基、異丙基、丁基、異丁基、 

第2丁基、第3丁基、戊基、己基、環己基、庚基、辛基、 

壬基、癸基、月桂基及該些基的至少1個氫原子被取代基 

取代之基等的具有或無取代基之碳原子數1至20之烷基， 

除去(m9+ml0)個氫原子之基；從選自苯基、1-棊基、2-# 

基、1-蔥基、2-葱基、9-葱基及該些基的至少1個氫原子 

• 被取代基取代之基等的具有或無取代基之碳原子數6至30 

的芳香基，除去(m9+ml0)個氫原子之基；從選自甲氧基、 

乙氧基、丙氧基、丁氧基、戊氧基、己氧基、壬氧基、十 

二烷氧基、環丙氧基、環丁氧基、環戊氧基、環己氧基、 

環壬氧基、環十二烷氧基、降冰片氧基、金剛烷氧基及該 

些基的至少1個氫原子被取代基取代之基等的具有或無取 

代基之碳原子數1至50之烷氧基，除去59+mlO)個氫原子 

. 之基；從包含碳原子之具有取代基的胺基，除去(m9+ml0) 

個氫原子之基；以及，從包含碳原子之具有取代基的矽基， 

除去(m9+ml0)個氫原子之基。作為 旷所示之(l+m9+ml0)價 

有機基，從原料單體的合成容易度之觀點，較理想為從烷 

基除去5 9+mlO)個氫原子之基、從芳香基除去5 9+mlO)個 

氫原子之基及從烷氧基除去(m9+ml0)個氫原子之基。

式(23)中，作為旷所示1價有機基，例如可列舉從選 

自甲基、乙基、丙基、異丙基、丁基、異丁基、第2 丁基、 

第3 丁基、戊基、己基、環己基、庚基、辛基、壬基、癸
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基、月桂基及該些基的至少ϊ個氫原子被取代基取代之基 

等的具有或無取代基之碳原子數1至20之烷基，除去1個 

氫原子之基；從選自苯基、1-棊基、2-蔡基、1-葱基、2- 

葱基、9-葱基及該些基的至少1個氫原子被取代基取代之 

基等的具有或無取代基之碳原子數6至30的芳香基，除去 

1個氫原子之基；從選自甲氧基、乙氧基、丙氧基、丁氧 

基、戊氧基、己氧基、壬氧基、十二烷氧基、環丙氧基、 

環丁氧基、環戊氧基、環己氧基、環壬氧基、環十二烷氧 

• 基、降冰片氧基、金剛烷氧基及該些基的至少1個氫原子

被取代基取代之基等的具有或無取代基之碳原子數1至50 

之烷氧基，除去1個氫原子之基；從包含碳原子之具有取 

代基的胺基，除去1個氫原子之基；以及，從包含碳原子 

之具有取代基的矽基，除去1個氫原子之基。作為 2所示 

1價有機基，從原料單體的合成容易度之觀點，較理想為 

從烷基除去1個氫原子之基、從芳香基除去1個氫原子之 

基及從烷氧基除去1個氫原子之基。

作為式（23）所示的構造單元，可列舉以下的構造單元。
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Μ = Li, Na. K, Cs, N(CH3)4

M = Li. Na. K. Cs, N(CH3)4

M = Li, Na, K. Cs. N(CH3)4

M = Li, Na, K, Cs, N(CH3)4

M = Li, Na, K, Cs, N(CH3)4

M = Li, Na, K, Cs, N(CH3)4

M = Li, Na, K, Cs, N(CH3)4

OOM+

(CH2CH2O)3CH3

M = Li, Na, K, Cs, N(CH3)4
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{②治砒肿心治匚盜:丿心治丫砒山讪扁 (24) 

ί 丫乜%贮 SQ3)n3-Y3 }m12

(式(24)中，賞表示(l+mll+ml2)價有機基。Q1' Q3 Ύ1 > M1、 

Z1 > Y3 > nl ' al ' bl及n3係如前述。ml 1及ml2分別獨立 

表示1以上的整數。R13、ml 1、ml2、Q】、Q3、Y】、Μ'、Z'、 

Y?、nl、al、bl及n3分別為複數個的情況，可為相同，亦

• 可為相異。)

式(24)中，作為賞所示之(l+mll+ml2)價有機基，例 

如可列舉從選自甲基、乙基、丙基、異丙基、丁基、異丁 

基、第2 丁基、第3 丁基、戊基、己基、環己基、庚基、 

辛基、壬基、癸基、月桂基及該些基的至少1個氫原子被 

取代基取代之基等的具有或無取代基之碳原子數1至20之 

烷基，除去5ll+ml2)個氫原子之基；從選自苯基、1-蔡基、 

2-棊基、1-蔥基、2-蔥基、9-蔥基及該些基的至少1個氫
• 原子被取代基取代之基等的具有或無取代基之碳原子數6 

至30的芳香基，除去(mll+ml2)個氫原子之基；從選自甲 

氧基、乙氧基、丙氧基、丁氧基、戊氧基、己氧基、壬氧 

基、十二烷氧基、環丙氧基、環丁氧基、環戊氧基、環己 

氧基、環壬氧基、環十二烷氧基、降冰片氧基、金剛烷氧 

基及該些基的至少1個氫原子被取代基取代之基等的具有 

或無取代基之碳原子數1至50之烷氧基，除去(mll+ml2) 

個氫原子之基；從包含碳原子之具有取代基的胺基，除去
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(mll+ml2)個氫原子之基；以及，從包含碳原子之具有取代 

基的矽基，除去(mll+ml2)個氫原子之基。作為时彳所示之 

(l+mll+ml2)價有機基，從原料單體的合成容易度之觀點 ， 

較理想為從烷基除去(mll+ml2)個氫原子之基、從芳香基除 

去51 l+ml2)個氫原子之基及從烷氧基除去51 l+ml2)個 氫 

原子之基。

作為式(24)所示的構造單元，可列舉以下的構造單元。
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+MOOC

H3C(OH2CH2C)2

OO1VI*

(CH2CH2O)2CH3 H3C(OH2CH2C)3

+MOOC C001VI*

(CH2CHQ3CH3

M = U, Na. K, Cs, N(CH3)4 M = Li. Na, K, Cs, N(CH3)4

H3C(OH2CH2C)4

MOOC COOM

(CH2CH2O)4CH3 H3C(OH2CH2C)s

MOOC COO-M

(CH2CH2O)5CH3

M = Ut Na. K, Cs, N(CH3)4 M = Li, Na, K, Cs» N(CH3)4

*MOOC

H3C(OH2CH2C)6

COO'M

(CH2CH2O)6CH3 H3C(OH2CH2C)7

MOOC COO'M

(ch2ch2o)7ch3
M = U, Na. K. Cs, N(CH3)4 M = LI, Na. K, Cs. N(CH3)4

H3C(OH2CH2C)2O

*MOO

O(CH2CH2O)2CH3

OOM

M = Li, Na. K. Cs, N(CH3»

M = Li, Na, K, Cs, N(CH3)4
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M = U( Na. K. Cs. N(CH3)4

MRS

H3C(OH2CH2C)3

so3-m+

(CH2CH2OhCH3

M = Li, Na, K, Cs, N(CH3)4

+mo3s

H3C(OH2CH2C)4O

SO3M

(CH2CH2O)4CH3 H3C(OH2CH2C)5

+mo3s so3*m+
(CH2CH2CO5CH3

M = Li, Na. K. Cs, N(CH3)4 M = Li, Na, K, Cs, N(CH3)4

h3c(oh2ch2c)6
*mo3s

(CH2CH2O)6CH3

M = LI, Na. K, Cs. N(CH3)4M = U, Na, K. Cs. N(CH3)4

H3C(OH2CH2C)2O O(CH2CH2O)2CH3

o3-m+

M = Li, Na, K, Cs, N{CH3)4M = U, Na, K. Cs, N(CH3)4

HsCQHqCHzC»。严西w0(CH2CH2O)4CH3

*mo3

H3C(OH2CH2C)5O o(ch2ch2o)5ch3

03-m*

M = Li, Na, K. Cs, N(CH3)4 M = Li, Na, K, Cs, N(CH3)4

MO3S

HaCfOHaCH^feO 0(CH2CH20)6CH3

o3-m*

H3C(OH2CH2C)7O

MO3

o(ch2ch2o)7ch3

o3-m*

M = Li, Na, K, Cs, N(CH3)4 M = Li, Na, K, Cs, N(CH3)4
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H3CH2COOC 
+MOOCH2C

COOCH2CH3
CH2COO-M+

H3CH2COOC 

+mooc(h2c)2

OOCH2CH3 

(ch2)2coo-m+

Μ = Li, Na, K, Cs, N(CH3)4 M = Li, Na, K, Cs, N(CH3)4

H3CHzCOOC 

*MOOC(H2C)3

OOCH2CH3 

(CH2)3COO-M*

H3CH2COOC 

*MOOC(H2C)4O

OOCH2CH3 

(ch2)4coo-m*

M = Li, Na, K, Cs, N(CH3)4 M = Li, Na, K, Cs, N(CH3)4

H3CH2COOC 

*MOOC(H2C)5

OOCH2CH3 

(CH2)5COOM+

H3CH2COOC 

+M-OOC(H2C)60

OOCH2CH3 

(cH2)6coo-ivr

M = Li, Na, K, Cs, N(CH3)4 M = Li, Na, K, Cs, N(CH3)4

)
H3CH2COOC
4MO3SH2C

ooch2ch3
CH2SO3M+

H3CH2COOC

+M-O3S(H2C)2

COOCH2CH3 

(CH2)2SO3-M+

M = Li, Na, K, Cs, N(CH3)4 M = Li, Na, K, Cs, N(CH3)4

• -OO-
HaCHaCOOC^VVYCOOCHaCHa

M = Li, Na, K, Cs, N(CH3)4

H3CH2COOC 

+m-o3s(h2c)4

COOCH2CH3 

(CH2)4SO3-M+

M = Li, Na, K, Cs, N(CH3)4

H3CH2COOC

*ΜΌ38(Η2Ο)5

VCOOCH2CH3

(ch2)5so3-ivi+

H3CH2COOC 

+MO3S(H2C)6O

C00CHzCH3

(CH2)6SO3-M

M = Li, Na, K, Cs, N(CH3)4 M = Li, Na, K, Cs, N(CH3)4
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+MOOC

H3C(OH2CH2C)2O

HaCiOHaCHaCbO

COO-M* 
(CH2CH2O)2CH3 

(CH2CH2O)2CH3

*MOOC
H3C(OH2CH2C)3O

H3C(OH2CH2C)3

)-

COO1VI* 
O(CH2CH2O)3CH3 

(ch2ch2o)3ch3
Μ = LI, Na, K, Cs. N(CH3)4 M = Li, Na, K. Cs, N(CH3)4

*MOOC
H3C(OH2CH2C)4O

H3C(OH2CH2C)4O

COO'M* 
O(CH2CH2O)4CH3 

(CH2CH2O)4CH3

*MOOC
H3C(OH2CH2C)5O

H3C(OH2CH2C)5O

OO'M* 
(CH2CH2O)5CH3 

(CH2CH2O)5CH3

M = Li, Na. K. Cs, N(CH3)4 M = U. Na. K. Cs. N(CH3)4

*MOOC
H3C(OH2CH2C)6O

H3C(OH2CH2C)6

COO-M* 
(CH2CH2O)eCH3 

(CH2CH2O)6CH3

ivrooc
H3C(OH2CH2C)tO
H3C(OH2CH2C)7

COO-M* 
O(CH2CH2O)7CH3

O(CK2CH2O>7CH3

M = Li, Na. K, Cs, N(CH3)4 M = U( Na, K, Cs, N(CH3)4

h3ch2cooc
+MO3S(H2C)3

COOCHaCHa 

(CH2)3SO3-M+

H3CH2COOC

MO3SC6H4

COOCH2CH3

OCeHUSCVM

M = Li, Na. K, Cs, N(CH3)4 M = Li, Na, K, Cs. N(CH3)4

H3CH2COOC

+MOOC(HzC)30
OOCH2CH3 

(CHzhCOCnvT

H3CH2COOC 

+MOOCC6H4O

OOCH2CH3

C6H4COO-M'

M = Lt. Na. K. Cs, N(CH3)4 M = Li, Na, K. Cs. N(CH3)4

式（13）所示的構造單元'從所得的離子性聚合物之耐

久性的觀點，較理想為式（25）所示的構造單元。

m14

m13

m15

(25)

（式（25）中，賞表示（l+ml3+ml4）價有機基。Q】、Q?、Y】＞ M1、
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Z1、Υ3、nl、al、bl 及 η3 係如前述。ml3、ml4 及 ml5 分別 

獨立表示1以上的整數。R15 ' ml3、ml4、Q】、Q?、Υ】、Μ】、 

Ζ1 Ύ3' nl ' al ' bl及n3分別為複數個的情況，可為相同， 

亦可為相異。)

式(25)中，作為曾所示之(l+ml3+ml4)價有機基，例 

如可列舉從選自甲基、乙基、丙基、異丙基、丁基、異丁 

基、第2 丁基、第3 丁基、戊基、己基、環己基、庚基、 

辛基、壬基、癸基、月桂基及該些基的至少1個氫原子被 

• 取代基取代之基等的具有或無取代基之碳原子數1至20之

烷基，除去(ml3+ml4)個氫原子之基；從選自苯基、1-蔡基、 

2-荼基、1-蔥基、2-蔥基、9-葱基及該些基的至少1個氫 

原子被取代基取代之基等的具有或無取代基之碳原子數6 

至30的芳香基，除去(ml3+ml4)個氫原子之基；從選自甲 

氧基、乙氧基、丙氧基、丁氧基、戊氧基、己氧基、壬氧 

基、十二烷氧基、環丙氧基、環丁氧基、環戊氧基、環己 

. 氧基、環壬氧基、環十二烷氧基、降冰片氧基、金剛烷氧 

基及該些基的至少1個氫原子被取代基取代之基等的具有 

或無取代基之碳原子數1至50之烷氧基，除去513+ml4) 

個氫原子之基；從包含碳原子之具有取代基的胺基，除去 

(ml3+ml4)個氫原子之基；以及，從包含碳原子之具有取代 

基的矽基，除去(ml3+ml4)個氫原子之基。作為 W所示之 

(1+ml3+ml4)價有機基5從原料單體的合成容易度之觀點， 

較理想為從烷基除去(ml3+ml4)個氫原子之基、從芳香基除 

去(ml3+ml4)個氫原子之基及從烷氧基除去(ml3+ml4)個氫
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原子之基。

作為式（25）所示的構造單元，可列舉以下的構造單元。

M = Li. Na. K. Cs, NMe4 M = U. Na. K, Cs, NMe4 M =Li, Na, K, Cs, NMe4

式（15）所示的構造單元之例

作為式（15）所示的構造單元，從所得的離子性聚合物 

之電子傳輸性的觀點，較理想為式（26）所示的構造單元及 

式（27）所示的構造單元，更理想為式（27）所示的構造單元。
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(式(26)中，呼表示(l+ml6+ml7)價有機基，L表示1價有 

機基。Q2、Q3、Υ?、Μ'、Ζ'、Υ?、n2、a2、b2 及 n3 係如前述。 

ml6及ml7分別獨立表示1以上的整數。Q?、Q?、Y?、M?、 

Ζ2 Ύ3' n2 > a2 ' b2及n3分別為複數個的情況，可為相同， 

•亦可為相異。)

式(26)中，作為叩所示之(l+ml6+ml7)價有機基，例 

如可列舉從選自甲基、乙基、丙基、異丙基、丁基、異丁 

基、第2 丁基、第3 丁基、戊基、己基、環己基、庚基、 

辛基、壬基、癸基、月桂基及該些基的至少1個氫原子被 

取代基取代之基等的具有或無取代基之碳原子數1至20之 

烷基，除去(ml6+ml7)個氫原子之基；從選自苯基、1-蔡基、 

. 2-棊基、1-葱基、2-蔥基、9-蔥基及該些基的至少1個氫

原子被取代基取代之基等的具有或無取代基之碳原子數6 

至30的芳香基，除去(ml6+ml7)個氫原子之基；從選自甲 

氧基、乙氧基、丙氧基、丁氧基、戊氧基、己氧基、壬氧 

基、十二烷氧基、環丙氧基、環丁氧基、環戊氧基、環己 

氧基、環壬氧基、環十二烷氧基、降冰片氧基、金剛烷氧 

基及該些基的至少1個氫原子被取代基取代之基等的具有 

或無取代基之碳原子數1至50之烷氧基，除去516+ml7) 

個氫原子之基；從包含碳原子之具有取代基的胺基，除去

102 323545



201228842

(ml6+ml7)個氫原子之基；以及，從包含碳原子之具有取代 

基的矽基，除去(ml6+ml7)個氫原子之基。作為所示之 

(1+ ml6+ml7)價有機基，從原料單體的合成容易度之觀 

點，較理想為從烷基除去(ml6+inl7)個氫原子之基、從芳香 

基除去(ml6+ml7)個氫原子之基及從烷氧基除去(ml6+ml7) 

個氫原子之基。

式(26)中，作為R"所示1價有機基，例如可列舉從選 

自甲基、乙基、丙基、異丙基、丁基、異丁基、第2 丁基、 

• 第3 丁基、戊基、己基、環己基、庚基、辛基、壬基、癸 

基、月桂基及該些基的至少1個氫原子被取代基取代之基 

等的具有或無取代基之碳原子數1至20之烷基，除去1個 

氫原子之基；從選自苯基、1-荼基、2-棊基、1-葱基、2- 

蔥基、9-蔥基及該些基的至少1個氫原子被取代基取代之 

基等的具有或無取代基之碳原子數6至30的芳香基，除去 

1個氫原子之基；從選自甲氧基、乙氧基、丙氧基、丁氧 

. 基、戊氧基、己氧基、壬氧基、十二烷氧基、環丙氧基、

環丁氧基、環戊氧基、環己氧基、環壬氧基、環十二烷氧 

基、降冰片氧基、金剛烷氧基及該些基的至少1個氫原子 

被取代基取代之基等的具有或無取代基之碳原子數1至50 

之烷氧基，除去1個氫原子之基；從包含碳原子之具有取 

代基的胺基，除去1個氫原子之基；以及，從包含碳原子 

之具有取代基的矽基，除去1個氫原子之基。作為R”所示 

1價有機基，從原料單體的合成容易度之觀點，較理想為 

從烷基除去1個氫原子之基、從芳香基除去1個氫原子之
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基及從烷氧基除去1個氫原子之基。

作為式（26）所示的構造單元，可列舉以下的構造單元。

{N(CH3)2CH2CH3}*X' 

(CH2CH2O)3CH3
Ν(ΟΗ3)2θΗ2θΗ3Γχ·

(CHaCHaOhCHa

X = F, ci. Br, I» BPh4. CF3SQ, CH3COO X = F. Cl. Br, I, BPh4, CF3SO3. CH3COO

N(CH3hCH2CH3}*X· 

(CH2CH2O)3CH3

(CH3hCH2CH3}*X· 

(CH2CH25CH3

X=F. Q. Br( I, BPh4. CF3SO3, CH3COO X = F, Cl. Br, I, BPh4. CF3SO3. CH3COO

N(CH3hCH2CH3rx· 

(CH2CH26CH3

X=F, Q. Br, L BPh4. CF3SO3, CH3COO X = F. Cl. Br, I, 0Ph4. CF3SO3. CH3COO

H5C (CH3)2CH2CH3}+X·

(CH2CH2O)3CH3

X = F. a. Br. h BPM CF3SO3, CH3COO

N(CH3)2CH2CH3}+X·

(CH2CH2O)3CH3

X= F. Cl. Br, I, BPh4, CF3SO3, CH3COO X=Ff Cl. Br, l( BPg, CF3SO3, CH3COO

H17C8O {N(CH3hCH2CH3}+X· 

(CH2CH2O)3CH3

H21C10 {N(CH3)2CH2CH3}*X·

(CH2CH2O)3CH3

X=F. Cl. Br.l, BPh4, CF3SO3, CH3COO X=R Cl. Br. I, BPh4, CF3SO3, CH3COO
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{(Ζ%(Μ2血丫2-(Q%2卜需电扁际护砒加血打侗(27)
(Υ3(6必 7 S^na-Y3 } m1?

(式(27)中，¥表示(l+ml6+ml7)價有機基 ° Q2' Q3 Ύ2 > Μ2 ' 

Z?、Y?、n2、a2、b2及n3係如前述。ml6及ml7分別獨立 

表示 1 以上的整數。R16、ml6、ml7 ' Q2 > Q3 > Y2 ' Μ2 ' Z2 ' 

Y?、η2、a2、b2及n3分別為複數個的情況，可為相同，亦 

• 可為相異。)

式(27)中，作為 賞所示之(l+ml6+ml7)價有機基，例 

如可列舉從選自甲基、乙基、丙基、異丙基、丁基、異丁 

基、第2 丁基、第3 丁基、戊基、己基、環己基、庚基、 

辛基、壬基、癸基、月桂基及該些基的至少1個氫原子被 

取代基取代之基等的具有或無取代基之碳原子數1至20之 

烷基，除去(ml6+ml7)個氫原子之基；從選自苯基、1-蔡基、 

2-蔡基、1-蔥基、2-蔥基、9-蔥基及該些基的至少1個氫 

■ 原子被取代基取代之基等的具有或無取代基之碳原子數6

至30的芳香基，除去(ml6+ml7)個氫原子之基；從選自甲 

氧基、乙氧基、丙氧基、丁氧基、戊氧基、己氧基、壬氧 

基、十二烷氧基、環丙氧基、環丁氧基、環戊氧基、環己 

氧基、環壬氧基、環十二烷氧基、降冰片氧基、金剛烷氧 

基及該些基的至少1個氫原子被取代基取代之基等的具有 

或無取代基之碳原子數1至50之烷氧基，除去(ml6+ml7) 

個氫原子之基；從包含碳原子之具有取代基的胺基，除去
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(ml6+ml7)個氫原子之基；以及，從包含碳原子之具有取代 

基的矽基，除去(ml6+ml7)個氫原子之基。作為所示之 

(1+ ml6+ml7)價有機基，從原料單體的合成容易度之觀 

點，較理想為從烷基除去(ml6+ml7)個氫原子之基、從芳香 

基除去(ml6+ml7)個氫原子之基及從烷氧基除去(m 16+ml7) 

個氫原子之基。

作為式(27)所示的構造單元，可列舉以下的構造單元。

X*{H3CH2C(H3C)2N

H3C(OH2CK2C)2 (CH2CH2O)2CH3
X = F. Cl. Br. I. BPh4> CF3SO3

WCHskCHzCHaTX…XpHsCeqHsCbN NiCHsJzCHzCHarX·

H3C(OH2CH2C)3 (ch2ch2o)3ch3
X = F, Cl, Br( I. BPh4. CF3SO3

■X*(H3CH2C(H3C)2N N(CH3)2CH2CH3}*X-

H3C(OH2CH3C)4 (CHaCH^CHa
X = r Cl. Br. I. BPh4i CF3S6

-X*{(H3CH2C)2N N(CH3)2CH2CHapX·

H3C(OH2CH2C)5 (CH2CH2O)5CH3
X = F. Cl, Br, I, BPh4, CF3SO3

N(CH3)2CH2CH3FX- ■X±{H3CH2C(H3C)2NX*{H3CH2C(H3C)2N

H3C(OH2CH2C)5 (CH2CH2O)6CH3
X=F,CI> Br. I, BPh41 CF3SO3

N(CH3)2CH2CH3}*X·

H3C(0K2CH2C}7O (ch2ch2o)7ch3
X = F,Ck Br, I, BPh4, CF3S6

H3C(OH2CH2C)2O (ch2ch2o)2ch3
-)C{H3CH2C(H3ChN} {N(CH3)2CH2CH3}*X-

X = F.CI, Br. I. BPh4, CF3SO3

H3C(OH2CH2C)3O

X*{H3CH2C(H3C)2N}
X = F, Cl. Br, I. BPh4. CF3SO3

(CH2CH2O)3CH3 

{N(CH3)2CH2CH3rX·

H3C{OH2CH2C)4

X+{H3CH2C(H3C)2N}

X=F. Cl, Br, I, BPh4> CF3S6

(CH2CH2O)4CH3 

{NtCHahCHaCHarx-

O(CH2CH20)sCH3
{N(CH3}2CH2CH3rx·

k3c(oh2ch2c)5
X^HaCHzCtHaChN}

X=F,CI, Br, I, BPh如 CF3SO3

HaCtOHpCH^CieO

X*{H3CH2C(H3C)2N}

CKCHzCHQkCHs 

{N(CH3)2CH2CK3}*X

H3C(OH2CH2C)7O

X+{H3CH2C(H3C)2N}

O(CH2CH2O)7CH3 

{N(CH3hCH2CH3rx-

X = F(CI. Βγ,Ι,ΒΡ^ CF3SO3 X = F. CI.Br, l,BPh4l CF3SO3
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H3CH2COO

-^{(HaCJzHNJiHaC

2CH3

CHg 於

OOCHjCHj

H2{NH(CH3)2}*X·

h3ch2cooc

小2)0切

X=F.Q,Br. I. BPN, CFqSO» CHjCOO X = F.a, Br.l, 0Ph4. CF3SO3. CH3COO

HsCHsCOO

•XpHgCbHNXHzC

CHzCHa

(CHjhJNHQWarX·

HjCHa

CH2)4{NH(CH3)2}*X

HjCHaCOOC

乂{(HjCbHNKHjC»

X«F,a. Br. I, BPh<. CF3SO3. CH3COO X»F,Cl.Br.l.BPh. CF3SO3.CHJCOO

HaCHzCOOC

•X^HaChHNHHzCh (CHjJsiNHiCHah)*^

X = F. Cl. Or, I. BPtu. CF3SO3, CH3COO

-X^HaCHaCiHaCfeNJHiCO

H3CHaCOOC OOCHaCHa

CH2{N(CH3)2CHaCH3}*X·

HsCHzCOO

MeQzHNKfCk

OOCHjCHa

(CHaWNHiCHahDC

X=F,a, Br. I. BRu. CFjSOj. CHjCOO

2200

■^{HaCHaCObCfeNXHzC

OCH2CH3

UH/MCHahCHjCHspe

X-F. a.Br, I, BPh4, CFaSOa, CH38O X=F.Cl. Br l・BPMCF3SO3. CHgCOO

H3CH2COOC

OW^HzqHQgNXHgC

OOCH2CH3 HsCHsCOOC

-X^iHsCHaCCHaCfeNKHaC^

CH2CH3

CHa^fNCCHaJjCHaCHs}*^

X=F.a. βΓ. I.日Pg CFsSOa. CH3COO X=F. Cl. Br. I, BPh<,CF3SO3. CH3COO

h3ch2cooc COOCH2CH3

(CHz^NiCHaJjCHzCH^X·

H3CH2COO

■X^HaCHaCXHaChNXHjC

OCH2CH3

(CHjieJNtCHsJaCHzCHs)^

X = F, a. Br, I BPh<. CF3SS CHGCOO X « F. a, Br, I, BPh^ CFaSOa，CH3COO
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X=F. Cl. BrJ. BPt”. CF3SO3, CH3COO X=F, Cl. Br. I. BHg CFjSg CHaCOO

■^{HaCHzCiHsCJaNXHjCh

COOCH3

(CHzhfNtOiafeCH^^X-

H3COOC

eHWNCCHsbCHzCHa)*^

X = F, Ο. Br.l, BPh4, CFg. CH3COO X = F, Cl. Br. I, BPh4, CF3SO3, CH3COO

H3CH2COOC

^{{HaChHNRHzCh

OOCH2CH3

(CHahfNHiCHafe}^-

X = F, a, Br,l, BPh4, CF3SO3» CHaCOO

HaCHjCOOC QizCHg

VfHaCHaqHaCfeNXHjC

X = F. Cl, Br.l. BPg CF3SO3, CH3COO

MsCHzCOOC □OCH2CH3

X = F. a. Br, I, BPtu. CFjSOj, CH3COO

X^CHaCCHaChNJCeH^

h3ch2c □OCHtCH?

X = F, Q. Br. I. BPh<. CF^SO3t CH38O

式（15）所示的構造單元，從所得的離子性聚合物之耐 

久性的觀點，較理想為式（28）所示的構造單元。

（（Q2）n2-Y2 （M2）a2（Z2）b2｝m偲

A｛（q计｝ml9

m20

(28)

（式（28）中，旷 表示（l+ml8+ml9）價有機基。Q?、Q?、Y?、M?、 

Zz' Y3、n2、a2、b2 及 n3 係如前述。ml8、ml9 及 m20 分別 

獨立表示1以上的整數。R18、ml8、ml9、Q?、Q?、Y?、、 

Z?、Y?、n2、a2、b2及n3分別為複數個的情況，可為相同，

亦可為相異。）
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式(28)中，作為賞所示之(1+ ml8+ml9)價有機基，例 

如可列舉從選自甲基、乙基、丙基、異丙基、丁基、異丁 

基、第2 丁基、第3 丁基、戊基、己基、環己基、庚基、 

辛基、壬基、癸基、月桂基及該些基的至少1個氫原子被 

取代基取代之基等的具有或無取代基之碳原子數1至20之 

烷基，除去(ml8+ml9)個氫原子之基；從選自苯基、1-蔡基、 

2-荼基、1-葱基、2-蔥基、9-蔥基及該些基的至少1個氫 

原子被取代基取代之基等的具有或無取代基之碳原子數6 
• 至30的芳香基，除去(ml8+ml9)個氫原子之基；從選自甲 

氧基、乙氧基、丙氧基、丁氧基、戊氧基、己氧基、壬氧 

基、十二烷氧基、環丙氧基、環丁氧基、環戊氧基、環己 

氧基、環壬氧基、環十二烷氧基、降冰片氧基、金剛烷氧 

基及該些基的至少1個氫原子被取代基取代之基等的具有 

或無取代基之碳原子數1至50之烷氧基，除去(ml8+ml9) 

個氫原子之基；從包含碳原子之具有取代基的胺基，除去 

. (ml8+ml9)個氫原子之基；以及，從包含碳原子之具有取代

基的矽基，除去(ml8+ml9)個氫原子之基。作為 W 所示之 

(1+ ml8+ml9)價有機基，從原料單體的合成容易度之觀 

點，較理想為從烷基除去518+ml9)個氫原子之基、從芳香 

基除去(ml8+ml9)個氫原子之基及從烷氧基除去(ml8+ml9) 

個氫原子之基。

作為式(28)所示的構造單元，可列舉以下的構造單元。
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■X^CHjCJaHN} CHjCHjOhCHjCHjCHaOhCHa

X = F, Cl. Br. I, BPh<・ CFsSQj. CHgCOO X = F.O. Br. 1, BPh4. C^SOj. CHgCOO X = F.a, Br.l. BPh4, CFjSQ, CH3COO

PiCH2CH2O)5CM3 ■x*«h3c (CHaCHjOJflCHa PiCHjCHQhCHa

X = F, Cl, Br, I. BRg CF3S5 CHGCOO X^F.a, Brtlt BPh4, CF3SOJ. CH3COO X = F. a, Br, lt BPh41 CFsSOa, CH38O

•x-{h3ch2c(h3c)2n) CHaCHzOfeCHs •XW^CifCkN} HjCHzOhCHa -rfHaCHaCCHoCJaN (C^CHjOhCHs

X=F, Cl, Br, I, BPh. CF3SO3, CHGCOO X=F, Cl, Br, I, BPh|, CF3SO3, ch3coo X = F. a. Br.l, BPttf, CF3SO3. CH3COO

(CHzCHjOfeC^ PlCHzCHzOJBCHa ■X^fH^CHjCtHaChNK piCHjCHaOhCHj

X = F. Cl, Br, I. BPtu. CF3SO3. CH3COO X = F. Cl. Br,!. BPh*. CF3SO3. CH3COO X = F. a. Br. I. BPtu. CF3SO3, CH3COO

tCHzCHjOJjCHa

■^{(HaCfeHN}

OiCHjCHjOJaCHs CHzCHzO^CHa

X = F, Cl. Br. I, BPtU. CF3SOs，CH3COO X=F. Cl, Br, I. BPh4, CF3SO3. CH3COO X=F, Ο. Br.L BPtS CFaSOa，CH3COO

X{(峙 C0N

(CHjCHaOfcCHa CXCHzChVajeCHa

X=F.O. Br. I. BPh4. CF3SO3. CHjCOO X = F, Ο, Br. I. BPh4, CF3SQ3.如80 X

CXCHaCUzOhCHg OCCHaCHjO^CHj

X=F· a·比 I. θρκ4. CF3SO3, CHjCOO x = f. Cl, Br.l, BPd CF3SO3. CH3COO X = F, a. Br.l, BPh<( CF3SO3. CH3COO

■X*{H3CH^C(H3ChN} X'HCHzCiHsCJjN}
CH2CH20)sCH3 (CHaCHaOJaCHs

•X^CgHsCJjN}

CHaCHjOIrCHa

X = F· CL Br. f, BPh^, CF3SO3, CHaCOO x=f. Q. Br, I, BPK,. CF3SO3. CH3COO X = F.a. Br.l. 8Pk). CF3SO3, CHjjCOO

式（17）所示的構造單元之例
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式（17）所示的構造單元，從所得的離子性聚合物之電 

子傳輸性的觀點，較理想為式（29）所示的構造單元。

（式（29）中，賞表示單鍵或（l+m21）價有機基，胖表示單鍵 

或（l+m22）價有機基。Qi、Q'、Y】、Μ】、Z】、Y?、nl、al、bl 

. 及n3係如前述。m21及m22表示分別獨立之1以上的整數。

但賞為單鍵時m21表示1，呼為單鍵時m22表示1。Q】、

Q3' Y1' Μ1' Ζ1' Y3' nl ' al ' bl及n3分別為複數個的情況» 

可為相同，亦可為相異。）

式（29）中，作為"9所示之（1+Π121）價有機基，例如可 

列舉從選自甲基、乙基、丙基、異丙基、丁基、異丁基、 

第2丁基、第3丁基、戊基、己基、環己基、庚基、辛基、 

壬基、癸基、月桂基及該些基的至少1個氫原子被取代基 

• 取代之基等的具有或無取代基之碳原子數1至20之烷基， 

除去521）個氫原子之基；從選自苯基、1-蔡基、2-荼基、 

1-葱基、2-蔥基、9-葱基及該些基的至少1個氫原子被取 

代基取代之基等的具有或無取代基之碳原子數6至30的芳 

香基，除去521）個氫原子之基；從選自甲氧基、乙氧基、 

丙氧基、丁氧基、戊氧基、己氧基、壬氧基、十二烷氧基、 

環丙氧基、環丁氧基、環戊氧基、環己氧基、環壬氧基、 

環十二烷氧基、降冰片氧基、金剛烷氧基及該些基的至少
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1個氫原子被取代基取代之基等的具有或無取代基之碳原 

子數1至50之烷氧基，除去521）個氫原子之基；從包含 

碳原子之具有取代基的胺基，除去521）個氫原子之基；以 

及，從包含碳原子之具有取代基的矽基，除去521）個氫原 

子之基。作為 ¥所示之（l+m21）價有機基，從原料單體的 

合成容易度之觀點，較理想為從烷基除去（m21）個氫原子之 

基、從芳香基除去（m21）個氫原子之基及從烷氧基除去521） 

個氫原子之基。

式（29）中，作為所示之（1+Π122）價有機基，例如可 

列舉從選自甲基、乙基、丙基、異丙基、丁基、異丁基、 

第2 丁基、第3 丁基、戊基、己基、環己基、庚基、辛基、 

壬基、癸基、月桂基及該些基的至少1個氫原子被取代基 

取代之基等的具有或無取代基之碳原子數1至20之烷基， 

除去522）個氫原子之基；從選自苯基、1-蔡基、2-蔡基、 

1-葱基、2-葱基、9-蔥基及該些基的至少1個氫原子被取 

代基取代之基等的具有或無取代基之碳原子數6至30的芳 

香基，除去（m22）個氫原子之基；從選自甲氧基、乙氧基、 

丙氧基、丁氧基、戊氧基、己氧基、壬氧基、十二烷氧基、 

環丙氧基、環丁氧基、環戊氧基、環己氧基、環壬氧基、 

環十二烷氧基、降冰片氧基、金剛烷氧基及該些基的至少 

1個氫原子被取代基取代之基等的具有或無取代基之碳原 

子數1至50之烷氧基，除去522）個氫原子之基；從包含 

碳原子之具有取代基的胺基，除去（皿22）個氫原子之基；以 

及'從包含碳原子之具有取代基的矽基，除去522）個氫原 
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子之基。作為Μ。所示之（1+Π122）價有機基，從原料單體的 

合成容易度之觀點，較理想為從烷基除去（m22）個氫原子之 

基、從芳香基除去522）個氫原子之基及從烷氧基除去（m22） 

個氫原子之基。

作為式（29）所示的構造單元，可列舉以下的構造單元。

M = Li, Na, K, Cs. N{CH3)4

H3C(OH2CH2C)3O (CH2)4COO M+

M = Li. Na, K, Cs, N(CH3}4
M = Li, Na, K, Cs. N(CH3)4

H3C(OH2CH2C)3Ci (CH2)4SO3 M*

M = Li, Na, K, Cs. N(CH3)4
M = Li. Na, K. Cs. N(CH3)4

式（17）所示的構造單元，從所得的離子性聚合物之耐 

久性的觀點，較理想為式（30）所示的構造單元。
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（式（30）中，旷表示單鍵或（1+Π123）價有機基，呼表示單鍵 

或（l+m24）價有機基。Qi、Q?、Y】、M】、Z】、Y?、nl、al、bl 

及n3係如前述。Π123及m24表示分別獨立之1以上的整數。

. 但 Μ為單鍵時m23表示1，/2為單鍵時m24表示1。m25 

及m26表示分別獨立之1以上的整數。Π123、m24、R21、R22、

Q1 ' Q3 Ύ1 ' Μ1 ' Ζ1 Ύ3 ' nl ' al ' bl 及 n3 分別為複數個的 

情況，可為相同，亦可為相異。）

式（30）中，作為 /所示之（1+Π123）價有機基，例如可 

列舉從選自甲基、乙基、丙基、異丙基、丁基、異丁基、 

第2丁基、第3丁基、戊基、己基、環己基、庚基、辛基、 

壬基、癸基、月桂基及該些基的至少1個氫原子被取代基
• 取代之基等的具有或無取代基之碳原子數1至20之烷基，

除去523）個氫原子之基；從選自苯基、1-蔡基、2-荼基、

1-葱基、2-葱基、9-蕙基及該些基的至少1個氫原子被取 

代基取代之基等的具有或無取代基之碳原子數6至30的芳 

香基，除去523）個氫原子之基；從選自甲氧基、乙氧基、 

丙氧基、丁氧基、戊氧基、己氧基、壬氧基、十二烷氧基、 

環丙氧基、環丁氧基、環戊氧基、環己氧基、環壬氧基、 

環十二烷氧基、降冰片氧基、金剛烷氧基及該些基的至少
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1個氫原子被取代基取代之基等的具有或無取代基之碳原 

子數1至50之烷氧基，除去（Π123）個氫原子之基；從包含 

碳原子之具有取代基的胺基，除去523）個氫原子之基；以 

及，從包含碳原子之具有取代基的矽基，除去（m23）個氫原 

子之基。作為 /所示之（1+πι23）價有機基，從原料單體的 

合成容易度之觀點，較理想為從烷基除去（m23）個氫原子之 

基、從芳香基除去523）個氫原子之基及從烷氧基除去（m23） 

個氫原子之基。

式（30）中，作為Μ?所示之（l+m24）價有機基，例如可 

列舉從選自甲基、乙基、丙基、異丙基、丁基、異丁基、 

第2 丁基、第3 丁基、戊基、己基、環己基、庚基、辛基、 

壬基、癸基、月桂基及該些基的至少1個氫原子被取代基 

取代之基等的具有或無取代基之碳原子數1至20之烷基， 

除去524）個氫原子之基；從選自苯基、1-蔡基、2-荼基、 

1-蔥基、2-蕙基、9-蕙基及該些基的至少1個氫原子被取 

代基取代之基等的具有或無取代基之碳原子數6至30的芳 

香基，除去524）個氫原子之基；從選自甲氧基、乙氧基、 

丙氧基、丁氧基、戊氧基、己氧基、壬氧基、十二烷氧基、 

環丙氧基、環丁氧基、環戊氧基、環己氧基、環壬氧基、 

環十二烷氧基、降冰片氧基、金剛烷氧基及該些基的至少 

1個氫原子被取代基取代之基等的具有或無取代基之碳原 

子數1至50之烷氧基，除去（m24）個氫原子之基；從包含 

碳原子之具有取代基的胺基，除去524）個氫原子之基；以 

及，從包含碳原子之具有取代基的矽基，除去524）個氫原 
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子之基。作為 呼所示之（1+Π124）價有機基，從原料單體的 

合成容易度之觀點，較理想為從烷基除去（m24）個氫原子之 

基、從芳香基除去（Π124）個氫原子之基及從烷氧基除去（m24） 

個氫原子之基。

作為式（30）所示的構造單元，可列舉以下的構造單元。
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Mooc

O(CH2CH2O)2CK3 O(CH2CH2O)3CH3 O(CH2CH2O)4CH3

M = Li, Na. K, Cs. NMe4 M = Liv Na, K, Cs, NMe4 M = U, Na, K, Cs, NMe4

O(CH2CH2O)5CH3

M = LI. Na. K, Cs. NMe4

O(CH2CH2O)2CH3

M = U. Na. K, Cs. NMe4

O(CH2CH2O}6CH3

M = Li, Na, K, Cs. NMe4

COOM*

O(CH2CH2O)3CH3

M = Li, Na, K, Cs. NMe4

O(CH2CH2O)7CH3

M = Li, Na, K, Cs, NMe4

O(CH2CH2O)4CH3

M = Li. Να K. Cs, NMe4

O(CH2CH2O)5CH3
M = Li, Na. K. Cs. NMe4

O(CH2CH2O)6CH3

M = U, Na, K, Cs, NMe4

O(CH2CH2O)7CH3

M = LI. Na. K, Cs, NMe4

O(CH2CH2O)2CH3
COOM*

M = U, Na, K. Cs, NMe4

0(CH2CH20)5CH3
COOM*

O(CH2CH2O}3CH3 
COO-M+

M = Li, Na( K, Cs, NMe4

O(CH2CH2O)6CH3
8OTV|4

O(CH2CH2O)4CH3
COOM+

M = U, Nar K. Cs. NMe4

O(CH2CH2O)7CH3 
CXDOM+

M = Li, Na. K. Cs. NMe4 M = U, Na. K, Cs. NMe4 M = U. Na. K. Cs. NMe4

O(CH2CH2O)2CH3

COO'IVI*

O(CH2CH2O)3CH3 O(CH2CH2O)4CH3

M = Li. Na, K, Cs, NMe4

O(CH2CH2O)5CH3

M = U. Na. Kt Cs, NMe4

Ο{0Η20Η2Ο)60Η3

COO-M*

M = Li( Na,Kr Cs. NMe4 

O(CH2CHQ»CH3

M = Li. Na, K, Cs. NMe4 M = Li,Na,K. Cs, NMe4 M = Li. Na. K. Cs. NMe4
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式（20）所示的構造單元之例

式（20）所示的構造單元，從所得的電子傳輸性的觀

點，較理想為式（31）所示的構造單元。

（式（31）中，曾表示單鍵或（1+Π127）價有機基，04表示單鍵 

• 或（l+m28）價有機基。Q'、Q?、丫2、、Z?、Y?、n2、a2、b2 

及n3係如前述。m27及皿28表示分別獨立之1以上的整數。 

但严為單鍵時皿27表示1，胖為單鍵時m28表示1。Q'、 

Q3、丫？、M?、Z?、Y3、n2、a2、b2及n3分別為複數個的情況5 

可為相同，亦可為相異。）

式（31）中，作為Μ?所示之（1+Π127）價有機基，例如可 

列舉從選自甲基、乙基、丙基、異丙基、丁基、異丁基、 

. 第2 丁基、第3 丁基、戊基、己基、環己基、庚基、辛基、 

壬基、癸基、月桂基及該些基的至少1個氫原子被取代基 

取代之基等的具有或無取代基之碳原子數1至20之烷基， 

除去527）個氫原子之基；從選自苯基、1-荼基、2-棊基、 

1-蔥基、2-蔥基、9-蔥基及該些基的至少1個氫原子被取 

代基取代之基等的具有或無取代基之碳原子數6至30的芳 

香基，除去527）個氫原子之基；從選自甲氧基、乙氧基、 

丙氧基、丁氧基、戊氧基、己氧基、壬氧基、十二烷氧基、 

環丙氧基、環丁氧基、環戊氧基、環己氧基、環壬氧基、
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環十二烷氧基、降冰片氧基、金剛烷氧基及該些基的至少 

1個氫原子被取代基取代之基等的具有或無取代基之碳原 

子數1至50之烷氧基，除去527）個氫原子之基；從包含 

碳原子之具有取代基的胺基，除去527）個氫原子之基；以 

及，從包含碳原子之具有取代基的矽基，除去（皿27）個氫原 

子之基。作為 胖所示之（l+m27）價有機基，從原料單體的 

合成容易度之觀點，較理想為從烷基除去527）個氫原子之 

基、從芳香基除去527）個氫原子之基及從烷氧基除去527） 
•個氫原子之基。

式（31）中，作為 呼所示之（1+11128）價有機基，例如可 

列舉從選自甲基、乙基、丙基、異丙基、丁基、異丁基、 

第2丁基、第3丁基、戊基、己基、環己基、庚基、辛基、 

壬基、癸基、月桂基及該些基的至少1個氫原子被取代基 

取代之基等的具有或無取代基之碳原子數1至20之烷基， 

除去528）個氫原子之基；從選自苯基、1-棊基、2-蔡基、 

. 1-葱基、2-蔥基、9-葱基及該些基的至少1個氫原子被取

代基取代之基等的具有或無取代基之碳原子數6至30的芳 

香基，除去（m28）個氫原子之基；從選自甲氧基、乙氧基、 

丙氧基、丁氧基、戊氧基、己氧基、壬氧基、十二烷氧基、 

環丙氧基、環丁氧基、環戊氧基、環己氧基、環壬氧基、 

環十二烷氧基、降冰片氧基、金剛烷氧基及該些基的至少 

1個氫原子被取代基取代之基等的具有或無取代基之碳原 

子數1至50之烷氧基，除去（m28）個氫原子之基；從包含 

碳原子之具有取代基的胺基5除去528）個氫原子之基；以 
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及，從包含碳原子之具有取代基的矽基，除去528）個氫原 

子之基。作為 曾所示之（1+πι28）價有機基，從原料單體的 

合成容易度之觀點，較理想為從烷基除去528）個氫原子之 

基、從芳香基除去528）個氫原子之基及從烷氧基除去528） 

個氫原子之基。

作為式（31）所示的構造單元，可列舉以下的構造單元。

X = F, Cl, Br. I, BPh為 CF3SO3. CH3COO

H3C(OH2CH2C)3O (CHa

(NCCHahCHzCH^r sbCHzCHjX

X = F, G, Br. I. BPh<f CFaSO3> CH3COOX = F, Cl. Br. I, BPh4, CF3S6, CH3COO

式（20）所示的構造單元，從所得的離子性聚合物之耐 

久性的觀點，較理想為式（32）所示的構造單元。

1 R25一 （Q2）n2-Y2（M2）a2（Z2）b2] m29 I m31

(32)

（式（32）中，严表示單鍵或（l+m29）價有機基，F&表示單鍵 

或（1+Π130）價有機基。Q?、Q?、Y?、M?、Z?、Y?、n2、a2、b2 

及n3係如前述。m29及m30表示分別獨立之1以上的整數。 
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但胪為單鍵時m29表示1，/為單鍵時m30表示1。m31 

及m32表示分別獨立之1以上的整數。m29、m30、R25 > R26、 

Q2 ' Q3 ' Y2 ' Μ2 ' Z2 Ύ3 ' n2 ' a2 ' b2 及 n3 分別為複數個的 

情況，可為相同，亦可為相異。）

式（32）中，作為严所示之（l+m29）價有機基，例如可 

列舉從選自甲基、乙基、丙基、異丙基、丁基、異丁基、 

第2丁基、第3丁基、戊基、己基、環己基、庚基、辛基、 

壬基、癸基、月桂基及該些基的至少1個氫原子被取代基 

• 取代之基等的具有或無取代基之碳原子數1至20之烷基， 

除去529）個氫原子之基；從選自苯基、1-棊基、2-蔡基、 

1-蔥基、2-葱基、9-蔥基及該些基的至少1個氫原子被取 

代基取代之基等的具有或無取代基之碳原子數6至30的芳 

香基，除去529）個氫原子之基；從選自甲氧基、乙氧基、 

丙氧基、丁氧基、戊氧基、己氧基、壬氧基、十二烷氧基、 

環丙氧基、環丁氧基、環戊氧基、環己氧基、環壬氧基、 

. 環十二烷氧基、降冰片氧基、金剛烷氧基及該些基的至少

1個氫原子被取代基取代之基等的具有或無取代基之碳原 

子數1至50之烷氧基，除去529）個氫原子之基；從包含 

碳原子之具有取代基的胺基，除去529）個氫原子之基；以 

及，從包含碳原子之具有取代基的矽基，除去529）個氫原 

子之基。作為Μ'所示之（l+m29）價有機基，從原料單體的 

合成容易度之觀點，較理想為從烷基除去529）個氫原子之 

基、從芳香基除去（m29）個氫原子之基及從烷氧基除去（皿29） 

個氫原子之基。
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式（32）中，作為 /所示之（l+m30）價有機基，例如可 

列舉從選自甲基、乙基、丙基、異丙基、丁基、異丁基、 

第2 丁基、第3 丁基、戊基、己基、環己基、庚基、辛基、 

壬基、癸基、月桂基及該些基的至少1個氫原子被取代基 

取代之基等的具有或無取代基之碳原子數1至20之烷基， 

除去530）個氫原子之基；從選自苯基、1-蔡基、2-棊基、 

1-蔥基、2-葱基、9-蔥基及該些基的至少1個氫原子被取 

代基取代之基等的具有或無取代基之碳原子數6至30的芳 

• 香基，除去（皿30）個氫原子之基；從選自甲氧基、乙氧基、 

丙氧基、丁氧基、戊氧基、己氧基、壬氧基、十二烷氧基、 

環丙氧基、環丁氧基、環戊氧基、環己氧基、環壬氧基、 

環十二烷氧基、降冰片氧基、金剛烷氧基及該些基的至少 

1個氫原子被取代基取代之基等的具有或無取代基之碳原 

子數1至50之烷氧基，除去530）個氫原子之基；從包含 

碳原子之具有取代基的胺基，除去（m30）個氫原子之基；以 

. 及，從包含碳原子之具有取代基的矽基，除去（皿30）個氫原 

子之基。作為 旷所示之（l+m30）價有機基，從原料單體的 

合成容易度之觀點，較理想為從烷基除去530）個氫原子之 

基、從芳香基除去530）個氫原子之基及從烷氧基除去（m30） 

個氫原子之基。

作為式（32）所示的構造單元，可列舉以下的構造單元。
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•X*(H3CH2C(H3C)2N) X^HaCHzCiHaChN}

OtCHzCHjOJzCHa

Χ*{Η3θΗ2θίΗ3Ο)2Ν}

O{CH2CH2O)3CHa

X»F,a. Br, I. BPiM, CF3SO3, CH3COO X-F.a. Br. I. BPh4, CFjSOg, CH3COO X m F. a. Βτ,Ι. BPh. CFaSOs，GH3C8

-X*{H3CH2C(H3C)2N) ^{HaCHaCXHsOiN}

CXCHzCHzOkCHs

X = F. Cl, Br. I. B叫 CF3SO3. CHaCOO

X^HsCHzCiHsChN}

OCCHzCHzOJbCHs

X=F, Cl, Br. I. BPh4. CF3SO3.CH/iOO

O(CH2CH2O)7CH3

X= F.a. Br.l. BPh4. CF3SO3. CHaCOO

OpHaCHjOhCHg

X = F. Cl. Br.l. BPM CF3SO3, CHjCOO

{N&HahCMCHaFx·

O(CH2CH2O)3CH3

X = F, Cl, Br, I. BPh4l CFgSOa. CH3COO

{NICHahCHaCH^X-

OCCHjCHaOJiCHa

X=F. Cl. Br, I. ΒΡΙίφ CF3SO3. CH3COO

{N(CH3)2CH2CH3)4X· (NtCHahCHzCHa)^

O{CH2CH2O>sCH3

X = F, Cl, Br. 1, BPh4, CF3S6. CH3COO

OCCHjCHjOfeCHj

X = F, Cl, Brt I, BPh4. GF3SO3. CH3COO

{N(CH3)2CH2CH3}*X·

OtCH^HzOJzCHs

X = F. a, Br. I. BPh4, CFsSOs. CH3COO

O(CHzCH2O)2CH3 

{MCHdjCHaCHsTX· 

X = F, Cl. Br.l. BPh4, CF^O^, CHgCOO

OtCHaCHjOJaCHa 

{NtCHahCHzCHgrX-

X = F. Cft Br.l. BPh4, CFaSQ), CH3COO

0(CH2CH2O)4CHa

{NCCHaJzCHzCHajnc

X = F. Cl. Br, L BPh4, CFsSO® CH3COO

□(CHjCHjOJeCHa 

{NCCHjJzCHjCH^X-

X = F, Cl. Br. I. BPM CFqSO3. CH3COO

OiCHzCHjOfeCHa

X = F. Cl. Bg 1. BPh4, CF3SO3. CHsCOO

OfCH^HjOjTCHa

(NiCHahCHjCH^X-

X = F. Cl. Br, I. BPh4. CF3SO3. CH3COO

OiCHzCHjOizCHa OCCHzCHaOJgCHj

{NCCHa^zCH^X·

X = F, a. Br. I. BPh4, CF^SO^ CH3COO

O(CH2CH2O)4CH3

O(CH2CH2O)5CH3

{N(CH3)2CH2CH3)*X

X = F. Cl, Br, I, BPTm. CF3SO3. CH3COO

{NiCHafeCH^CH^·

X=F. Cl. Br.l. BPh. CF3SO3 ・ CH3COO

O(CH2CH2O)6CH3

{N(CH3)2CH2CH3)+X-

X = F. a. Br. I. BP%. CFjSO3. CH3COO

OtCHzCHzOJTCHa

(N(CH3)2CH2CH3}*X- (NICHafeCHzCHsl^C

X = F, C(, Br, I. BPU CF3SO3, CH3COO X = F, Cl, Br. I( BPh© CF3SO3. CH3COO

OCCHjCHjOJ^Hj

•其他構造單元

關於本實施態樣的離子性聚合物，可更具有式（33）所
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示的1種以上的構造單元。

OS

(式(33)中，AF表示具有或無取代基之2價芳香族基或具 

有或無取代基之2價芳香族胺殘基，X'表示具有或無取代 

基之亞胺基、具有或無取代基之伸矽基、具有或無取代基 

之伸乙烯基或伸乙烘基，m33及m34表示分別獨立之0或 

1 * m33及m34中至少之一為1。)

. 式(33)中，作為AF所示的2價芳香族基，可列舉2

價芳香族煙基及2價芳香族雜環基。作為該2價芳香族基， 

例如可列舉從選自苯環、毗唳環、1, 2-二嗪(diazine)環、 

1,3-二嗪環、1,4-二嗪環、1, 3, 5-三嗪環、咲喃環、毗咯 

環、□塞吩環、毗口坐環(pyrazole)、咪口坐環、噁哇(oxazole) 

環、噁二口坐(oxadiazole)環及氮雜二口坐(azadiazole)環等 

單環式芳香環，除去2個氫原子之2價基；從選自該單環 

式芳香環所成群中2個以上縮合之縮合多環式芳香環，除

• 去2個氫原子之2價基；從選自該單環式芳香環及該縮合 

多環式芳香環所成群中2個以上的芳香環，以單鍵、伸乙 

烯基或伸乙烘基連結所成的芳香環集合，除去2個氫原子 

之2價基；以及，從該縮合多環式芳香環或該芳香環集合 

相鄰的2個芳香環以伸甲基、伸乙基、炭基及亞胺基等2 

價基橋接之有橋多環式芳香環，除去2個氫原子之2價基。

縮合多環式芳香環，從離子性聚合物的溶解性之觀 

點，縮合2至4個單環式芳香環較理想。該單環式芳香環 
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的縮合數目，更理想為2至3,更加理想為2。

芳香環集合，從離子性聚合物的溶解性之觀點，2至4 

個芳香環連結較理想。該芳香環的連結數目，更理想為2 

至3 5更加理想為2 °

有橋多環式芳香環，從離子性聚合物的溶解性之觀點， 

2至4個芳香環橋接較理想。橋接的芳香環的數目，更理 

想為2至3，更加理想為2 °

作為單環式芳香環，例如可列舉以下的環。

Η
45 46 47 48 49 50 51 52 53

54 55 S6 57 » » 60

作為縮合多環式芳香環，例如可列舉以下的環。
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64 67 6865 66

77

作為芳香環集合，例如可列舉以下的環。

8] 82 83 84

85 86 87 Μ

Ο-Υ ο—
89 90 21

作為有橋多環式芳香環，例如可列舉以下的環。
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從離子性聚合物的電子接受性及電洞接受性的任一者 

或兩者的觀點，Ar'所示的2價芳香族基為從式45至60、 

61至71、77至80、91、92、93或96所示的環，除去2

個氫原子之2價基較理想，從式45至50、59、60、77、

80、91、92或96所示的環，除去2個氫原子之2價基更

理想。

上述2價芳香族基，可具有取代基。作為該取代基， 

可列舉關於前述Q'的說明中舉例之取代基等。

式（33）中，作為AF所示的2價芳香族胺殘基，可列舉

(34)

（式（34）中，Ar6、Ar7、Ar*及AF分別獨立表示具有或無取
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代基之伸芳基或具有或無取代基之2價雜環基，Ar10、Ar11 

及A严分別獨立表示具有或無取代基之芳香基或具有或無 

取代基之1價雜環基，nlO及m35分別獨立表示0或1。) 

作為前述伸芳基、芳香基、2價雜環基、1價雜環基具 

有之取代基，例如可列舉鹵原子、烷基、烷氧基、烷硫基、 

芳香基、芳香氧基、芳香硫基、芳香基烷基、芳香基烷氧 

基、芳香基烷硫基、烯基、烘基、芳香基烯基、芳香基烘 

基、醯基、醯氧基、醯胺基、醯亞胺基、亞胺殘基、取代 

胺基、取代矽基、取代矽氧基、取代矽硫基、取代矽胺基、 

氯基、硝基、1價雜環基、雜芳香氧基(heteroaryloxy) ' 

雜芳香硫基、烷氧基務.基、芳香氧基炭基、芳香基烷氧基 

软基、雜芳香氧基譏基及幾基。該取代基，可為乙烯基 

(viny 1) '乙烘基、丁烯基、丙烯酸基、丙烯酸酯基、丙烯 

醯胺基、甲基丙烯酸基、甲基丙烯酸酯基、甲基丙烯醯胺 

基、乙烯瞇基、乙烯胺基、矽烷醇基、具有小員環(環丙基、 

. 環丁基、環氧基、氧雜環丁基(oxetane) '雙乙烯酮基

(diketene)、環硫化物基(episulfide)等)之基、內酯基、 

內醯胺基或含有矽氧烷衍生物的構造之基等交聯基。

nlO為0的情況，Ar°中的碳原子與Ar8中的碳原子可 

直接結合，亦可隔著-0-、-S-等2價基而結合。

作為Ar10、Ar11、Ar^所示的芳香基及1價雜環基，可 

列舉與前述作為取代基說明的例示之芳香基及1價雜環基 

相同者。

作為Ar6、Ar7、Ar*及所示的伸芳基，例如從芳香
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族煙除去2個結合於構成芳香環的碳原子之氫原子殘留的 

原子團所構成的基。作為伸芳基，例如可列舉具有苯環的 

基、具有縮合環的基、苯環或縮合環2個以上以單鍵或隔 

著2價有機基(例如伸乙烯基等伸烯基)而結合之基。伸芳 

基之碳原子數，通常為6至60，較理想為7至48。作為伸 

芳基的具體例，例如可列舉伸苯基、伸聯苯基、C1至C17烷 

氧基伸苯基、Ci至S烷基伸苯基、1 -伸荼基、2-伸蔡基、 

1-伸蕙基、2-伸蔥基及9-伸蔥基。伸芳基的氫原子可被氟

• 原子取代。作為被氟原子取代之伸芳基，例如可列舉四氟 

伸苯基。伸芳基中，較理想為伸苯基、伸聯苯基、C1至Cl2 

烷氧基伸苯基及C1至C12烷基伸苯基。

作為Ar6、Ar7、Ar*及所示的2價雜環基，可列舉 

從雜環化合物除去2個氫原子殘留的原子團所構成的基。 

所謂雜環化合物，係指具有環狀構造的有機化合物中，作 

為構成環的元素，不只是碳原子，包含選自氧原子、硫原 

子、氮原子、磷原子、硼原子、矽原子、硒原子、确原子 

及碑原子等所成群的1種以上的雜原子之有機化合物。2 

價雜環基亦可具有取代基。2價雜環基的碳原子數，通常 

為4至60，較理想為4至20。於2價雜環基的碳原子數， 

不包含取代基的碳原子數。作為2價雜環基，例如可列舉 

嚏吩二基、C1至C12烷基。塞吩二基、毗咯二基、咲喃二基、 

毗唳二基、Ci至5烷基11比口定二基、嘍嗪(pyridazine)二基、 

口密唳二基、毗嗪(pyrazine)二基、三嗪二基、毗咯烷 

(pyrrolidine)二基、哌味(piperidine)二基、磴

ί)
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(quinoline)二基及異嗤二基，其中較理想為嗟吩二基、 

C1至C12烷基嚏吩二基、毗唳二基及C1至C12烷基毗唳二基。

包含2價芳香族胺殘基作為構造單元之離子性聚合 

物，可再具有其他構造單元。作為其他構造單元，例如可 

列舉伸苯基及第二基(fluorenediyl)等伸芳基。離子性聚 

合物中，包含交聯基者較理想。

作為式(34)所示的芳香族胺殘基，可例示從下述式101

至110.所示的芳香族胺除去2個氫原子之基。

0

σϊσ
llfl

式101至110所示的芳香族胺，在可生成2價芳香族 

胺殘基的範圍下可具有取代基，作為該取代基，可列舉關 

於前述@的說明中例示的取代基等。於存在複數個取代基 

之情況，該些可為相同，亦可為相異。
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式（33）中，X'表示具有或無取代基之亞胺基、具有或

無取代基之伸矽基、具有或無取代基之伸乙烯基或伸乙烘 

基。作為亞胺基、伸矽基或伸乙烯基具有的取代基，例如

可列舉甲基、乙基、丙基、異丙基、丁基、異丁基、第2 

丁基、第3 丁基、戊基、己基、環己基、庚基、辛基、2- 

乙基己基、壬基、癸基、3,7-二甲基辛基及月桂基等碳原 

子數1至20的烷基；以及，苯基、1-棊基、2-荼基、1-

蔥基、2-蔥基及9-蔥基等碳原子數6至30的芳香基。於
• 存在複數個取代基之情況，該些可為相同，亦可為相異。

從離子性聚合物對空氣、濕氣或熱的安定性的觀點，

X'為亞胺基、伸乙烯基及伸乙烘基較理想。

從離子性聚合物的電子接受性及電洞接受性的觀點， 

m33為1、m34為0較理想。

作為式（33）所示的構造單元，從離子性聚合物的電子 

接受性的觀點，式（35）所示的構造單元較理想。

• —4~Ar13）— （35）

（式（35）中，Ar】？表示具有或無取代基之毗唳二基、具有或 

無取代基之毗嗪二基、具有或無取代基之囉唳二基、具有 

或無取代基之嘍嗪（pyridazine）二基或具有或無取代基之 

三嗪二基。）

作為毗唳（pyridine）二基可具有的取代基，可列舉關 

於前述『的說明中例示的取代基。於存在複數個取代基之 

情況，該些可為相同，亦可為相異。
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作為毗嗪（pyrazine）二基可具有的取代基，可列舉關 

於前述 J的說明中例示的取代基。於存在複數個取代基之 

情況，該些可為相同，亦可為相異。

作為囉口定二基可具有的取代基，可列舉關於前述Q1的 

說明中例示的取代基。於存在複數個取代基之情況，該些 

可為相同，亦可為相異。

作為嘍嗪（pyridazine）二基可具有的取代基，可列舉 

關於前述J的說明中例示的取代基。於存在複數個取代基 

之情況，該些可為相同，亦可為相異。

作為三嗪二基可具有的取代基，可列舉關於前述Q1的 

說明中例示的取代基。於存在複數個取代基之情況，該些 

可為相同，亦可為相異。

•構造單元的比例

關於本實施態樣的離子性聚合物所含的式（13）所示的 

構造單元、式（15）所示的構造單元、式（17）所示的構造單 

元及式（20）所示的構造單元之數目的合計，從有機EL元件 

的發光效率之觀點，除末端的構造單元之該離子性聚合物 

所含的全部構造單元中，較理想為30莫耳％至100莫耳％。

・末端的構造單元

作為關於本實施態樣的離子性聚合物之末端的構造單 

元（末端基），例如可列舉氫原子、甲基、乙基、丙基、異 

丙基、丁基、異丁基、第2 丁基、第3 丁基、戊基、異戊 

基、己基、環己基、庚基、辛基、壬基、癸基、月桂基、 

甲氧基、乙氧基、丙氧基、異丙氧基、丁氧基、異丁氧基、 
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第2 丁氧基、第3 丁氧基、戊氧基、己氧基、環己氧基、 

庚氧基、辛氧基、2-乙基己氧基、壬氧基、癸氧基、3, 7- 

二甲基辛氧基、月桂氧基、甲硫基、乙硫基、丙硫基、異 

丙硫基、丁硫基、異丁硫基、第2 丁硫基、第3 丁硫基、 

戊硫基、己硫基、環己硫基、庚硫基、辛硫基、壬硫基、 

癸硫基、月桂硫基、甲氧基苯基、乙氧基苯基、丙氧基苯 

基、異丙氧基苯基、丁氧基苯基、異丁氧基苯基、第2 丁 

氧基苯基、第3 丁氧基苯基、戊氧基苯基、己氧基苯基、

• 環己氧基苯基、庚氧基苯基、辛氧基苯基、2-乙基己氧基 

苯基、壬氧基苯基、癸氧基苯基、3,7-二甲基辛氧基苯基、 

月桂氧基苯基、甲基苯基、乙基苯基、·二甲基苯基、丙基 

苯基、均三甲苯基5 esityl）'甲基乙基苯基、異丙基苯基、 

丁基苯基、異丁基苯基、第3 丁基苯基、戊基苯基、異戊 

基苯基、己基苯基、庚基苯基、辛基苯基、壬基苯基、癸 

基苯基、十二烷基苯基、甲基胺基、二甲基胺基、乙基胺 

基、二乙基胺基、丙基胺基、二丙基胺基、異丙基胺基、 

二異丙基胺基、丁基胺基、異丁基胺基、第2 丁基胺基、 

第3 丁基胺基、戊基胺基、己基胺基、環己基胺基、庚基 

胺基、辛基胺基、2-乙基己基胺基、壬基胺基、癸基胺基、 

3, 7-二甲基辛基胺基、月桂基胺基、環戊基胺基、二環戊 

基胺基、環己基胺基、二環己基胺基、二（三氟甲基）胺基、 

苯基胺基、二苯基胺基、（C1至C12烷氧基苯基）胺基、二（C1 

至C12烷氧基苯基）胺基、二（C1至C12烷基苯基）胺基、1-蔡 

基胺基、2-荼基胺基、五氟苯基胺基、毗口定基胺基、嘍嗪
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（pyridaziny 1）基胺基、嚅唳基胺基、叩匕嗪（pyrazinyl）基 

胺基、三嗪（triazinyl）基胺基、（苯基-Ci至C12烷基）胺基、 

（C1至C12烷氧基苯基-C1至C12烷基）胺基、（C1至C12烷基苯 

基-C1至C12烷基）胺基、二（C1至C12烷氧基苯基-Cl至C12烷 

基）胺基、二（C1至C12烷基苯基-C1至C12烷基）胺基、1-蔡 

基-C1至C12烷基胺基、2-荼基-C1至C12烷基胺基、三甲基 

矽基、三乙基矽基、三丙基矽基、三異丙基矽基、異丙基 

二甲基矽基、異丙基二乙基矽基、第3 丁基二甲基矽基、
• 戊基二甲基矽基、己基二甲基矽基、庚基二甲基矽基、辛

基二甲基矽基、2 -乙基己基二甲基矽基、壬基二甲基矽基、 

癸基二甲基矽基、3, 7-二甲基辛基二甲基矽基、月桂基二 

甲基矽基、（苯基-C1至C12烷基）矽基、（C1至C12烷氧基苯 

基-C1至Cl2烷基）矽基、（C1至C12烷基苯基-C1至C12烷基） 

矽基、（1 -荼基-C1至C12烷基）矽基、（2-荼基-C1至C12烷基） 

矽基、（苯基-C1至C12烷基）二甲基矽基、三苯基矽基、三（對

■ -二甲苯基）矽基、三苯甲基矽基、二苯基甲基矽基、第3 

丁基二苯基矽基、二甲基苯基矽基、囈吩基（thienyl）、Ci 

至C12烷基囈吩基、毗咯基、咲喃基、毗除基、C1至C12烷 

基毗口定基、嘍嗪基、囉口定基、毗嗪基、三嗪基、毗咯烷基、 

哌噪基、唆啡基、異產啡基、翹基、藐基、氟原子、氯原 

子、漠原子及碘原子。於末端的構造單元存在複數個的情 

況，該些可為相同，亦可為相異。

一離子性聚合物的特性一

關於本實施態樣的離子性聚合物，較理想為共兢化合 
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物。於本說明書，所謂「共兢化合物」，係指該離子性聚合 

物的主鏈中，存在多重鍵結（例如雙鍵或三鍵）或氮原子及 

氧原子等具有的非共用電子對夾著1個單鍵相連之區域。

於離子性聚合物為共範化合物的情況»從共兢化合物的電 

子傳輸性的觀點»

以｛（多重鍵結或非共用電子對夾著1個單鍵相連的區 

域所含的主鏈上的原子數）/（主鏈上的全部原子數））x100% 

所計算的比為50%以上較理想，60%以上更理想，70%以上
• 更加理想，80%以上更加理想，90%以上更加進一步理想。

關於本實施態樣的離子性聚合物，較理想為高分子化 

合物，更理想為共兢高分子化合物。於本說明書，所謂「高 

分子化合物」，係指聚苯乙烯換算的數平均分子量為lxlO3 

以上之化合物。於本說明書，所謂「離子性聚合物為共範 

高分子化合物」，係指離子性聚合物為共兢化合物且為高分 

子化合物。

. 從離子性聚合物的塗佈成膜性的觀點，離子性聚合物

的聚苯乙烯換算之數平均分子量為lxl（P至1x10*較理想， 

2xl03至lxlO?更理想，3xl03至lxlO?更加理想，5xl03至 

lxlO7更加進一步理想。從離子性聚合物的純度之觀點5聚 

苯乙烯換算之重量平均分子量為1χ1『至5χ107較理想， 

lxlO3至lxlO?更理想，lxlO?至5χ106更加理想。從離子性 

聚合物的溶解性之觀點，聚苯乙烯換算之數量平均分子量 

為1x10?至5xl05較理想，lxl『至5x10°更理想，1x10?至 

3xl03更加理想。離子性聚合物的聚苯乙烯換算之數平均分 
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子量及重量平均分子量，例如使用凝膠滲透層析法（GPC） 

可求得。

從離子性聚合物的純度之觀點，除了末端構造單元之

該離子性聚合物所含的全部構造單元的數目（亦即，聚合度） 

為1以上20以下較理想，1以上10以下更理想，1以上5 

以下更加理想。

從離子性聚合物的電子接受性及電洞接受性之觀點，

離子性聚合物的最低未佔有分子軌道（LUMO）的軌道能量為 

• -5. OeV以上-2. OeV以下較理想，-4. 5eV以上-2. OeV以下

更理想。從同樣的觀點，離子性聚合物的最高佔有分子軌 

道（HOMO）的軌道能量為-6. OeV以上-3. OeV以下較理想， 

-5. 5eV以上-3. OeV以下更理想。但是，HOMO的軌道能量 

比LUMO的軌道能量低。離子性聚合物的最高佔有分子軌道 

（HOMO）的軌道能量，係藉由測定離子性聚合物的離子化電 

位，所得的離子化電位作為該軌道能量而求得。離子性聚 

. 合物的最低未佔有分子軌道（LUMO）的軌道能量，係求出

HOMO與LUMO的能量差5該能量差的值與上述測定的離子 

化電位的和作為LUMO軌道的能量而求得。離子化電位的測 

定，係使用光電子分光裝置。而且，HOMO與LUMO的能量 

差，係使用紫外光・可見光・近紅外線分光光度計，測定 

離子性聚合物的吸收光譜，由該吸收末端求得。

關於本實施態樣的聚合物（離子性聚合物）使用作為電 

場發光元件的情況，實質上為非發光性較理想。於本說明 

書，所謂「聚合物實質上為非發光性」，係如以下的意義。
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首先，製作具有包含聚合物的層之電場發光元件A。製作

不具有包含聚合物的層之電場發光元件2。只有在電場發 

光元件A具有包含聚合物的層以及電場發光元件2不具有 

包含聚合物的層之點，電場發光元件A與電場發光元件2 

不同。然後，於電場發光元件A以及電場發光元件2，施 

加10V的順向電壓，測定發光光譜。對電場發光元件2所 

得的發光光譜5求得具有最大波峰之波長入°以波長入之 

發光強度為1，亦規格化(normalize)電場發光元件2所得
• 的發光光譜，對波長積分，計算規格化發光量So °另一方

面 > 以波長入之發光強度為1，亦規格化(normal ize)電場 

發光元件A所得的發光光譜，對波長積分，計算規格化發 

光量S。(S-So)/SoxlOO%所計算的值為30%以下的情況，亦 

即與不具有包含聚合物的層之電場發光元件2之規格化發 

光量比較，具有包含聚合物的層之電場發光元件A之規格 

化發光量的增加成分為30%以下時，所使用的聚合物實質 

. 上為非發光性者。(S-So)/Soxl00%所計算的值為15%以下較

理想，10%以下更理想。

作為包含式(1)所示的基及式(3)所示的基之離子性聚 

合物，可列舉只由式(23)所示的基所構成的離子性聚合 

物、選自式(23)所示的基以及從式45至50 ' 59、60、77、 

80、91、92、96及101至110所示的基除去2個氫原子之 

基所成群的1種以上的基所構成的離子性聚合物、只由式 

(24)所示的基所構成的離子性聚合物、選自式(24)所示的 

基以及從 45 至 50、59、60、77、80、91、92、96 及 101 
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至110所示的基除去2個氫原子之基所成群的1種以上的 

基所構成的離子性聚合物、只由式（2 5 ）所示的基所構成的 

離子性聚合物、選自式（25）所示的基以及從式45至50、

59、60、77、80、91、92、96 及 101 至 110 所示的基除去

2個氫原子之基所成群的1種以上的基所構成的離子性聚 

合物、只由式（29）所示的基所構成的離子性聚合物、選自

式（29）所示的基以及從式45至50、59、60、77、80、91、

92、96及101至110所示的基除去2個氫原子之基所成群
• 的1種以上的基所構成的離子性聚合物、只由式（30）所示

的基所構成的離子性聚合物、選自式（30）所示的基以及從 

式 45 至 50、59、60、77、80、91、92、96 及 101 至 110 

所示的基除去2個氫原子之基所成群的1種以上的基所構 

成的離子性聚合物。

作為包含式（1）所示的基及式（3）所示的基之離子性聚 

合物，可列舉以下的高分子化合物。2種構造單元以斜線 

. 「/」分段之式所示的高分子化合物，左側的構造單元之比

例為P莫耳％，右側的構造單元之比例為（100-p）莫耳％，該 

些構造單元為不規則排列。以下式中，η表示聚合度。
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n
OCTM*+MOOC

HjQOHjCHjQ,
M = Li,Na, K Cs

8ΟΓΜ**MO
HjQOHjCHjC), CHjCHjOJjCH,

M = Li, Na,Kt Cs

(p: ΪΟΟ-pmol%)

*MOOC

Ok

OM*
H gOfCHQ (CHjCHaQjCKj

M= Li, Na. K, Cs

Vooc

HjCiOH^CHjQ^O
ΟΟΟΈΛ* 
(C^CHjO^CHa

M^U.N^K.Cs
(ρ： fOO-pmol%)

*MOOC

HaCiOI-feCHiQj CHjCHzOhC^
M = Li, Na,K,Cs

+ΜΌ 8OM+

HaQOHzCHzCh C Η2€Η2Ο)3(Η

M = U NatK. Cs
(p: fQO-pmol%)

Ivrooc

HjCiOHjCHzQsO

OOO-M*

(CHzCHjOlaCHa
M = Li, Na. K, Cs

MOOC OOM+

HQO 屯 CHjQ CHjCHjO^CHj
M = U,Na.K. Cs

(p: 100 -p mol%)

H3C(OH2CH2Q3

Vooc OOO-M

(CH2CH2O)3CH3

M = U. Na, K,Cs

M8

H3qOH2CH2Q3 (CH2CH2O)3CHj
M= Li, Na,K, Cs

VCOOM+ 28OM+*MOOC

HaCXOHsCh^Oa CH^CHzOhCHj
M=Li. Na. K. Cs

(p: 100-pmol%)
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COOM*M8C

H3QOH2CH2Q3 O(CH2CH2O)3CHj
M = Li,Na(KCs

(p: iOO-pmol%)

M = UtNaTKCs

(p：700・pmol%)

M=Li,Na,KCs
(p: 1ύΟ~ρ mol%)

CO)- 

νο^γ^^γοΟΟ-Μ* " 
^O(CH2CH?O)3CH3

M = U.Na, K.Cs

*MOOC
/-00)-

cogm* n 
ch2ch2o)3ch3

M = U,Na.K.Cs
(p: ίΟΟ-p mol%)

(p: 100 - p mol%)

(p： 700-pmol%)
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*ΜΌΟΟ ηOOOM*
H3qOH2CH2C)3 qCH2CH2O)3CH3

M=Lir Na,K, Cs
(p: 100 - p md%)

(p： ίΟΟ-pmol%)

(p: 700-pmol%)

H3qOH2CH2CbO

M=LltNa,K,Cs

H3qOH2CH2Q3

■ΜΌΟ OOM

OtCH2CH2OhClt
M-LLNa.K. Cs

*MOOC coaw*
OCCKaCHsQJaCHa

M =U,Na.K.Cs

M = UNa,K,Cs
(p: TOO-p mol%)

(p: iOO-pmol%) M = Li,Na,K.Cs
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(ρ: 100 -pmo*%)

M=Li. Na.K.Cs

M = U.Na,K.Cs M = U Na.K.Cs

(p: ίύθ-pmct%)

M = Li. Na. KC6 M = U Ni, KCfe
(p: 100 -p md%)
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M = U,Na.K Cs

*mo3s
H3qOH2CH2Q3

M=LI, Na, K Cs

/S

M**WO3

H3qOH2CH2C)3 CHjCHjO^C^
M = Li.Na,K. Cs M=Li, Na, K Cs

(p:f00-p mol%)

*M-O3SY^VySO3M+

HQO巴CHqQcA^ ^o(ch2ch2o)3ch3 
M = UfNa,K(Cs

(p: 100-p mol%)

+M-O3S^cYyS0!j- IT

H3QOH/^2C)3Cr^ ^qCHgCHjObCHs

M = LL Na.KCs
(p: fQO-pmol%)

M = Li,Na)Kf Cs

(p: ίΟΟ-pmol%)

M = LL Na.K.Cs

M = U,Na.K.Cs

M = U,Na,K,Cs

★MOjSf^rySW 

H3qOH2CH2Q3Ci^

M = Li. Na.KCsM = Li, Na.KCs 

(p: iOO-pmol%)
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M=LI, Na(KCs
(ρ: iOO-pmoi%)

(ρ: 100 ・ρ mol%)

HaQOHjCHjCJjO CHjCHaOJjCHj
M = U,Na,K,Cs 

(p: 7 00-p mol%)

(p: ?OO-pmol%)

9： TOO-pmoi%)

M = Li. Nat K. Cs

M = LirNa.K.Cs

-ΚΞΚΞ>~CO)·

M-U.Na. K.Cs

HjCtOHgCHzQaO
M=U,Na, K,Cs
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(p: iOO*pmd%)

(ρ: 700-pmoi%)

(p: fOO-pmo*沟

(ρ: 700・pmol%)

Μ = LI, Na, K,Ce 

(p: 100 -p mol%)

0匸 Win
WO3SY丫 ^y9O3iw+ H

HsCtOHzCH 心 ¢/^ «□(CHzCHsO^CHs

H3qOH2CH2C)3

■叫
qCHzCHQhG 出

M^Li.Na.艮 Gs

M^LhNa.K.Cs

M = LL Na,K,Cs

(p: 100-pmol%) M = U Na.K.Cs
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(ρ： 100-pmd%)

M = U,Na.K.Cs M = U. NaKCs

(p: iOO-pmci%)

.(p: fCO-pmd%)

*MQjS

^C(OH2CH2Ch

M

/—

OfM4 U n

CHjCHzOhCHs T

u. te.K.cs

(p: 700-pmol%)

（式中5 p表示15至100的數。）

作為包含式（2）所示的基及式（3）所示的基之離子性聚 

合物，可列舉只由式（26）所示的基所構成的離子性聚合 

物、選自式（26）所示的基以及從式45至50、59、60、77、 

80、91、92、96及101至110所示的基除去2個氫原子之 

基所成群的1種以上的基所構成的離子性聚合物、只由式 

（27）所示的基所構成的離子性聚合物、選自式（27）所示的 
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基以及從式 45 至 50、59、60、77、80、91、92、96 及 101

至110所示的基除去2個氫原子之基所成群的1種以上的 

基所構成的離子性聚合物、只由式（28）所示的基所構成的 

離子性聚合物、選自式（28）所示的基以及從式45至50、

59、60、77、80、91、92、96 及 101 至 110 所示的基除去

2個氫原子之基所成群的1種以上的基所構成的離子性聚 

合物、只由式（31）所示的基所構成的離子性聚合物、選自

式（31）所示的基以及從式45至50、59、60、77、80、91、 

• 92、96及101至110所示的基除去2個氫原子之基所成群

的1種以上的基所構成的離子性聚合物、只由式（32）所示

的基所構成的離子性聚合物、選自式（32）所示的基以及從 

式 45 至 50、59、60、77、80、91、92、96 及 101 至 110

所示的基除去2個氫原子之基所成群的1種以上的基所構 

成的離子性聚合物。

作為包含式（2）所示的基及式（3）所示的基之離子性聚 

. 合物，可列舉以下的高分子化合物。2種構造單元以斜線

「/」分段之式所示的高分子化合物，左側的構造單元之比 

例為ρ莫耳％，右側的構造單元之比例為（100-p）莫耳％，該 

些構造單元為不規則排列。以下式中，η表示聚合度。
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'X^sCHzCiHsCJzN

HaCiOHaCHaCfeO

η

NCCHaJzCHaCH^X-

(CH2CH2O)3CH3

X^HaCHzCfHaCfaN}

HaCfOHiCHzCJaO

N(CH3)2CH2CH3}*X· 

□(CHzCHaOhCHa
X = F. Cl. Br. I. BPh4, CFaSQ. CH3COO X = F. Cl. Br.l, BPh4. CF3SO3. CH3COO

H3CQ 阳 ^OlCHaCHzOhCHs

X = F, Cl. Br. I, BPh4, CF3SO3, CH3COO

(p: 700-pmol%)

•X*{H3CH2C(H3C)2N

H3C(OH2CH2C)30

(CHJzCHaCH^X- 

(CHaCHzOhCHs

X = F, a. Br.l, BPh4. CFjSO^, CH3COO

HQ^/-O)r
H3C(0H2CH2C)3OZ ^OCCHzCHzOhCHs

X = F. Cl. Br. I. BPM CF3SO3. CH3COO
(p: 100-p mol%)

N(CH3)2CH2CH3}*X· 

CH^HaOhCHa

■X*{H3CH2C(H3C)2

HgCiOHzCHzCh

X = F. Cl. Br, I, BPfu, CF3SO3, CH3COO

X+{H3CH2C(H3C)2N_ _ , N(CH3)2CH2CH3}+)C

HaCCOHzCHzCh (CH2CH20)3CH3

X = F. Ci. Br. I. BPh4t CF3SO3, CH3COO

(p: WO-pmol%)

WCHaMHjCHjX 

(CHjCHgOhCHa

■X*{H3CH2C(H3C>2N}

HaCCOHzCHaCh

X= F, Cl・ Br, I, BPh4, CFaSO^ CH3COO

7X*{H3CH2C(H3C)2N}-~Y^0r2sHN(CH3}2CH2CH3}*X-

HsCCOHzCHaChCi^ ^OJCHaCHaOaCHa

X = F. Cl. Br, I, BPh4l CF3SO3, CH3COO

(p: 700-pmol%)

X*{H3CH2C(H3C)2N

HaCiOHzCHzCh

N(CH3)2CH2CH3}*X· 

(CH2CH2O)aCH3

X=F, CL Br, I, BPkb CF3SO3, CH3COO

(CH2CH2O)3CH3

•X*{H3CH2C(H3C)2N

H3C(OH2CH2C)3

■X^aCHaCXHaCJzN

H3C(OH2CH2C)3

(CH3)2CII2CH3}+X-

(CH2CH2O)3CH3

X=F, Cl. BrJ, BPh41 CF3SO3» Cl l3COO

(p : 700-p mol%)
X=F, Cl. Br. I, BPh4,CFsSO. CH3COO
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^(HaCHjCtHaCfeN 

HaCtOHaCHzCh

N(CH3)2CHaCH3}+X· 

CHaCHaOhCHa

X«F, CL Br. I. BPh4. CF3SO3,CH3COO 
(p : WQ-pmol%)

^{HaCHjCiHaChN}

H3C(OH2CH2C)3 CH2CH2O)3CH3

X=F. CL Br. L BPtg CF3SO3, CH^CX) 

(p : TOO-p mol%)

-X*{H3CH2C(H3C)2

■^{HaCHaCCHaOjN

H3C(OH2CH2C

(CHabCHaCHJ*^

CH2CH2OhCH3

(CHsfeCHaCH^X-

CHaCHaOhCHj

■^{HaCHaCiHaCfe

HeOHjCHjCh

(CH3)2CH2CHJ*X· 

HaCCOHaCHaCh CHzCHzOhCHa

X = F. Ο. Br. I, BPtu. CF3SO3. CH3COO
(p: ΪΟΟ-p mol%)

■X^gC^Ci^Oj (CHahCHaCHarx

H3C(OH2CH2C)3 CH2CH2O)3CH3

X = F, CL BrJ, ΒΡΙΊ4, CF3SO3, CH3COO
(p: iOO-pmol%)

X = F. a BrJ, BPh4( CF3SO3. CHgCOO

CHjCHaOhCHa

-X*{H3CH2C(H3C)2

HjCtOHzC^Ch

X = F, Cl. Br, I, 0Ph4, CF3SQ, CH3COO

乂 {HsCgHaCk (CH3)2CH2CH3}*X·

H3C(OH2CH2C)3 CHaCHjOfaCHa
X = F. Cl. Br.l. BPh4. CF^O^. CH3COO

(p: 100-pmol%)

-X*{H3CHzC(H3C)2

H3C(OH2CH2C)3

NiCHaJiCHpCH^X- 

(CH2CH2O)3CH3

X=F, Q. Br. I. BPh4. CF3SQ3, CH3COO

-JCfHaCHzCtHaCJz

H3C(OH2CH2C)3

MCHsbCHjCHjTX· 

C^CH^hCHs

X = F. Cl. BrJ. BPh4> CFaSO^ CH3COO

NCCHahCHjCHa}^· X*{H3CH2C(H3C)zN 

(CH2CH20hCH3

X = F. a. Br, I, BPh. CF3SO3, CH38O

(p: 700-p mol%)

HaCiOH^HzOa

—oco)

(CHahCH^H^X-

H3C(OH2CH2C)3 CHjCHzOhCHa

X = F. a. Br.l, BPh4. CF3SO3, CHaCOO
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X*{H3CH2C(H3C)2N NCCHahCHjC^X-

H3C(OH2CH2C)3 C HjCH^CHj

X = F,a BrJ. BPTm. CF3SO3, CH3COO

(p: 100 ・ pmd%)

■X*{H3CH2C{H3C)2N

HsCQHjCHQ

NtCHaJzCHjCH^X 

(CHaCHaOJoCHo

X = F.O. Br, I, BPhx.CFaSOj.CH3COO

7

N(CH3)2CH2CH3}*X·

CHaCHjOhCHs

•X*{H3CH2C(H3C)2N

H3C(OH2CH2C)3O

X = F, a. Br.l, BPh4. CF3SO3. CHsCOO

(p: 100 - p mol%)
X = F, O. Br, I, BPh4, CFjSS CH3COO

/-¾

Χ*{Η3ΟΗ2<ΧΗ3Ο)2Ν} (CZCHzCHuft

H3C(OH CHjCHaOhCHs

X = F. O. Br, I, BPg CF3SO3. CH3COO 

(p: 100 - p mol%)

-^{HsCHaCXHsChN}

H3C(OH2CH2C)3

(CHahCH^HjfX- 

(CH2CH2O)3CH3

X = Ft a. Br, 1, BPht. CF3SO3. CH3COO

^^□CHaCtHsCfaN}

X = F, Cl. Br, I. BRU.(洋①.CH3COO

WCHshCHjCHspr 

ch2ch2O)3ch3HsCtOHzCHaCh (CHzCHzOhCHs H^OHzCH^h

X = F. CL Br. I. BPU CF3SO3. CH3COO

(p: 100-p mol%)

/XH»--
n 

H

_ _ . N(CH3)2CH2CH3J+X· -X^^3CHsC{H3C

H3C(OH2CH2C)3 CHzCHjO^Hs H3C(OH2CH2ChO

X = F. a. Br. I, BPtu. CF3SO3, CH3COO

(p: 100-p mol%)

■X*{H3CH2C(H3Ch (CH3)2CH2CH3rX·

CHjCHaOhCHs

X=F. Cl Br, I. BPh4. CF3SO3, CH3COO

•X+{H3CH2C(H3C)2N)

H3C(OH2CH2C)3O NCCHahCHzCHarX-

CH2CH2OhCH3

-X^HoCHjqHjCfeN}

H3C(OH2CH2C)3

X = F. Cl. 8rf I. BPg CF3SO3, CH3COO

NiCHjhCHzCHsfX- 

(CHjCHQhCHs 

X=F. CL BrJ, BPU CF3SO3. CH3COO

(p: i(W-pmol%)
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{N(CH3)2CH2CH3}*X 

(CH2CH2O)3CH3

■X*{H3CH2C(H3C)2N}

HaCiOH^CH^hO

X M F, Ci. Br.l, BPh<. CFjjSQ. CH3COO

(p： 100-p mol%)

^{HsCHzCCHaCfeN}

H3C(OH2CH2C)

CeHu

便(€:^3)2620^3 门C
0(CH2CH2O)3CH3

X= Ft CL Br. I, BPtU. CFsSOs，CHaCOO

•X+{H3CH2C(H3C)2N} 

H3C(OH2CH2C)3O

X = F, CL Br.l, BPh<. CF3SO3, CH3COO

{N(CH3hCH2CH3rx· 

(CHaCHQjsCHjj

•X*(H3CH2C(H3C)2N} 

H3C(OH2CH2C)3

(N(CH3)2CH2CH3)X· 
O(CH2CH2O)3CH3

X = F. a. Br, L BPM CF3SO3. CH3COO

(p:

(CHaJzCHzCH^x- x^oCHzCCHsChN) 

H3CQH2CH2C) (CH2CH20hCH3

X = F. Cl. Br,l, BPM, CFaSOa. CH3COO

(p: TOO ・ p mol%)

N(CH3hCH2CH3}*X*

OiCHzCHaOJsCHsHsCCOHjCHzC

X = F. Cl. Br, I. BPh. CFaSOj. CH3COO

■X*{H3CH2C(HsC)2N (CH3)2CH2CH3}+X-
TCfHaCHjCCHaOzN

H3C(OH2CHzC)3O

(CHahCHjCHa}^*

OCCHaCHzOJaCH^/ Χθ
H3C(OH2CH2C) (CH2CH20hCH3

X = F, Cl. Br, I, BPM CF3SO3, CH3COO 

(p: 700-pmol%) X = F, Cl. Br, I, BPtu, CF3SO3. CHjCOO

■X*{H3CH2C(H3C

H3CQH2CH2C)

N(CH3)2CH2CH3}+X·

(CHzCHzOhCHa N 
σ'Ό

X = F. Cl. 8rt I, BPh4. CFaSOj. CH3COO
[p: fOO-p mol%)

（式中，p表示15至100的數。）

—離子性聚合物的製造方法一

然後，說明製造關於本實施態樣的離子性聚合物之方 

法。作為製造關於本實施態樣的離子性聚合物的適合方 

法，例如可列舉將下述一般式（36）所示的化合物作為原料 

之一，使其縮合聚合之方法。下述一般式（36）所示的化合 

物中'使用選自-Aa-為式（13）所示的構造單元之化合物、 
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式（15）所示的構造單元之化合物、式（17）所示的構造單元 

之化合物及式（20）所示的構造單元之化合物所成群的至少 

1種較理想。

Y4-Aa-Y5 （3 6）

（式（36）中，Aa表示具有選自式（1）所示的基以及式（2）所示 

的基所成群的1種以上的基與式（3）所示的1種以上的基之 

構造單元，Y"及Y'分別獨立表示參與縮合聚合的基。）

關於本實施態樣的離子性聚合物中，含有上述式（36） 

中的-Aa-所示的構造單元以及-Aa-以外的其他構造單元之 

情況，使具有-Aa-以外的其他構造單元與2個參與縮合聚 

合的基之化合物，與式（36）所示的化合物一起縮合聚合。

作為具有-Aa-以外的其他構造單元與2個參與縮合聚 

合的基之化合物，例如式（37）所示的化合物。藉由式（36） 

所示的化合物與式（37）所示的化合物縮合聚合，可製造更 

具有-Ab-所示的構造單元之離子性聚合物。

丫 6 — A b— 丫 7 （3 7）

（式（37）中，Ab為一般式（33）所示的構造單元或一般式（35） 

所示的構造單元及Y?分別獨立表示參與縮合聚合的 

基。）

作為參與縮合聚合的基（Υ“、Υ5' Υ6及丫7），例如可列舉 

氫原子、鹵原子、烷基磺酸酯基、芳香基磺酸酯基、芳香 

基烷基磺酸酯基、硼酸酯殘基、鎰甲基、錢甲基、磷酸酯 

甲基、單鹵化甲基、-Β（0Η）2、甲醯基、氧基及乙烯基 

（vinylene）等 °
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作為鹵原子，例如氟原子、氯原子、澳原子及碘原子。

作為烷基磺酸酯基，可例示甲烷磺酸酯基、乙烷磺酸 

酯基及三氟甲烷磺酸酯基，作為芳香基磺酸酯基，可例示 

苯磺酸酯基及對-甲苯磺酸酯基。

作為芳香基烷基磺酸酯基，可例示苯甲基磺酸酯基。

而且，作為硼酸酯殘基，可例示下述式所示的基。

OCH3 oc2h5
Β —Β

OCH3 OC2H5

-C

再者，作為銃甲基，可例示下述式：

-CH2S+Me2E_ 或-CH2S+Ph2E·

（式中，E表示鹵原子。Ph表示苯基。以下相同。）所示的 

基。

作為錢甲基，可例示下述式：

-CH2P+Ph3E_

• （式中，E表示鹵原子。）所示的基。

作為磷酸酯甲基，可例示下述式：

-CH2P0（0Rd）2

（式中» Rd表示烷基、芳香基或芳香基烷基。）所示的基。 

作為單鹵化甲基，可例示氟化甲基、氯化甲基、澳化 

甲基及碘化甲基。

適合作為參與縮合聚合的基之基，隨聚合反應的種類 

而異，例如使用山本（Yamamoto）偶合反應等0價鎳錯合物 
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的情況，可列舉鹵原子、烷基磺酸酯基、芳香基磺酸酯基 

及芳香基烷基磺酸酯基。使用鈴木(Suzuk i)偶合反應等鎳 

觸媒或鈍觸媒的情況，可列舉為烷基磺酸酯基、鹵原子、 

硼酸酯殘基及-B(0H)2等。於氧化劑或電化學氧化聚合的情 

況，可列舉氫原子。

作為製造關於本實施態樣的離子性聚合物之方法，例 

如可採用將一般式(36)或(37)所示的化合物(單體)，依據 

需要溶解於有機溶劑，使用鹼、適當的觸媒，在有機溶劑 

• 的熔點以上沸點以下的溫度反應聚合的方法。作為如此的 

聚合方法，可採用例如"有機反應(Organic 

Reactions)” > 第 14 卷，270-490 頁，約翰威力公司(John 

Wiley & Sons)，1965 年；"有 機合成(Organic 

Syntheses)，和集第 6 卷(Collective Volumn VI)， 

407-411 頁，約翰威力公司(John Wiley & Sons)，1988 年； 

化學回顧(Chem. Rev.)，第95卷，2457頁(1995年)；有 

. 機金屬化學期刊(J. Organomet. Chem. ) » 第 576 卷、147 

頁(1999年)；巨大分子化學巨大分子研討會(Macromol. 

Chem. , Macromol. Symp.)，第 12 卷，229 頁(1987 年)記 

載之方法。

作為製造關於本實施態樣的離子性聚合物之方法，依 

據參與縮合聚合的基之種類，可採用已知的縮合聚合反 

應。作為如此的聚合方法5例如可歹U舉將適當的單體藉由 

鈴木(Suzuki)偶合反應聚合的方法、藉由格里納(Grignard) 

反應聚合的方法、藉由Ni零價錯合物(Ni(0)錯合物)聚合 
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的方法、藉由FeCh等氧化劑聚合的方法及電化學氧化聚合 

的方法、或分解具有適當脫離基之中間體高分子之方法。 

其中'將適當的單體藉由鈴木（Suzuki）偶合反應聚合的方 

法、藉由格里納（Grignard）反應聚合的方法以及藉由鎳零 

價錯合物聚合的方法，因所得的離子性聚合物的構造容易 

控制，所以較理想。

關於本實施態樣的離子性聚合物之較佳製造方法的一 

態樣，係使用具有選自鹵原子、烷基磺酸酯基、芳香基磺

• 酸酯基及芳香基烷基磺酸酯基所成群的基之原料單體的至

少1種，作為參與縮合聚合的基，在鎳零價錯合物存在下 

進行縮合聚合，製造離子性聚合物之方法。作為該情況之 

原料單體，例如可列舉二鹵化化合物、雙（烷基磺酸酯）化 

合物、雙（芳香基磺酸酯）化合物、雙（芳香基烷基磺酸酯） 

化合物、鹵素-烷基磺酸酯化合物、鹵素-芳香基磺酸酯化 

合物、鹵素-芳香基烷基磺酸酯化合物、烷基磺酸酯-芳香 

. 基磺酸酯化合物、烷基磺酸酯-芳香基烷基磺酸酯化合物及 

芳香基磺酸酯-芳香基烷基磺酸酯化合物。

關於本實施態樣的離子性聚合物之較佳製造方法的其 

他態樣，係使用具有選自鹵原子、烷基磺酸酯基、芳香基 

磺酸酯基、芳香基烷基磺酸酯基、-B（0H）2及硼酸酯殘基所 

成群的基，作為參與縮合聚合的基，全部原料單體具有之 

鹵原子、烷基磺酸酯基、芳香基磺酸酯基、芳香基烷基磺 

酸酯基的莫耳數之合計（J）以及原料單體中-B（0H）2及硼酸 

酯殘基的莫耳數之合計（K）的比實質上為1（通常K/J為0.7 
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至1.2的範圍)之原料單體，在鎳觸媒或鉅觸媒的存在下進 

行縮合聚合，製造離子性聚合物之方法。

作為有機溶劑，根據原料單體的種類及反應的種類而 

異，為了抑制副反應，使用充分施以脫氧處理之有機溶劑 

較理想。於製造關於本實施態樣的離子性聚合物的情況， 

使用脫氧處理的有機溶劑，在惰性環境下進行反應較理 

想。有機溶劑，進行與前述脫氧處理同樣的脫水處理較理 

想。但是，鈴木偶合反應等的與水的2相系之反應之情況， 

則不受此限制。

作為有機溶劑，例如可列舉戊烷、己烷、庚烷、辛烷、 

環己烷等飽和煙，苯、甲苯、乙基苯、二甲苯等不飽和煙， 

四氯化碳、三氯甲烷、二氯甲烷、氯丁烷、澳丁烷、氯戊 

烷、澳戊烷、氯己烷、澳己烷、氯環己烷及澳環己烷等鹵 

化飽和煙，氯苯、二氯苯及三氯苯等鹵化不飽和煙、甲醇、 

乙醇、丙醇、異丙醇、丁醇及第3丁醇等醇類，甲酸、乙 

酸及丙酸等竣酸類，甲瞇、乙瞇、甲基-第3 丁基瞇、四氫 

咲喃、四氫口比喃(tetrahydropyran)及二噁烷(dioxane)等 

瞇類，三甲基胺、三乙基胺、Ν,Ν, Ν', Ν'-四甲基乙二胺及. 

毗唳等胺類、以及Ν, Ν-二甲基甲醯胺、Ν, Ν-二甲基乙醯胺、 

Ν, Ν-二乙基乙醯胺及Ν-甲基氧化嗎啡

(N-methylmorphol ine oxide)等醯胺類。有機溶劑，可單 

獨1種或混合2種以上使用。有機溶劑中，從反應性的觀 

點，瞇類更理想，四氫咲喃及乙瞇更加理想。有機溶劑中， 

從反應速度的觀點，甲苯及二甲苯較理想。
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製造離子性聚合物時，為了使原料單體有效率地反 

應，添加鹼、適當的觸媒於反應液較理想。鹼或觸媒，依 

據採用的聚合方法等選擇即可。作為鹼或觸媒，充分溶解 

於反應所使用的溶劑者較理想。而且，作為混合聽或觸媒 

之方法，例如將反應液在氫氣或氮氣等惰性環境下一邊攪 

拌一邊慢慢添加鹼或觸媒的溶液之方法、以及於鹼或觸媒 

的溶液中慢慢添加反應液之方法。

關於本實施態樣的離子性聚合物，末端基依照原樣殘 

• 留時，因所得的發光元件的發光特性、壽命特性可能降低， 

末端基亦可被安定的基保護。於關於本實施態樣的離子性 

聚合物為共兢化合物的情況，保護末端基之安定的基，以 

具有共兢鍵結，形成與離子性聚合物的主鏈的共範構造連 

續之共兢構造較理想。作為該構造，例如可列舉隔著碳- 

碳鍵與芳香基或雜環基結合的構造。作為保護末端基之安 

定的基，例如可列舉日本特開平9-45478號公報之化10的 

. 構造式所示的1價芳香族化合物基等的取代基。

作為製造包含式（1）所示的構造單元之離子性聚合物 

之其他較佳方法，可列舉在第1步驟，聚合不具有陽離子 

之離子性聚合物，在第2步驟，從該離子性聚合物含有陽 

離子之製造離子性聚合物的方法。作為第1步驟之聚合不 

具有陽離子之離子性聚合物的方法，可列舉前述縮合聚合 

反應。作為第2步驟的反應，可列舉藉由金屬氫氧化物或 

烷基銭氫氧化物等之水解反應等。

作為製造包含式（2）所示的基之離子性聚合物之其他 
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較佳方法，可列舉在第1步驟，聚合不具有離子之離子性 

聚合物，在第2步驟，從該離子性聚合物含有離子之製造 

離子性聚合物的方法。作為第i步驟之聚合不具有離子之 

離子性聚合物的方法，可列舉前述縮合聚合反應。作為第 

2步驟的反應，可列舉使用鹵化烷基之胺的4級銭氯化反 

應或藉由SbFs之脫鹵素反應等。

關於本實施態樣的離子性聚合物，電荷的注入性及傳 

輸佳。所以，具有包含關於本實施態樣的離子性聚合物的 
•層之發光元件，可以高亮度發光。

作為形成包含離子性聚合物的層之方法，例如可列舉 

使用含有離子性聚合物的溶液成膜之方法。

作為從溶液成膜所使用的溶劑，除水外，於醇類、瞇 

類、酯類、睛化合物類、硝基化合物類、鹵化烷類、鹵化 

芳香族類、硫醇類、硫化物類、亞硯類、硫酮類、醯胺類 

及幾酸類等溶劑中，溶解度參數為9. 3以上的溶劑較理 

. 想。作為溶劑（各括號內的值表示各溶劑的溶解度參數之 

值），例如可列舉甲醇（12. 9）、乙醇（11. 2）、2-丙醇（11. 5）、 

1-丁醇（9. 9） ' 第 3 丁醇（10. 5）、乙睛（11. 8）、1, 2-乙二醇 

（14. 7）、Ν,Ν-二甲基甲醯胺（11. 5） '二甲基亞颯（12.8）、 

乙酸（12.4）、硝基苯（11.1）、硝基甲烷（11. 0）、1, 2-二氯 

乙烷（9.7） '二氯甲烷（9.6）、氯苯（9. 6）、澳苯（9. 9）、二 

噁烷（9. 8） '碳酸伸丙酯（13. 3） '毗唳（10. 4）、二硫化碳 

（10. 0）及該些溶劑的混合溶劑。混合2種溶劑（溶劑1及溶 

劑2）所成的混合溶劑的溶解度參數（dm）可藉由δ.= δχ X
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Φ 1+ （5 2Χ φ 2求得（（5 1為溶劑1的溶解度參數、</>1為溶劑1 

的體積比例、&2為溶劑2的溶解度參數、0 2為溶劑2的 

體積比例。）。

電子注入層的厚度，最佳值隨所使用的離子性聚合物 

而異，適當選擇使驅動電壓與發光效率成為適當的值。電 

子注入層，必須具有不產生孔洞（pin hole）的厚度。從降 

低元件的驅動電壓之觀點，電子注入層之厚度為lnm至1 

“ m較理想，2nm至500nm更理想，2nm至200nm更加理想。

• 從保護發光層的觀點，電子注入層之厚度為5nm至1 “ m較 

理想。

〈陰極〉

作為陰極材料，以功函數小、對發光層容易注入電子 

且導電度高的材料較理想。於從陽極側取出光之有機EL元 

件的情況，為了於陽極側反射來自發光層發出的光，可見 

光反射率高的材料作為陰極的材料較理想。作為陰極材 

. 料，可使用例如鹼金屬、鹼土類金屬、過渡金屬及週期表

13族金屬。作為陰極材料，例如使用鏗、鈿、鉀、鈿、鉛、 

鉞、鎂、鈣、鎚、頷、鋁、銃、飢、鋅、圭乙、錮、針、够、 

錨、弑（Tb）、鏡（Yb）等金屬及包含選自該些中2種以上的 

金屬之合金、選自前述金屬中1種以上與金、銀、鉛、銅、 

鎰、钛、鉛、鎳、鎬及錫中1種以上的合金、或石墨或石 

墨層間化合物。作為合金的例，例如鎂-銀合金、鎂-錮合 

金、鎂-鋁合金、錮-銀合金、鏗-鋁合金、鏗-鎂合金、鏗- 

錮合金及鈣-鋁合金等。作為陰極，可使用導電性金屬氧化 
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物及導電性有機物等所成的透明導電性電極。具體地，作 

為導電性金屬氧化物，可列舉氧化錮、氧化鋅、氧化錫、 

ΙΤ0及ΙΖ0，作為導電性有機物，可列舉聚苯胺或其衍生物 

及聚嚏吩或其衍生物等。陰極可為由2層以上積層的積層 

體所構成。電子注入層有使用作為陰極的情況。

陰極的膜厚，考慮要求的特性及步驟的簡易度等適當 

地設計，例如為1 Onm至10 “ m，較理想為20nm至1m » 

更理想為50nm至500nm。

作為陰極的製作方法，例如真空蒸鍍法、濺鍍法及熱 

壓金屬薄膜之層合法等。

以上，有機EL裝置5藉由追加既定的構成構件，可使 

用作為照明裝置、面光源裝置或顯示裝置。

實施例

（參考例A1）

使用前述第4圖所示的製造裝置，製造第1薄膜。亦 

即，使用2軸延伸之聚荼二甲酸乙二酯（PEN薄膜、厚度： 

100/zm'寬度：350mm'帝人杜邦薄膜（股）製、商品名Γ ΤΕΟΝΕΧ 

Q65FA」）作為基材（基材6），將其安裝於送出滾輪701。然 

後，於成膜滾輪31與成膜滾輪32間施加磁場，同時對成 

膜滾輪31與成膜滾輪32分別供應電力，於成膜滾輪31與 

成膜滾輪32之間進行放電，產生電漿。於形成的放電區 

域，供應成膜氣體（作為原料氣體之六甲基二矽氧烷（HMDSO） 

與作為反應氣體之氧氣（也作為放電氣體的功能）的混合氣 

體），以下述條件，進行藉由電漿CVD法之薄膜形成，得到
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第1薄膜。

〈成膜條件〉

原料氣體的供應量：50sccm（換算零度、1大氣壓之 

standard cubic centimetre per minute。以下相同 ° ）

氧氣的供應量：500sccm

真空腔體內的真空度：3Pa

從電漿產生用電源的施加電力：0. 8Kw

電漿產生用電源的頻率：70kHz

薄膜運送速度：0. 5m/niiii

所得的第1薄膜之氣體阻隔層的厚度為0. 3/zm。而 

且，所得的第1薄膜之水蒸氣透過度，在溫度40°C、低濕 

度側的濕度0%RH、高濕度側的濕度90% RH的條件下為3. 1 

xl0"4g/（m2・day），於溫度40°C、低濕度側的濕度10% RH、 

高濕度側的濕度100% RH的條件為檢測界限以下的值。再 

者，曲率半徑8ππη的條件下彎曲第1薄膜後的溫度40°C、 

低濕度側的濕度10% RH、高濕度側的濕度100% RH的條件 

之水蒸氣透過度為檢測界限以下的值，確認即使彎曲第1 

薄膜的情況下充分抑制氣體阻隔性的降低。

對第1薄膜，以下述條件，進行XPS縱深分佈（depth 

profiling）測定，得到矽分佈曲線、氧分佈曲線及碳分佈 

曲線。

蝕刻離子種類：氫（Ar+）

蝕刻速率（SiO2熱氧化膜換算值）：0. 05nm/sec

蝕刻間隔（Si02換算值）：lOnm
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X射線光電子分光裝置：Thermo Fisher Scienticfic 

公司製、機種名稱「VG Theta Probe」

照射X射線：單結晶分光ΑΙΚα

X射線的點及其大小：800x400 /zm的橢圓形

所得的矽分佈曲線、氧分佈曲線及碳分佈曲線分別表 

示於第5圖。關於所得的矽分佈曲線、氧分佈曲線及碳分 

佈曲線，原子比（原子濃度）與蝕刻時間的關係，同時原子 

比（原子濃度）與離氣體阻隔層表面之距離（nm）的關係合併 

• 表示於第6圖。第6圖的圖表的橫軸記載之「距離（nm）」 

係從蝕刻時間與蝕刻速度計算求得的值。

由第5圖及第6圖所示的結果得知，確認所得的碳分 

佈曲線具有複數明確的極值，碳的原子比的最大值與最小 

值的差為5at%以上，以及於氣體阻隔層的厚度方向的90% 

以上的區域，矽的原子比、氧的原子比及碳的原子比滿足 

前述式（1）所示的條件。

. （參考例A2）

將參考例A1所得的具有厚度0. 3/zm的氣體阻隔層之 

第1薄膜安裝於送出滾輪701，於氣體阻隔層的表面上形 

成新的氣體阻隔層。除此之外，與參考例A1同樣地，得到 

第1薄膜（A） °第1薄膜（A）之基材（PEN薄膜）上的氣體阻 

隔層之厚度為0. 6 // m °

將第1薄膜（A）安裝於送出滾輪701，於氣體阻隔層的 

表面上形成新的氣體阻隔層。除此之外，與參考例A1同樣 

地，得到第1薄膜（B）。
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第1薄膜（B）之氣體阻隔層之厚度為0. 9/zm °第1薄 

膜（B）之水蒸氣透過度，在溫度40°C、低濕度側的濕度0% 

RH、高濕度側的濕度90% RH的條件下為6. 9xl0_4g/（m2 - 

day），於溫度40°C、低濕度側的濕度10% RH、高濕度側的 

濕度100% RH的條件為檢測界限以下的值。再者，曲率半 

徑8mm的條件下彎曲第1薄膜（B）後的溫度40°C、低濕度 

側的濕度10% RH、高濕度側的濕度100% RH的條件之水蒸 

氣透過度為檢測界限以下的值，確認即使彎曲第1薄膜（B） 
• 的情況下亦充分抑制氣體阻隔性的降低。

對第1薄膜（B），藉由與參考例A1相同的方法，製作 

矽分佈曲線、氧分佈曲線及碳分佈曲線。所得的結果表示 

於第7圖。關於所得的矽分佈曲線、氧分佈曲線及碳分佈 

曲線，原子比（原子濃度）與蝕刻時間的關係，同時原子比 

（原子濃度）與離氣體阻隔層表面之距離（nm）的關係合併表 

示於第8圖。第8圖的圖表的橫軸記載之「距離（nm）」係 

. 從蝕刻時間與蝕刻速度計算求得的值。

由第7圖及第8圖所示的結果得知，確認所得的碳分 

佈曲線具有複數明確的極值，碳的原子比的最大值與最小 

值的差為5at%以上，以及於氣體阻隔層的厚度方向的90% 

以上的區域，矽的原子比、氧的原子比及碳的原子比滿足 

前述式（1）所示的條件。

（參考例A3）

除原料氣體的供應量為lOOsccm外，與參考例A1同樣

地，得到第1薄膜。
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第1薄膜之氣體阻隔層之厚度為0. 6/zm °第1薄膜之 

水蒸氣透過度，在溫度40°C、低濕度側的濕度0% RH、高 

濕度側的濕度90% RH的條件下為3. 2xl0_4g/（m2・day），於 

溫度40°C、低濕度側的濕度10% RH、高濕度側的濕度100% 

RH的條件為檢測界限以下的值。再者，曲率半徑8 mm的 

條件下彎曲第1薄膜後的溫度40°C、低濕度側的濕度10% 

RH、高濕度側的濕度100% RH的條件之水蒸氣透過度為檢 

測界限以下的值，確認即使彎曲第1薄膜的情況下亦充分 

• 抑制氣體阻隔性的降低。

對第1薄膜，藉由與參考例A1相同的方法，製作矽分 

佈曲線、氧分佈曲線及碳分佈曲線。所得的結果表示於第 

9圖。關於所得的矽分佈曲線、氧分佈曲線及碳分佈曲線， 

原子比（原子濃度）與蝕刻時間的關係，同時原子比（原子濃 

度）與離氣體阻隔層表面之距離（nm）的關係合併表示於第 

10圖。第10圖的圖表的橫軸記載之「距離（nm）」係從蝕 

. 刻時間與蝕刻速度計算求得的值。

由第9圖及第10圖所示的結果得知，確認所得的碳分 

佈曲線具有複數明確的極值，碳的原子比的最大值與最小 

值的差為5at%以上，以及於氣體阻隔層的厚度方向的90% 

以上的區域5矽的原子比、氧的原子比及碳的原子比滿足 

前述式（1）所示的條件。

（參考比較例A1）

於2軸延伸之聚蔡二甲酸乙二酯（PEN薄膜、厚度：100 

“ m、寬度：350mm、帝人杜邦薄膜（股）製、商品名「TEONEX
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Q65FA」）的表面上，使用矽濺鍍靶，於含有氧的氣體環境 

中，藉由反應濺鍍法，形成氧化矽所構成的氣體阻隔層， 

得到比較用的第1薄膜。

第1薄膜之氣體阻隔層之厚度為lOOnm °而且，第1 

薄膜之水蒸氣透過度，在溫度40°C、低濕度側的濕度10% 

RH、高濕度側的濕度100% RH的條件下為1. 3g/（m2 · day） » 

其氣體阻隔性不足。

對第1薄膜，藉由與參考例A1相同的方法，製作矽分

• 佈曲線、氧分佈曲線及碳分佈曲線。所得的結果表示於第

11圖。關於所得的矽分佈曲線、氧分佈曲線及碳分佈曲線， 

原子比（原子濃度）與蝕刻時間的關係，同時原子比（原子濃 

度）與離氣體阻隔層表面之距離（nm）的關係合併表示於第 

12圖。第12圖的圖表的橫軸記載之「距離（nm）」係從蝕 

刻時間與蝕刻速度計算求得的值。由第11圖及第12圖所 

示的結果得知，確認所得的碳分佈曲線不具有極值。

. 如以上說明，於關於本發明的有機EL裝置，所利用的

具有氣體阻隔層的第1薄膜，具有充分的氣體阻隔性，並 

且即使於彎曲的情況也可充分抑制氣體阻隔性的降低。

然後，製作離子聚合物的同時，使用所製作的離子聚 

合物，製作有機EL元件。

聚合物的重量平均分子量（Mw）以及數平均分子量 

（Μη），係使用凝膠滲透層析法（GPC）（東曹（Tosoh）公司製： 

HLC-8220GPC），求得聚苯乙烯換算之重量平均分子量以及 

數平均分子量。而且，測定的樣品5係溶解於四氫口夫喃5
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成為約0. 5重量％的濃度，以50//L注入GPC。再者，作為

GPC的移動相»係使用四氫咲喃，以0. 5mL/分的流速流動。 

聚合物的構造分析，係使用瓦里安（Varian）公司製300MHz

NMR光譜儀，藉由分析 巾-NMR進行。而且，測定係以20mg/mL 

的濃度，將樣品溶解於可溶的重溶劑（溶劑分子中的氫原子 

被重氫原子取代之溶劑）進行。聚合物的最高佔有分子軌道 

（HOMO）的軌道能量，係測定聚合物的離子化電位，所得的 

離子化電位作為該軌道能量而求得。另一方面»聚合物的 
• 最低未佔有分子軌道（LUMO）的軌道能量，係求得HOMO與

LUMO的能量差，將其值與前述測定的離子化電位之和作為 

該軌道能量而求得。於離子化電位之測定，係使用光電子 

分光裝置（理研計器公司製：AC-2）。而且，HOMO與LUMO 

的能量差，係使用紫外光•可見光·近紅外線分光光度計

（瓦里安公司製：Cary5E），測定聚合物的吸收光譜，由該 

吸收末端求得。

.［參考例1］

2, 7-二漠-9, 9-雙［3-乙氧基炭基-4-［2-［2-（2-甲氧基 

乙氧基）乙氧基］乙氧基］苯基］-第（fluorene）（化合物A）的 

合成

將 2, 7-二澳-9, 9-M（52. 5g）、水楊酸乙酯（154. 8g）及 

疏乙酸（mercaptoacetic acid）（l. 4g）放入 300 毫升的燒 

瓶，燒瓶內的環境進行氮氣置換。於其中，添加甲烷磺酸 

（630毫升），將混合液在75°C攪拌整夜。將混合物放置冷 

卻»添加於冰水»攪拌1小時。過濾所生成的固體，以加 
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熱的乙睛洗淨。使洗淨後之該固體溶解於丙酮，從所得的 

丙酮溶液，再結晶固體，進行過濾。使所得的固體（62. 7g）、 

2-［2-（2-甲氧基乙氧基）乙氧基］-對-甲苯磺酸酯 

（86. 3g）、碳酸鉀（62. 6g）及 18-冠瞇-6（7. 2g）溶解於 Ν, N- 

二甲基甲醯胺（DMFX670毫升），將溶液移入燒瓶，在105°C 

攪拌整夜。所得的混合物冷卻至室溫，添加冰水，攪拌1 

小時。於反應液添加氯仿（300毫升），進行分液萃取，藉 

由濃縮溶液，得到2,7-二澳-9,9-雙［3-乙氧基磯基-4- 

［2-［2-（2-甲氧基乙氧基）乙氧基］乙氧基］苯基卜第（化合 

物 A）（51. 2g）。

c2h5ooc^

H^C(OH2CH2C)3C>

化合物A

［參考例2］

2,7-雙（4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧雜硼雜環戊

（dioxyborolan）-2-基）-9, 9-雙［3-乙氧基辣基-4-［2-［2- 

（2-甲氧基乙氧基）乙氧基］乙氧基］苯基卜第（化合物B）之 

合成

氮氣環境下'混合化合物A（15g）、雙戊醯二硼（Bis 

（pinacolato）diboron）（8. 9g） ' ［ 1, Γ -雙（二苯麟基）二茂 

鐵（ferrocene）］二氯化耙（II）二氯甲烷錯合物（0. 8g）、 

1, Γ -雙（二苯膵基）二茂鐵（0. 5g）、乙酸鉀（9.4g）、二噁烷
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（400毫升），加熱該混合物至110°C，加熱回流10小時。 

放置冷卻後，過濾反應液，減壓濃縮濾液。將減壓濃縮的 

反應混合物以甲醇洗淨3次，得到沈澱物。使沈澱物溶解 

於甲苯，於溶液添加活性碳，進行攪拌。然後，進行過濾， 

減壓濃縮濾液，得到2, 7-雙（4,4,5,5-四甲基-1, 3, 2-二氧 

雜硼雜環戊-2-基）-9, 9-雙［3-乙氧基炭基-4-［2- ［2-（2- 

甲氧基乙氧基）乙氧基］乙氧基］苯基卜第（化合物B） 

（ll・7g）。

化合物B

［參考例3］

聚［9, 9-雙［3-乙氧基譏基-4-［2-［2-（2-甲氧基乙氧基） 

乙氧基］乙氧基］苯基］-第］（聚合物A）之合成

惰性環境下，混合化合物A（0. 55g）、化合物B

（0. 61g）、三苯麟4巴（0. Olg）、甲基三辛基氯化銭（奧得里其 

（Aldrich）製、商品名 Aliquat336（登記商標））（0. 20g）及 

甲苯（10毫升），加熱至105°C。於該反應液，滴入2M碳酸 

錮水溶液（6毫升），回流8小時。於反應液，添加4-第3 

丁基苯硼酸（0. Olg），回流6小時。然後，於反應液添加二 

乙基二硫胺甲酸錮（sodium Ν, Ν'-

di ethyl di th iocarbamate）水溶液（10 毫升、濃度：0. 05g/ 
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niL），攪拌2小時。將所得混合溶液滴入甲醇300毫升中， 

攪拌1小時後 > 過濾析出的沈澱，減壓乾燥2小時後，溶 

解於四氫咲喃20毫升。將所得的溶液滴入甲醇120毫升及 

3重量％乙酸水溶液50毫升的混合溶劑中，攪拌1小時後， 

過濾析出的沈澱，將沈澱溶解於四氫咲喃20毫升。將如此 

所得的溶液滴入甲醇200毫升，攪拌30分鐘後，過濾析出 

的沈澱，得到固體。將所得的固體溶解於四氫咲喃，藉由 

通過氧化鋁管柱、矽凝膠管柱精製。從管柱回收的四氫咲 

喃溶液濃縮後，滴入甲醇（200毫升）中，過濾析出的固體， 

使其乾燥。所得的聚［9, 9-雙［3-乙氧基辣基-4-雙［2-［2- 

（2-甲氧基乙氧基）乙氧基］乙氧基］苯基卜第］（聚合物A）之 

產量為520mg。

聚合物A的聚苯乙烯換算的數平均分子量為5. 2x104° 
聚合物A係由式（A）所示的構造單元所成。

聚合物A的錨鹽的合成

將聚合物A（200mg）放入100毫升燒瓶，將燒瓶內的環 

境以氮氣置換。添加四氫咲喃（20毫升）及乙醇（20毫升）， 

將混合物升溫至55°C。於其中，添加氫氧化鉅（200mg）溶 

解於水（2毫升）之水溶液'在55°C攪拌6小時。混合物冷 
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卻至室溫後，減壓蒸餾除去反應溶劑。所生成的固體以水

洗淨，以減壓乾燥，得到淡黃色固體（150mg）。藉由NMR（核 

磁共振）光譜，確認聚合物A內的來自乙酯部位的乙基之訊 

號完全消失。所得的聚合物A的鉅鹽，稱為共兢高分子化 

合物1。共兢高分子化合物1係由式（B）所示的構造單元所 

構成（「全部構造單元中，包含選自式（1）所示的基以及式

（2）所示的基所成群的1種以上的基以及式（3）所示的1種 

以上的基之構造單元的比例」以及「全部構造單元中式
• （13）、（15）、（17）及（20）所示的構造單元之比例」為100

莫耳％。）。共兢高分子化合物1的HOMO的軌道能量為

-5. 5eV，LUMO的軌道能量為-2. 7eV。

[實驗例2]

聚合物A的鉀鹽的合成

將聚合物A（200mg）放入100毫升燒瓶，將燒瓶內的環 

境以氮氣置換。混合四氫咲喃（20毫升）及甲醇（10毫升）， 

於混合溶液，添加氫氧化鉀（400mg）溶解於水（2毫升）之水 

溶液，在65°C攪拌1小時。於反應溶液，添加甲醇50毫 

升，再在65°C攪拌4小時。混合物冷卻至室溫後，減壓蒸 

餾除去反應溶劑。所生成的固體以水洗淨，以減壓乾燥， 

得到淡黃色固體（131mg）。藉由NMR光譜‘確認聚合物A內 
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的來自乙酯部位的乙基之訊號完全消失。所得的聚合物A 

的鉀鹽，稱為共輒高分子化合物2。共兢高分子化合物2 

係由式（C）所示的構造單元所構成（「全部構造單元中，包 

含選自式（1）所示的基以及式（2）所示的基所成群的1種以 

上的基以及式（3）所示的1種以上的基之構造單元的比例」 

以及「全部構造單元中式（13）、（15）、（17）及（20）所示的 

構造單元之比例」為100莫耳％。）。共兢高分子化合物2 

的HOMO的軌道能量為-5. 5eV，LUMO的軌道能量為-2. 7eV。

[實驗例3]

聚合物A的鈿鹽的合成

將聚合物A（200mg）放入100毫升燒瓶，將燒瓶內的環 

境以氮氣置換。混合四氫咲喃（20毫升）及甲醇（10毫升），

• 於混合溶液，添加氫氧化鈿（260mg）溶解於水（2毫升）之水 

溶液，在65°C攪拌1小時。於反應溶液，添加甲醇30毫 

升，再在65°C攪拌4小時。混合物冷卻至室溫後，減壓蒸 

餾除去反應溶劑。所生成的固體以水洗淨，以減壓乾燥， 

得到淡黃色固體（123mg）。藉由NMR光譜，確認聚合物A內 

的來自乙酯部位的乙基之訊號完全消失。所得的聚合物A 

的錮鹽，稱為共軌高分子化合物3。共軌.高分子化合物3 

係由式（D）所示的構造單元所構成（「全部構造單元中，包 
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含選自式（1）所示的基以及式（2）所示的基所成群的1種以 

上的基以及式（3）所示的基之構造單元的比例」以及「全部 

構造單元中式（13）、（15）、（17）及（20）所示的構造單元之 

比例」為100莫耳％。）。共範高分子化合物3的HOMO的軌 

道能量為-5. 6eV，LUMO的軌道能量為-2. 8eV。

[實驗例4]

聚合物A的銭鹽的合成

將聚合物A（200mg）放入100毫升燒瓶，將燒瓶內的環 

境以氮氣置換。混合四氫咲喃（20毫升）及甲醇（15毫升）， 

於混合溶液，添加氫氧化四甲基銭（50mg）溶解於水（1毫升） 

之水溶液，在65°C攪拌6小時。於反應溶液，添加氫氧化 

四甲基銭（50mg）溶解於水（1毫升）之水溶液，再在65°C攪 

拌4小時。混合物冷卻至室溫後，減壓蒸餾除去反應溶劑。 

所生成的固體以水洗淨，以減壓乾燥，得到淡黃色固體 

（150mg）。藉由NMR光譜，確認聚合物A內的來自乙酯部位 

的乙基之訊號90%消失。所得的聚合物A的銭鹽，稱為共 

兢高分子化合物4。共範高分子化合物4係由式（E）所示的 

構造單元所構成（「全部構造單元中，包含選自式（1）所示 

的基以及式（2）所示的基所成群的1種以上的基以及式（3） 

所示的1種以上的基之構造單元的比例」以及「全部構造 
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單元中式（13）、（15）、（17）及（20）所示的構造單元之比例」 

為90莫耳％。）。共兢高分子化合物4的HOMO的軌道能量

為-5. 6eV ' LUMO的軌道能量為-2. 8eV。

(E)

［參考例4］
• 2, 7-雙［7-（4-甲基苯基）-9, 9-二辛基第-2-基］-9, 9-

雙［3-乙氧基譏基-4-［ 2- ［ 2-（2 -甲氧基乙氧基）乙氧基］乙 

氧基］苯基卜弗（聚合物B）之合成

惰性環境下，混合化合物A（0. 52g）、2, 7-雙（1, 3, 2- 

二氧雜硼雜環戊-2-基）-9, 9-二辛基第（1.29g）、三苯麟靶 

（0. 0087g）、甲基三辛基氯化銭（奧得里其（Aldrich）製、商 

品名Aliquat336（登記商標））（0.20g）、甲苯（10毫升）及 

. 2M碳酸鈿水溶液（10毫升），加熱至80°C。使反應液反應

3. 5小時。然後，於反應液，添加對-澳甲苯（0. 68g），再 

反應2. 5小時。反應後，冷卻反應液至室溫，添加乙酸乙 

酯50毫升/蒸餾水50毫升5除去水層。再添加蒸餾水50 

毫升5除去水層後，添加硫酸鎂作為乾燥劑。過濾不溶物， 

除去有機溶劑，得到殘渣。所得的殘渣，再溶解於THF10 

毫升5添加飽和二乙基二硫胺甲酸錮（sodium Ν, Ν'- 

di ethyldi thiocarbamate）水 2 毫升，攪拌 30 分鐘後，除 

去有機溶劑。藉由通過氧化鋁管柱（展開溶劑己烷：乙酸乙 
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酯=1 : 1，v/v）精製，過濾析出的沈澱，減壓乾燥12小時 

後，得到2, 7-雙［7-（4-甲基苯基）-9, 9-二辛基Μ -2- 

基］-9, 9-雙［3-乙氧基炭基-4-［2-［2-（2-甲氧基乙氧基）乙 

氧基］乙氧基］苯基］-第（聚合物B）524mg。

聚合物B的聚苯乙烯換算的數平均分子量為2. 0χ103°

聚合物B的鉛鹽的合成

將聚合物B（262mg）放入100毫升燒瓶，將燒瓶內的環 

境以氫氣置換。於其中，添加四氫咲喃（10毫升）及甲醇（15 

毫升），將混合物升溫至55°C。於其中，添加氫氧化鉅（341mg） 

溶解於水（1毫升）之水溶液，在55°C攪拌5小時。冷卻所 

得的混合物至室溫後，減壓蒸餾除去反應溶劑。所生成的 

固體以水洗淨，以減壓乾燥，得到淡黃色固體（250mg）。藉 

由NMR光譜，確認來自乙酯部位的乙基之訊號完全消失 。 

所得的聚合物B的鉛鹽，稱為共兢高分子化合物5。共兢 

高分子化合物5係由式（G）所示（「全部構造單元中，包含 

選自式（1）所示的基以及式（2）所示的基所成群的1種以上 

的基以及式（3）所示的1種以上的基之構造單元的比例」以 

及「全部構造單元中式（13）、（15）、（17）及（20）所示的構 

造單元之比例」，在小數第2位四捨五入為33. 3莫耳％。）。
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共軌高分子化合物5的 HOMO的軌道能量為-5.6eV，LUMO

的軌道能量為-2. 6eV。

(G)

[參考例5]

聚合物C的合成

惰性環境下，混合化合物 A（0. 40g）、化合物 B

（0.49g）、Ν,Ν'-雙（4-澳苯基）-Ν, Ν'-雙（4-第 3 丁基-2, 6-

二甲基苯基）1,4-苯二胺（35mg）、三苯麟齟（8mg）、甲基三

辛基氯化銭（奧得里其（Aldrich）製、商品名Aliquat336（登

記商標））（0. 20g）及甲苯（10毫升），加熱至105°C。於該反

應液，滴入2M碳酸銷水溶液（6毫升），回流8小時。於反 

應液，添加苯硼酸（0. Olg），回流6小時。然後，添加二乙 

基二硫胺甲酸鈿（sodium Ν, Ν' -diethyl di thiocarbamate） 

水溶液（10毫升、濃度：0. 05g/mL），攪拌2小時。將混合 

溶液滴入甲醇300毫升中，攪拌1小時後，過濾析出的沈

澱，減壓乾燥2小時，使其溶解於四氫咲喃20毫升。將所

得的溶液滴入甲醇120毫升及3重量％乙酸水溶液50毫升 

的混合溶劑中，攪拌1小時後，過濾析出的沈澱，使其溶 

解於四氫咲喃20毫升。將如此所得的溶液滴入甲醇200毫 

升，攪拌30分鐘後，過濾析出的沈澱，得到固體。將所得 

的固體溶解於四氫咲喃，藉由通過氧化鋁管柱、矽凝膠管 

柱精製。濃縮從管柱回收的四氫咲喃溶液後，將其滴入甲 
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醇（200毫升）中，過濾析出的固體，使其乾燥。所得的固 

體（聚合物C）之產量為526mg。

聚合物C的聚苯乙烯換算的數平均分子量為3. 6xl04° 

聚合物C係由式（Η）所示的構造單元所成。Ν, Ν'-雙（4-澳苯 

基）-Ν,Ν'-雙（4-第3 丁基-2,6-二甲基苯基）1,4-苯二胺可 

藉由日本專利特開2008-74917號公報記載之方法合成。

[實驗例6]

聚合物C的鉅鹽的合成

將聚合物C（200mg）放入100毫升燒瓶，將燒瓶內的環 

境以氮氣置換。添加四氫咲喃（20毫升）及甲醇（20毫升） 

後混合。於混合溶液，添加氫氧化鉅（200mg）溶解於水（2 
• 毫升）之水溶液，在65°C攪拌1小時。於反應溶液，添加 

甲醇30毫升，再在65°C攪拌4小時。冷卻混合物至室溫 

後，減壓蒸餾除去反應溶劑。所生成的固體以水洗淨，以 

減壓乾燥，得到淡黃色固體（150mg）。藉由NMR光譜，確認 

聚合物C內的來自乙酯部位的乙基之訊號完全消失。所得 

的聚合物C的銘鹽，稱為共範高分子化合物6。共輒高分 

子化合物6係由式（I）所示的構造單元所構成（「全部構造 

單元中，包含選自式（1）所示的基以及式（2）所示的基所成 
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群的1種以上的基以及式（3）所示的1種以上的基之構造單 

元的比例」以及「全部構造單元中式（13）、（15）、（17）及 

（20）所示的構造單元之比例」為95莫耳％。）。共範高分子 

化合物6的HOMO的軌道能量為-5. 3eV，LUMO的軌道能量

[參考例6]

聚合物D的合成

惰性環境下，混合化合物A（0. 55g）、化合物B

（0.67g）、Ν,Ν'-雙（4-澳苯基）-Ν,Ν'-雙（4-第 3 丁基-2, 6- 

二甲基苯基）1, 4-苯二胺（0. 038g）、3, 7-二澳-N-（4-正丁基 

苯基）吩嚏嗪（Phenoxazine）O. 009g、三苯麟盍巴（0. Olg）、甲

• 基三辛基氯化銭（奧得里其（Aldrich）製、商品名

Aliquat336（登記商標））（0. 20g）及甲苯（10毫升），加熱至 

105°C。於該反應液，滴入2M碳酸鈿水溶液（6毫升），回 

流2小時。於反應液，添加苯硼酸（0. 004g），回流6小時。 

然後，添加二乙基二硫胺甲酸纳（sodium Ν, Ν'-

di ethyl di thiocarbamate）水溶液（10 毫升、濃度：0. 05g/ 

mL），攪拌2小時。將混合溶液滴入甲醇300毫升中，攪拌 

1小時後，過濾析出的沈澱，減壓乾燥2小時'溶解於四 
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氫咲喃20毫升。將所得的溶液滴入甲醇120毫升及3重量 

%乙酸水溶液50毫升的混合溶劑中，攪拌1小時後，過濾 

析出的沈澱，溶解於四氫咲喃20毫升。將如此所得的溶液 

滴入甲醇200毫升，攪拌30分鐘後，過濾析出的沈澱，得 

到固體。將所得的固體溶解於四氫咲喃，藉由通過氧化鋁 

管柱、矽凝膠管柱精製。濃縮從管柱回收的四氫咲喃溶液 

後，滴入甲醇（200毫升）中，過濾析出的固體，使其乾燥。

所得的固體（聚合物D）之產量為590mg。

聚合物D的聚苯乙烯換算的數平均分子量為2. 7xl04<> 

聚合物D係由式（J）所示的構造單元所成。3, 7-二澳-N-（4- 

正丁基苯基）吩口塞嗪（Phenoxazine）可藉由日 本專利

JP2004137456記載之方法合成。

\ Eto

H3C(OH2CH2C)3O

OEt

~α°ο

C4H9

(J)

(95:4:1 mol%)

[實驗例7]

聚合物D的鉛鹽的合成 

將聚合物D（200mg）放入100毫升燒瓶，進行氮氣置

換。混合四氫咲喃（15毫升）及甲醇（10毫升）。於混合溶

液，添加氫氧化鉅（360ing）溶解於水（2毫升）之水溶液，在

65°C攪拌3小時。於反應溶液，添加甲醇10毫升，再在

65°C攪拌4小時。冷卻混合物至室溫後，減壓蒸餾除去反

應溶劑。所生成的固體以水洗淨，以減壓乾燥，得到淡黃
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色固體（210mg）。藉由NMR光譜，確認聚合物D內的來自乙

- 酯部位的乙基之訊號完全消失。所得的聚合物D的鉅鹽，

稱為共兢高分子化合物7。共兢高分子化合物7係由式（K）

所示的構造單元所構成（「全部構造單元中，包含選自式（1）

所示的基以及式（2）所示的基所成群的1種以上的基以及

式（3）所示的1種以上的基之構造單元的比例」以及「全部 

構造單元中式（13）、（15）、（17）及（20）所示的構造單元之 

比例」為90莫耳％。）。共兢高分子化合物7的HOMO的軌
• 道能量為-5. 3eV ' LUMO的軌道能量為-2. 4eV。

(95:4:1 mol%)

[參考例7]

聚合物E的合成

惰性環境下5混合化合物A（0. 37g）、化合物B

（0.82g）、1,3-二澳苯（0.09g）、三苯麟耙（O.Olg）、甲基三 

辛基氯化銭（奧得里其（Aldrich）製、商品名Aliquat336（登 

記商標））（0.20g）及甲苯（10毫升），加熱至105°C。於該反 

應液，滴入2M碳酸錮水溶液（6毫升），回流7小時。於反 

應液，添加苯硼酸（0. 002g） ＞回流10小時。然後，添加二 

乙基二硫胺甲酸鈿（sodium Ν, Ν'-

di ethyl di thiocarbamate）水溶液（10 毫升、濃度：0. 05g/ 

mL），攪拌1小時。將混合溶液滴入甲醇300毫升'攪拌1 
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小時後，過濾析出的沈澱，減壓乾燥2小時，溶解於四氫 

咲喃20毫升。將所得的溶液滴入甲醇120毫升及3重量％ 

乙酸水溶液50毫升的混合溶劑中，攪拌1小時後，過濾析 

出的沈澱，溶解於四氫咲喃20毫升。將如此所得的溶液滴 

入甲醇200毫升，攪拌30分鐘後，過濾析出的沈澱，得到 

固體。將所得的固體溶解於四氫咲喃，藉由通過氧化鋁管 

柱、矽凝膠管柱精製。濃縮從管柱回收的四氫咲喃溶液後， 

滴入甲醇（200毫升）中，過濾析出的固體，使其乾燥。所

• 得的固體（聚合物E）之產量為293mg ° ■

聚合物E的聚苯乙烯換算的數平均分子量為1.8x10°。

聚合物E係由式（L）所示的構造單元所成。

•[實驗例8]

聚合物E的鉛鹽的合成

將聚合物E（200mg）放入100毫升燒瓶，將燒瓶內的環 

境以氮氣置換。混合四氫咲喃（10毫升）及甲醇（5毫升）。 

於混合溶液，添加氫氧化錨（200ing）溶解於水（2毫升）之水 

溶液，在65°C攪拌2小時。於反應溶液，添加甲醇10毫 

升，再在65°C攪拌5小時。冷卻混合物至室溫後，減壓蒸 

餾除去反應溶劑。所生成的固體以水洗淨，以減壓乾燥，
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得到淡黃色固體（170mg）。藉由NMR光譜，確認聚合物E內 

的來自乙酯部位的乙基之訊號完全消失。所得的聚合物E 

的鉅鹽，稱為共兢高分子化合物8。共兢高分子化合物8 

係由式（M）所示的構造單元所構成（「全部構造單元中，包 

含選自式（1）所示的基以及式（2）所示的基所成群的1種以 

上的基以及式（3）所示的1種以上的基之構造單元的比例」 

以及「全部構造單元中式（13）、（15）、（17）及（20）所示的 

構造單元之比例」為75莫耳％。）。共兢高分子化合物8的 
• HOMO的軌道能量為-5. 6eV，LUMO的軌道能量為-2. 6eV。

[參考例8]

聚合物F的合成
• 惰性環境下，混合化合物B（l. Olg）、1, 4-二澳-

2,3,5, 6-四氟苯（0.30g）、三苯瞬鈍（0.02g）、甲基三辛基 

氯化銭（奧得里其（Aldrich）製、商品名Aliquat336（登記 

商標））（0. 20g）及甲苯（10毫升），加熱至105°C。於該反應 

液，滴入2M碳酸鈿水溶液（6毫升），回流4小時。於反應 

液，添加苯硼酸（0. 002g），回流4小時。然後，於反應液， 

添加二乙基二硫胺甲酸錮（sodium Ν, Ν'-

diethyldi th iocarbamate）水溶液（10 毫升、濃度：0. 05g/ 
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mL），攪拌1小時。將混合溶液滴入甲醇300毫升，攪拌1 

小時後，過濾析出的沈澱，減壓乾燥2小時，溶解於四氫 

咲喃20毫升。將所得的溶液滴入甲醇120毫升及3重量％ 

乙酸水溶液50毫升的混合溶劑中，攪拌1小時後，過濾析 

出的沈澱，溶解於四氫咲喃20毫升。將如此所得的溶液滴

入甲醇200毫升，攪拌30分鐘後，過濾析出的沈澱，得到 

固體。將所得的固體溶解於四氫咲喃/乙酸乙酯（1/1（體積 

比））的混合溶劑»藉由通過氧化鋁管柱、矽凝膠管柱精製。 

濃縮從管柱回收的四氫咲喃溶液後，將其滴入甲醇（200毫 

升）中，過濾析出的固體，使其乾燥。所得的固體（聚合物 

F）之產量為343mg °

聚合物F的聚苯乙烯換算的數平均分子量為6. 0x10°。

聚合物F係由式（N）所示的構造單元所成。

(N)

(75:25 mol%)

[實驗例9]

聚合物F的鉅鹽的合成

將聚合物F（150mg）放入100毫升燒瓶，將燒瓶內的環 

境以氮氣置換。混合四氫咲喃（10毫升）及甲醇（5毫升）。 

於混合溶液，添加氫氧化錨（260mg）溶解於水（2毫升）之水 

溶液，在65°C攪拌2小時。於反應溶液'添加甲醇10毫 
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升，再在65°C攪拌5小時。冷卻混合物至室溫後，減壓蒸 

餾除去反應溶劑。所生成的固體以水洗淨，以減壓乾燥， 

得到淡黃色固體（130mg）。藉由NMR光譜，確認聚合物F內 

的來自乙酯部位的乙基之訊號完全消失。所得的聚合物F 

的鉅鹽，稱為共兢高分子化合物9。共兢高分子化合物9 

係由式（0）所示的構造單元所構成（「全部構造單元中，包 

含選自式（1）所示的基以及式（2）所示的基所成群的1種以 

上的基以及式（3）所示的1種以上的基之構造單元的比例」
• 以及「全部構造單元中式（13）、（15）、（17）及（20）所示的 

構造單元之比例」為75莫耳％。）。共兢高分子化合物9的

HOMO的軌道能量為-5. 9eV，LUMO的軌道能量為-2. 8eV。

惰性環境下，混合2-[2-（2-甲氧基乙氧基）乙氧基]- 

對-甲苯磺酸酯（11. Og）、三乙二醇（30. Og）、氫氧化鉀 

（3. 3g），在100°C加熱攪拌18小時。放置冷卻後，將反應 

溶液加入水（100毫升），以氯仿進行分液萃取，濃縮溶液。 

將濃縮的溶液藉由球管蒸餾（Kugelrohr distil 1 at ion） 

（lOmmTorr、180°C），得到 2-（2-（2-（2-（2-（2-甲氧基乙氧 

基）-乙氧基）-乙氧基）-乙氧基）-乙氧基）乙醇（6. lg） °
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［參考例10］

惰性環境下，混合2-（2-（2-（2-（2-（2-甲氧基乙氧基）- 

乙氧基）-乙氧基）-乙氧基）-乙氧基）乙醇（8. Og）、氫氧化鈿 

（1.4g）、蒸餾水（2毫升）及四氫咲喃（2毫升），冰冷。於混 

合溶液，花費30分鐘滴入對甲苯磺醯氯（tosyl 

chloride）（5. 5g）之四氫咲喃（6. 4毫升）溶液，滴入後將反 

應溶液升溫至室溫，攪拌15小時。於反應溶液，添加蒸餾 

水（50毫升），以6M硫酸中和反應溶液後，以氯仿進行分 

液萃取。藉由濃縮溶液，得到2-（2-（2-（2-（2-（2-甲氧基 

乙氧基）-乙氧基）-乙氧基）-乙氧基）-乙氧基）對甲苯磺酸 

酯（11. 8g）。

［參考例11］

2, 7-二澳-9, 9-雙［3-乙氧基炭基-4-［2-（2-（2-（2- 

（2-（2-甲氧基乙氧基）-乙氧基）-乙氧基）-乙氧基）-乙氧基） 

乙氧基］苯基］-第（化合物C）的合成

2, 7-二澳-9-第（127. 2g）、水楊酸乙酯（375. 2g）及疏乙 

酸（mercaptoacetic acid）（3. 5g）放入 300 毫升的燒瓶，燒 

瓶內的環境進行氮氣置換。於其中，添加甲烷磺酸（1420 

毫升），將混合液在75°C攪拌整夜。將混合物放置冷卻， 

添加於冰水，攪拌1小時。過濾所生成的固體，以加熱的 

乙睛洗淨。使洗淨後之該固體溶解於丙酮，從所得的丙酮 

溶液，再結晶固體，進行過濾，得到固體（167. 8g）。使所 

得的固體（5g）、2-（2-（2-（2-（2-（2-甲氧基乙氧基）-乙氧基） 

-乙氧基）-乙氧基）-乙氧基）對甲苯磺酸酯（10. 4g）、碳酸鉀
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（5. 3g）及18-冠瞇-6（0. 6g）溶解於N, N-二甲基甲醯胺（DMF） 

（100毫升），將溶液移入燒瓶，在105°C攪拌4小時。所得 

的混合物冷卻至室溫，加入冰水，攪拌1小時。於反應液 

添加氯仿（300毫升），進行分液萃取，濃縮溶液。溶解濃 

縮物於乙酸乙酯5通過氧化鋁管柱，藉由濃縮溶液5得到 

2, 7-二澳 -9, 9-雙［3-乙氧基拨.基-4-［2-（2-（2-（2-（2-（2- 

甲氧基乙氧基）-乙氧基）-乙氧基）-乙氧基）-乙氧基）乙氧 

基］苯基］-蒂（化合物0（4. 5g）。

化合物C

［參考例12］

聚合物G的合成

惰性環境下，將化合物C（1.0g）、澳化4-第3 丁基苯 

• （0. 9mg）、2, 2'-聯毗除（0. 3g）、脫水四氫咲喃（50毫升）放

入200毫升燒瓶，進行混合。將混合物升溫至55°C後，添 

加雙（1, 5-環辛二烯）鎳（0. 6g），在55°C攪拌5小時。冷卻 

混合物至室溫後，將反應溶液滴入甲醇（200毫升）、1N稀 

鹽酸（200毫升）的混合液。所生成的沈澱物藉由過濾後收 

集後，再溶解於四氫咲喃。滴入甲醇（200毫升）、15%氨水 

（100毫升）的混合液5所生成的沈澱物藉由過濾後收集。

沈澱物再溶解於四氫咲喃'滴入甲醇（200毫升）、水（100 
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毫升）的混合液，所生成的沈澱物藉由過濾收集。收集的沈 

澱物藉由減壓乾燥，得到聚合物G（360mg） °聚合物G的聚 

苯乙烯換算的數平均分子量為6. OxlO4°聚合物G係由式（P） 
所示的構造單元所成。

H3C（OH2CH2C）6O O（CH2CH2O）6CH3

■[實驗例10]

聚合物G的鉛鹽的合成

將聚合物G（150mg）放入100毫升燒瓶，進行氮氣置 

換。混合四氫咲喃（15毫升）及甲醇（5毫升）。於混合溶液， 

添加氫氧化鉅（170mg）溶解於水（2毫升）之水溶液，在65°C 

攪拌6小時。冷卻混合物至室溫後，減壓蒸餾除去反應溶 

劑。所生成的固體以水洗淨，以減壓乾燥，得到淡黃邑固 

體（95mg）。藉由NMR光譜，確認聚合物G內的來自乙酯部 

• 位的乙基之訊號完全消失。所得的聚合物G的鉅鹽，稱為 

共範高分子化合物10。共兢高分子化合物10係由式（Q）所 

示的構造單元所構成（「全部構造單元中，包含選自式（1） 

所示的基以及式（2）所示的基所成群的1種以上的基以及 

式（3）所示的1種以上的基之構造單元的比例」以及「全部 

構造單元中式（13）、（15）、（17）及（20）所示的構造單元之 

比例」為100莫耳％。）。共兢高分子化合物10的HOMO的 

軌道能量為-5. 7eV，LUMO的軌道能量為-2. 9eV。
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[參考例13]

1, 3-二澳-5-乙氧基炭基-6-[2-[2-（2-甲氧基乙氧基）

乙氧基]乙氧基]苯的合成

惰性環境下'混合3, 5-二澳水楊酸（20g）、乙醇（17毫
• 升）、濃硫酸（1. 5毫升）、甲苯（7毫升），在130°C加熱攪

拌20小時。放置冷卻後，將反應溶液加入冰水（100毫升）， 

以氯仿進行分液萃取，濃縮溶液。所得的固體溶解於異丙 

醇，將溶液滴入蒸餾水中。所得的析出物藉由過濾，得到 

固體（18g）。惰性環境下，混合所得的固體（lg）、2-[2-（2- 

甲氧基乙氧基）乙氧基]-對-甲苯磺酸酯（1.5g）、碳酸鉀 

（0. 7g）及DMFC15毫升），在100°C加熱攪拌4小時。放置 

. 冷卻後，添加氯仿，進行分液萃取，濃縮溶液。將濃縮物

溶解於氯仿，藉由通過矽凝膠管柱精製。藉由濃縮溶液， 

得到1, 3-二澳-5-乙氧基炭基-6-[2-[2-（2-甲氧基乙氧基） 

乙氧基]乙氧基]苯（l.Og）。

[參考例14]

聚合物Η的合成

惰性環境下，混合化合物A（0. 2g）、化合物B （0. 5g）、

1, 3-二》臭-5 -乙氧基疑基-6 - [2- [2 -（2 -甲氧基乙氧基）乙氧

基]乙氧基]苯（0· lg）、三苯瞬鈍（30mg）、澳化四丁基銭（4mg） 

187 323545



201228842

及甲苯（19毫升），加熱至105°C。於該反應液，滴入2M碳 

酸錮水溶液（5毫升），回流5小時。於反應液，添加苯硼 

酸（6mg），回流14小時。然後，添加二乙基二硫胺甲酸鈿 

（sodium N, NJ -diethyldi thiocarbamate）水溶液（10 毫 

升、濃度：0. 05g/mL），攪拌2小時。除去水層，以蒸餾水 

洗淨有機層，使濃縮所得的固體溶解於氯仿，藉由通過氧 

化鋁管柱、矽凝膠管柱精製。濃縮從管柱之洗出液，使其 

乾燥。所得的聚合物H之產量為0. 44g。

聚合物Η的聚苯乙烯換算的數平均分子量為3. 6x10— 

聚合物Η係由式（R）所示的構造單元所成。

[實驗例11]
• 聚合物Η的鉛鹽的合成

將聚合物H（200mg）放入100毫升燒瓶，進行氮氣置 

換。添加四氫咲喃（14毫升）及甲醇（7毫升），使其混合。 

於混合溶液»添加氫氧化鉛（90mg）溶解於水（1毫升）之水 

溶液，在65°C攪拌1小時。於反應溶液，添加甲醇5毫升， 

再在65°C攪拌4小時。冷卻混合物至室溫後，減壓蒸餾除 

去反應溶劑。所生成的固體以水洗淨，以減壓乾燥，得到 

淡黃色固體（190mg）。藉由NMR光譜，確認聚合物Η內的來 

188 323545



201228842

自乙酯部位的乙基之訊號完全消失。所得的聚合物H的鉛 

鹽，稱為共兢高分子化合物11。共兢高分子化合物11係 

由式（S）所示的構造單元所構成（「全部構造單元中，包含 

選自式（1）所示的基以及式（2）所示的基所成群的1種以上 

的基以及式（3）所示的1種以上的基之構造單元的比例」以 

及「全部構造單元中式（13）、（15）、（17）及（20）所示的構 

造單元之比例」為100莫耳％。）。共兢高分子化合物11的 

HOMO的軌道能量為-5. 6eV，LUMO的軌道能量為-2. 8eV。

［參考例15］

2, 7-二澳-9, 9-雙［3, 4-雙［2-［2-（2-甲氧基乙氧基）乙 

氧基］乙氧基］-5-甲氧基務.基苯基］第（化合物D）的合成

2,7-二澳-9-第（34. lg）、2,3-二幾基安息香酸甲酯 

（101. 3g）及疏乙酸（mercaptoacetic acid）（l. 4g）放入 500 

毫升的燒瓶5進行氮氣置換。於其中»添加甲烷磺酸（350 

毫升），將混合液在90°C攪拌19小時。將混合物放置冷卻， 

添加於冰水，攪拌1小時。過濾所生成的固體，以加熱的 

乙睛洗淨。使洗淨後之該固體溶解於丙酮，從所得的丙酮 

溶液，再結晶固體，進行過濾。使所得的固體（16. 3g）、 

2-［2-（2-甲氧基乙氧基）乙氧基］-對甲苯磺酸酯（60. 3g）、 
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碳酸鉀（4& 6g）及18-冠瞇-6（2.4g）溶解於N-二甲基甲醯 

胺（DMFX500毫升），將溶液移入燒瓶，在110°C攪拌15小 

時。所得的混合物冷卻至室溫，加入冰水，攪拌1小時。 

於反應液添加乙酸乙酯（300毫升），進行分液萃取，濃縮 

溶液，使其溶解於氯仿/甲醇（50/1（體積比））的混合溶劑， 

藉由通過矽凝膠管柱精製。藉由濃縮通過管柱之溶液，得 

到2, 7-二漠-9, 9-雙［3, 4-雙［2-［2-（2-甲氧基乙氧基）乙氧 

基］乙氧基］-5-甲氧基炭基苯基］第（化合物D）（20.5g）。
•［參考例16］

2, 7-雙［7-（4-甲基苯基）-9, 9-二辛基第-2-基］-9, 9- 

雙［5-甲氧基辣.基-3, 4-雙［2-［2-（2-甲氧基乙氧基）乙氧基］ 

乙氧基］苯基］-第（聚合物I）的合成

惰性環境下，混合化合物D（0.70g）、2-（4,4,5,5-四 

甲基-1, 2,3-二氧雜硼雜環戊-2-基）-9, 9-二辛基第 

（0. 62g）、三苯瞬齟（0. 019g）、二噁烷（40毫升）、水（6毫 

. 升）及碳酸鉀水溶液（1.38g），加熱至80°C。使反應液反應

1小時。反應後，添加飽和二乙基二硫胺甲酸鈿（sodium 

Ν, Ν' -di ethyl di th iocarbamate）水溶液 5 毫升，攪拌 30 分 

鐘後，除去有機溶劑。所得的固體藉由通過氧化鋁管柱（展 

開溶劑己烷：乙酸乙酯=1 : 1（體積比））精製，藉由濃縮溶 

液，得到2, 7-雙［7-（4-甲基苯基）-9, 9 -二辛基Μ -2- 

基］-9, 9-雙［3-乙氧基炭基-4-［2-［2-（2 -甲氧基乙氧基）乙 

氧基］乙氧基］苯基卜第（聚合物I）660mg °

聚合物I的聚苯乙烯換算的數平均分子量為2. 0χ103° 
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聚合物I係由式（T）所示。2-（4,4,5, 5-四甲基-1, 2, 3-二氧 

雜硼雜環戊-2-基）-9,9 -二辛基第可藉由日本專利特開 

2009-74017號公報記載之方法合成。

•[實驗例12]

聚合物I的鉅鹽的合成

將聚合物I（236mg）放入100毫升燒瓶5將燒瓶內的環 

境以氮氣置換。於其中，添加四氫咲喃（20毫升）及甲醇（10 

毫升）混合，使混合物升溫至65°C。於其中，添加氫氧化 

鉅（240mg）溶解於水（2毫升）之水溶液，在65°C攪拌7小 

時。冷卻所得的混合物至室溫後，減壓蒸餾除去反應溶劑。 

. 所生成的固體以水洗淨，以減壓乾燥，得到淡黃色固體 

（190mg）。藉由NMR光譜，確認來自乙酯部位的乙基之訊號 

完全消失。所得的聚合物I的鉛鹽，稱為共兢高分子化合 

物12。共兢高分子化合物12係由式（U）所示（「全部構造 

單元中，包含選自式（1）所示的基以及式（2）所示的基所成 

群的1種以上的基以及式（3）所示的1種以上的基之構造單 

元的比例」以及「全部構造單元中式（13）、（15）、（17）及 

（20）所示的構造單元之比例」，在小數第2位四捨五入為 

33. 3莫耳％。）。共範高分子化合物12的HOMO的軌道能量
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為-5. 6eV，LUMO的軌道能量為-2. 8eV。

[實驗例13]

〈有機EL元件的製作〉

成膜圖形化於玻璃基板表面的ΙΤ0陽極（膜厚：45nm） 

上，塗佈電洞注入材料溶液，藉由旋轉塗佈法，以膜厚成 

為60mn的方式使電洞注入層成膜。於電洞注入層成膜的玻 

璃基板，在惰性環境下（氮氣環境下）' 200°C加熱10分鐘， 

使電洞注入層不溶化，使基板在室溫自然冷卻，得到形成 

有電洞注入層的基板。

此處、於電洞注入材料，使用Starck VTECH公司製 

PEDOT : PSS溶液（聚（3,4-伸乙基二氧基嚏吩）·聚苯乙烯 

磺酸5製品名「Baytron」）。

然後，混合電洞傳輸性高分子材料與二甲苯，得到包 

含0.7重量％的電洞傳輸性高分子材料之電洞傳輸層形成 

用組成物。

此處，電洞傳輸性高分子材料，可用以下的方法合成。

於具備回流冷卻器及頂置式攪拌器之1升3 口圓底燒 

瓶*添加2, 7-雙（1,3,2-二氧雜硼雜環戊基）-9,9-二（1-辛 

基）第（3. 863g、7. 283 毫莫耳）、Ν, N-二（對-澳苯基）-N-（4-
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（T-2-基）苯基）胺（3. 177g ' 6. 919毫莫耳）及（4-漠苯基） 

苯并環丁烷胺（156. 3mg ' 0. 364毫莫耳）。然後，添加氯化 

三辛基甲基銭（奧得里其（Aldrich）公司製、商品名： 

Aliquat（登記商標）336）（2. 29g）然後甲苯50毫升。添加 

PdC12（PPh3）2 （4. 9mg）後，將混合物在105°C的油浴中攪拌 

15分鐘。添加碳酸鈿水溶液（2. 0M、14毫升），所得的混合 

物在105°C的油浴中攪拌16.5小時。然後，添加苯硼酸 

（0. 5g），所得的混合物攪拌7小時。除去水層5將有機層 

• 以水50毫升洗淨。將有機層放回反應燒瓶，添加二乙基二 

硫胺甲酸鈿0. 75g及水50毫升。所得的混合物在85°C的 

油浴中攪拌16小時。除去水層5將有機層以水100毫升洗 

淨3次，然後，通過矽凝膠及鹼性氧化鋁管柱。使用甲苯 

作為溶離劑（elute），回收包含洗出的聚合物之甲苯溶液。 

然後，將回收的前述甲苯溶液注入甲醇，使聚合物沈澱。 

將沈澱的聚合物再度溶解於甲醇，將所得的甲苯溶液注入 

. 甲醇，使聚合物再沈澱。將沈澱的聚合物在60°C進行真空

乾燥，得到電洞傳輸性高分子材料4. 2g。根據凝膠滲透層 

析法，所得的電洞傳輸性高分子材料的聚苯乙烯換算的重 

量平均分子量為1. 25xl05»分子量分佈指數（Mw/Mn）為2.8。

於上述得到的形成有電洞注入層的基板之電洞注入層 

上，藉由旋轉塗佈法9塗佈電洞傳輸層形成用組成物，得 

到膜厚20nm的塗膜。將設有該塗膜之基板，在惰性環境下 

（氮氣環境下）、190°C加熱20分鐘，使塗膜不溶化後，在 

室溫自然冷卻，得到形成有電洞傳輸層的基板。
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然後5混合發光高分子材料（Sumation公司製 

r Lumation BP361」）以及二甲苯，得到包含1. 4重量％的 

發光高分子材料之發光層形成用組成物。於上述得到的形 

成有電洞傳輸層的基板之電洞傳輸層上，藉由旋轉塗佈 

法，塗佈發光層形成用組成物，得到膜厚80nm的塗膜。將 

設有該塗膜之基板，在惰性環境下（氮氣環境下）、130°C加 

熱15分鐘，使溶劑蒸發後，在室溫自然冷卻，得到形成有 

發光層的基板。

混合甲醇與共範高分子化合物1，得到包含0. 2重量％ 

共兢高分子化合物1之組成物。於上述得到的發光層的基 

板的發光層上5藉由旋轉塗佈法塗佈前述組成物5得到膜 

厚lOnm的塗膜。設有該塗膜之基板，在常壓的惰性氣體環 

境下（氮氣環境下），在130°C加熱10分鐘，使溶劑蒸發後， 

自然冷卻至室溫，得到形成有包含共範高分子化合物1的 

電子注入層之基板。

將上述所得的形成有包含共範高分子化合物1的層之 

基板，插入真空裝置內，藉由真空蒸鍍法，在該層上，使 

A1成膜80nm，形成陰極，製造積層構造體1。

上述所得的積層構造體1從真空裝置取出，在惰性氣 

體環境下（氮氣環境下），以密封玻璃與2液混合型環氧樹 

脂密封5得到有機EL元件1。

[實驗例14]

於實驗例13，除使用共兢高分子化合物2取代共軌高 

分子化合物1以外，與實驗例13同樣地操作，得到有機
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EL元件2。

[實驗例15]

於實驗例13，除混合甲醇、水及共範高分子化合物3 

（甲醇/水的體積比=20/1），使用包含0. 2重量％共範高分子 

化合物3之組成物，取代混合甲醇與共兢高分子化合物1， 

得到包含0. 2重量％共兢高分子化合物1之組成物外，與實

驗例13同樣地操作，得到有機EL元件3。

[實驗例16]

於實驗例 13，除使用共兢高分子化合物4取代共軌高

分子化合物1 以外，與實驗例13同樣地操作，得到有機

EL元件4。

[實驗例17]

於實驗例 13 5除使用共兢高分子化合物5取代共軌高

分子化合物1 以外，與實驗例13同樣地操作，得到有機

EL元件5。

[實驗例18]

於實驗例 13，除使用共軌高分子化合物6取代共軌高

分子化合物1 以外，與實驗例13同樣地操作，得到有機

EL元件6。

[實驗例19]

於實驗例 13 '除使用共兢高分子化合物7取代共軌.高

分子化合物1 以外，與實驗例13同樣地操作，得到有機

EL元件7。

[實驗例20]
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於實驗例 13 '除使用共兢高分子化合物8取代共範高

分子化合物1 以外，與實驗例13同樣地操作，得到有機

EL元件8。

[實驗例21]

於實驗例 13，除使用共兢高分子化合物9取代共範高

分子化合物1 以外，與實驗例13同樣地操作，得到有機

EL元件9。

[實驗例22]

於實驗例 13 '除使用共軌高分子化合物10取代共兢

高分子化合物 1以外，與實驗例13同樣地操作，得到有機

EL元件10。

[實驗例23]

於實驗例 13，除使用共兢高分子化合物11取代共兢

高分子化合物 1以外，與實驗例13同樣地操作，得到有機

EL元件11。

[實驗例24]

於實驗例 13，除使用共兢高分子化合物12取代共兢

高分子化合物1以外，與實驗例13同樣地操作，得到有機

EL元件12。

[實驗例25]

於實驗例13，除使用混合甲醇、共兢高分子化合物1

及A1摻雜的ZnO奈米粒子(奧得里其(Aldrich)製)之組成 

物，取代混合甲醇與共軌高分子化合物1，得到包含0.2 

重量％共兢高分子化合物1之組成物外，與實驗例13同樣 
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地操作，得到有機EL元件13。

［實驗例26］

於實驗例13，除混合共兢高分子化合物1以及低分子 

化合物（奧得里其（Aldrich）製、3, 5-雙（4-第3 丁基苯基） 

-4-苯基-4H-1, 2, 4-三口坐）»得到包含0. 2重量％共兢高分子 

化合物1以及0. 2重量％低分子化合物之組成物，取代混合 

甲醇與共兢高分子化合物1，得到包含0.2重量％共兢高分 

子化合物1之組成物外，與實驗例13同樣地操作，得到有 

•機EL元件14。

［實驗例27］

於實驗例13，除使用Ag取代A1外，與實驗例13同 

樣地操作，得到有機EL元件15。

［實驗例28］

於實驗例13，除使用Au取代A1外，與實驗例13同 

樣地操作，得到有機EL元件16。

.［測定］

於上述所得的有機EL元件1至16，施加10V的順向 

電壓，測定發光亮度及發光效率。結果表示於表1。
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[表1 ]

高分子化合物 陰極
發光亮度 

（cd/m2）
發光效率

（cd/A）

實驗例13
（有機EL元件1）

共兢高分子化合物1 A1 31652 7. 9

實驗例14
（有機EL元件2）

共腕高分子化合物2 A1 22664 7. 2

實驗例15
（有機EL元件3）

共範高分子化合物3 A1 16673 6. 3

實驗例16
（有機EL元件4）

共兢高分子化合物4 A1 20748 7. 7

實驗例17
（有機EL元件5）

共艇高分子化合物5 A1 33254 9. 1

實驗例18
（有機EL元件6）

共兢高分子化合物6 A1 25496 8. 0

實驗例19
（有機EL元件7）

共兢高分子化合物7 A1 33984 8. 8

實驗例20
（有機EL元件8）

共兢高分子化合物8 A1 28114 7. 9

實驗例21
（有機EL元件9）

共輕高分子化合物9 A1 10212 5. 3

實驗例22
（有機EL元件10）

共範高分子化合物10 A1 12308 6. 5

實驗例23
（有機EL元件11）

共兢高分子化合物11 A1 14927 6. 5

實驗例24
（有機EL元件12）

共兢高分子化合物12 A1 17735 6. 1

實驗例25
（有機EL元件13）

共範高分子化合物1
+ZnO Al

A1 10773 6. 9

實驗例26
（有機EL元件14）

共範高分子化合物1
+低分子化合物1

A1 19610 6. 8

實驗例27
（有機EL元件15）

共兢高分子化合物1 Ag 18300 7. 1

實驗例28

（有機EL元件16）
共輒高分子化合物1 Au 3579.5 3. 1
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[實驗例29]

混合甲醇與共輕高分子化合物T，得到包含0. 2重量％ 

共軌高分子化合物1之組成物。於玻璃基板表面成膜圖形 

化的ITO陰極（膜厚：45nin）上，在大氣中，藉由旋轉塗佈 

法塗佈前述組成物，得到膜厚lOnm的塗膜。設有該塗膜之 

基板，在惰性氣體環境下（氮氣環境下），在130°C加熱10 

分鐘，使溶劑蒸發後，自然冷卻至室溫，得到形成有包含 

共兢高分子化合物1的電子注入層之基板。

然後，混合發光高分子材料（Sumation公司製

「Lumation BP361」）以及二甲苯，得到包含1. 4重量％發 

光高分子材料之發光層形成用組成物。於上述所得的形成 

有包含共範高分子化合物1的層之基板的包含共兢高分子 

化合物1的層上，在大氣中，藉由旋轉塗佈法塗佈發光層 

形成用組成物*得到膜厚80nm的塗膜°設有該塗膜之基 

板，在惰性氣體環境下（氮氣環境下），在130°C加熱15分 

鐘，使溶劑蒸發後，自然冷卻至室溫，得到形成有發光層 

之基板。

然後，於上述所得的形成有發光層之基板的發光層 

上5在大氣中?藉由旋轉塗佈法塗佈電洞注入材料溶液， 

得到膜厚60nm的塗膜。設有該塗膜之基板，在惰性氣體環 

境下（氮氣環境下），在130°C加熱15分鐘，使溶劑蒸發後， 

自然冷卻至室溫，得到形成有電洞注入層之基板。此處， 

電洞注入材料溶液，係使用Starck V TECH公司製PEDOT : 

PSS溶液（聚（3, 4-伸乙基二氧基嚏吩）·聚苯乙烯磺酸、製
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品名：「Baytron j )。

將上述所得的形成有電洞注入層之基板，插入真空裝 

置內，藉由真空蒸鍍法»在該層上，使Au成膜80nm，形 

成陽極，製造積層構造體2。

上述所得的積層構造體2從真空裝置取出，在惰性氣 

體環境下(氮氣環境下)，以密封玻璃與2液混合型環氧樹 

脂密封，得到有機EL元件17。

於上述所得的有機EL元件17,施加10V的順向電壓， 

• 測定發光亮度及發光效率。結果表示於表2。

[表2]
發光亮度

(cd/m2)

發光效率

(cd/A)

有機EL元件17 3580 3. 1

[實驗例30]

〈兩面發光型有機EL元件的製作〉

• 於實驗例29，Au的膜厚為20nm以外，與實驗例29同

樣地操作，得到兩面發光型有機EL元件18。

於上述所得的兩面發光型有機EL元件18，施加15V 

的順向電壓，測定發光亮度及發光效率。結果表示於表3。 

[表3]
發光亮度

(cd/m2)

發光效率

(cd/A)

有機EL元件18
上面側：1091

下面側：5341

上面側：0. 3

下面側：1. 1
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如表2及3所示，確認在大氣中以塗佈製程使離子性 

聚合物成膜，形成電子注入層的相反積層的有機EL元件發 

光。

【圖示簡單說明】

第1圖為表示關於一實施態樣的有機EL裝置之剖面 

圖。

第2圖為表示關於一實施態樣的有機EL裝置之剖面 

圖。

第3圖為表示為用於製造有機EL裝置的裝置之一實施 

態樣的概念示意圖。

第4圖為表示為用於製造第1薄膜的裝置之一實施態 

樣的典型示意圖。

第5圖為表示參考例A1所得的第1薄膜之矽分佈曲 

線、氧分佈曲線及碳分佈曲線之圖。

第6圖為表示參考例A1所得的第1薄膜之矽分佈曲 

線、氧分佈曲線、碳分佈曲線及氧碳分佈曲線之圖。

第7圖為表示參考例A2所得的第1薄膜之矽分佈曲 

線、氧分佈曲線、碳分佈曲線及氧碳分佈曲線之圖。

第8圖為表示參考例A2所得的第1薄膜之矽分佈曲 

線、氧分佈曲線、碳分佈曲線及氧碳分佈曲線之圖。

第9圖為表示參考例A3所得的第1薄膜之矽分佈曲 

線、氧分佈曲線及碳分佈曲線之圖。

第10圖為表示參考例A3所得的第1薄膜之矽分佈曲 

線、氧分佈曲線、碳分佈曲線及氧碳分佈曲線之圖。
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第11圖為表示參考比較例A1所得的第1薄膜之矽分 

佈曲線、氧分佈曲線及碳分佈曲線之圖。

第12圖為表示參考比較例A1所得的第1薄膜之矽分 

佈曲線、氧分佈曲線、碳分佈曲線及氧碳分佈曲線之圖。

第13圖為表示關於一實施態樣的有機EL裝置之剖面

【主要元件符號說明】

圖。

1 第2薄膜 2 有機EL元件

3 保護層 4 接著層

5 氣體阻隔層 6 第1薄膜的基材

7 第2薄膜的基材 8 第2氣體阻隔層

11 第1薄膜 13 有機EL裝置

21 、 22 、 23、24傳送滾輪 31、32 成膜滾輪

41 氣體供應管 51 電漿產生用電源

61、62 磁場產生裝置 500 、 510 、520捲出滾輪

511 、 512 第1貼合滾輪 513 、 523 傳送滾輪

521 、 522 第2貼合滾輪 530 捲取滾輪

820 附加的薄膜 610 、 620 接著層塗佈裝置

611 、 621 接箸層硬化裝置 701 送出滾輪

702 捲取滾輪
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發明專利說明書

(本說明書格式、順序-請勿任意更動-※記號部分請勿填寫)

探申請案號：>5 (2006.01)

※申請日： o \。、rj ※店。分類： (2006.01)

一、 發明名詁：(中文/英文) Η讥％(2006.01)

有機電激發光(EL)裝置及其製造方法
ORGANIC ELECTRO LUMINESCENCE (EL) DEVICE AND
MANUFACTURING METHOD THEREOF

二、 中文發明摘要：

I
本發明係關於具備第1薄膜以及設置於第1薄膜上之 

有機EL元件之有機EL裝置。有機EL元件具有一對電極、 

配置於電極間之發光層及配置於電極間之電子注入層。電 

子注入層包含離子性聚合物。第1薄膜具有含矽原子、氧 

原子及碳原子之氣體阻隔層。從氣體阻隔層所得的矽分佈 

曲線、氧分佈曲線及碳分佈曲線，滿足下述條件：

(i) 於前述氣體阻隔層的厚度方向的90%以上的區域，矽原

> 子數的比例、氧原子數的比例及碳原子數的比例中，矽原 

子數的比例為第2大的值；

(ii) 前述碳分佈曲線具有至少1個極值；以及

(iii) 前述碳分佈曲線之碳原子數的比例比的最大值與最 

小值的差為5原子％以上。
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三、英文發明摘要：

This invention is related to an organic EL device 

featuring a first film and an orgnic EL element provided on 

the first film. The organic EL element comprises a pair of 

electrodes, a emissive layer deposited between the 

electrodes and an elec tron in jec tion layer depos ited bet ween 

the electrodes. The electron injection layer comprises

ionic polymer. The first film includes a gas barrier layer

having silicon atoms, oxygen atoms and carbon atoms. The 

silicon distribution curve, the oxygen distribution curve

and the carbon distribution curve obtained from the gas

barrier layer satisfy the following conditions:

(i) In 90% or more of the region of the gas barrier layer

in the thickness direction of the gas barrier layer, the

ratio of si 1 icon atom numbers is the second largest among

the ratio of silicon atom numbers, the ratio of oxygen atom

numbers and the ratio of carbon atom numbers,

(ii) The above carbon distribution curve has at least 

one extremum value, and

(iii) The difference of maximum value and minimum value

of the ratio of the number of the carbon atom nubers in the

above carbon distribution curve is over 5 atom% or more.
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七、申請專利範圍：

1. 一種有機電激發光(EL)裝置，具備：

第1薄膜；以及

設置於前述第1薄膜上之有機EL元件；

其中5前述有機EL元件具有一對電極、配置於前 

述電極間之發光層及配置於前述電極間之電子注入層；

前述電子注入層包含離子性聚合物；

前述第1薄膜具有含有矽原子、氧原子及碳原子之 

氣邂阻隔層；

分別表示對矽原子、氧原子及碳原子的合計量而言 

之矽原子數之比例、氧原子數之比例及碳原子數之比 

例，與離前述氣體阻隔層的厚度方向之前述氣體阻隔層 

的一側表面之距離的關係之矽分佈曲線、氧分佈曲線及 

碳分佈曲線，滿足下述條件：

(i) 於前述氣體阻隔層的厚度方向的90 %或以上 

的區域»矽原子數的比例、氧原子數的比例及碳原子數 

的比例中，矽原子數的比例為第2大的值；

(ii) 前述碳分佈曲線具有至少1個極值；以及

(iii) 前述碳分佈曲線之碳原子數的比例比的最大 

值與最小值的差為5原子％或以上。

2. 如申請專利範圍第1項所述之有機EL裝置，更具備：

第2薄膜，與前述第1薄膜貼合，與前述第1薄膜 

一起密封前述有機EL元件；

其中前述有機EL元件配置於前述第2薄膜與前述 
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第1薄膜之間。

3. 一種有機EL裝置的製造方法，包括：

形成具有一對電極、配置於前述電極間之發 光層及 

配置於前述電極間且包含離子性化合物之電子注入層 

之有機EL元件的步驟；

形成具有含有矽原子、氧原子及碳原子之氣體阻隔 

層的第1薄膜的步驟；以及

以使前述有機EL元件配置於前述第1薄膜與第2 

薄膜之間的方式，貼合前述第1薄膜與前述第2薄膜之 

步驟；

其中，分別表示對矽原子、氧原子及碳原子的合計 

量而言之矽原子數之比例、氧原子數之比例及碳原子數 

之比例與離前述氣體阻隔層的厚度方向之前述氣體阻 

隔層的一側表面之距離的關係之矽分佈曲線、氧分佈曲 

線及碳分佈曲線，滿足下述條件：

(i) 於前述氣體阻隔層的厚度方向的90%或以上 

的區域，矽原子數的比例、氧原子數的比例及碳原子數 

的比例中，矽原子數的比例為第2大的值；

(ii) 前述碳分佈曲線具有至少1個極值；以及

(iii) 前述碳分佈曲線之碳原子數的比例比的最大 

值與最小值的差為5原子％或以上。

4. 如申請專利範圍第3項所述之方法，其中於前述貼合步 

驟，以使前述有機EL元件配置於前述第1薄膜與前述 

第2薄膜間之方式，在前述第1薄膜、前述第2薄膜及 
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前述有機EL元件重疊之狀態下，藉由使其通過2個滾 

輪之間而貼合前述第1薄膜與第2薄膜。

5. 如申請專利範圍第3或4項所述之方法，其中前述第1 

薄膜與第2薄膜在大氣環境下進行貼合。

6. 如申請專利範圍第3項至第5項中任一項所述之方法， 

其中，於前述形成有機EL元件的步驟，係於前述第1 

薄膜與前述第2薄膜之任一者的薄膜上，形成前述有機 

EL元件；

• 更包括：於形成前述有機EL元件的步驟後，將形

成有有機EL元件的薄膜與前述有機EL元件一起捲取成 

捲筒狀，保管經捲取的前述薄膜及前述有機EL元件之 

步驟。

7. 如申請專利範圍第6項所述之方法，其中經捲取的前述 

薄膜及前述有機EL元件在大氣環境下保管。

& 如申請專利範圍第3項至第7項中任一項所述之方法， 

. 更包括：

於前述貼合步驟後，將經貼合的前述第1薄膜與前 

述第2薄膜，與前述有機EL元件一起捲取成捲筒狀， 

保管經捲取的前述第1薄膜、前述第2薄膜及前述有機 

EL元件之步驟。

9.如申請專利範圍第8項所述之方法，其中經捲取的前述 

第1薄膜、前述第2薄膜及前述有機EL元件在大氣環 

境下保管。
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八^、圖式：
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四、指定代表圖：

（一） 本案指定代表圖為：第（1）圖。

（二） 本代表圖之元件符號簡單說明：

1 第2薄膜

2 有機EL元件

3 保護層

4 接著層

5 氣體阻隔層

6 第1薄膜的基材
11 第1薄膜
13 有機EL裝置

五、本案若有化學式時，請揭示最能顯示發明特徵的化學式：

本案無化學式。
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